E:f%ﬁjiié&@i@ﬁ@é%@@bw |

elektronische bauelemente




Die vorliegenden Datenblatter dienen nur zur Information. Sie

beinhalten Informaticien (ber Halblelterbauelemente des in den
Listen eléktronischer Bauelemente eingestuften Sortnmenrs@

Aus den Datenbléttern kénnen keine Liefer- und Produktverbind=~
tichkeiten abgeleitet werden.

Sie beinhalten Grenz- und Kennwerte sowie Kennlinien von Bau=

elementen.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten

Die Datenblattsammlung ist kostenpflichtig und kann durch An-

wender aus der DDR bestellt werden.

Die Datenblasttsammlung wird schrittweise aufgebaut

{(Lose~Blatt=Sammlung).

Laufende Ergénzungen und Aktualisierungen werden vorgenommer e
Bestellungen fur die jeweiligen Ausgaben der Datenblattsammlung
richten Sie bitte an

VEB Applikstionszentrum Elektronik Berlin

Abt . DA

Mainzer-Str. 25

Berlin

1035

Uie Herausgabe der Datenblattsammlung erfolgt im Auftrag des
VEB Kombinat Mikroelektronik durch den VEB Applikationszentrum
Elektronik Berllng Abt. DZ, Die Redaktionsverantwortlichen
nehmen jederzeit dankend sachbezogene Hlnwelse entoegene

Bei Nachbestellung fur vergriffene Ausgaben kann die Lieferung

auf Mikroplanfilm erfolgen.
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Ubersetzung, bearb.

Allgemeines'

Die Silizium-Schaltdiode KD 512 A ist fiir den allgemeinen Einsatz’

,wvorgesehene

Sie ist in einem Metall-GlaSmGehause unﬁergebracht.‘

Die Masse der Diode: betragt maxxmal 0,3 g

Betrlebsbedlngungen

| Umgebangéﬁemper&tur~tgmb

= <60 °C bis +100 °C

£ 032005 |

B 12-02 2

0: | 2B-os | 02,




-Grenzwerte
Kenngréﬁeﬁ “‘Kurzm Wért Eihm Meﬁbedingungén
zeichen heit
meximele Sperr- U 15 v t_ o= =40 se.
Rmex amb
S§8mung ) e e -HQO OC'
maximaler Durch= o +‘ ,
laﬁstrém IEmax 20 tamb =25 C = 10 K
jO : : mg‘ ‘tamb"100 C
. o
20 bomp=-40 °C
:maximaler Spitzen= 200 - t '
durchlaBstrom I rRMmax 100 mA /Q +
_ t b= 25 C = 10 K
200 tﬁ - 100 ¢
amb = °
tamb ==40 ~C
Elektrische Kennwerﬁe
Kenngrﬁﬁen Kurz- Wert ‘ Ein- lieBbedingungen
‘ “zeichen heit '
DurchlaBgleich- Up 1. Vo Tp = 10 mA
spannung - ' ) L ) 2
Sperrgleichstrom Ig | 25 Uk Up = 15V
Sperrerholungs- -t | ns I = 10 mA
- rr E g
zelt = U S 107
RRM
IR = 2 mh
Gesemtkapezitit Cot 49 pF Ug =5V

Die folgenden Kurvenderstellung

nur informetiven Cherakter.
Durch die Ziffern 1 und 3 Wird die megllehe Streubreite euf der
Bagis von 95 % der Bauelemente dargestellte '

£

en gind typisehe Verléiufe und tragen
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Bild 7 Streubereieh der Sperrs=
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Anwendungs~- und E@tﬁiebShinw@ige

Das Léten der Dioden muB in einem Ab@t&nd von minde%t@mg 5 mm vom
Ql@@eﬁgehause durchgefitrt werden. ‘7

Um die Dioden vér Beschédigungen zu schufzen, mufl das Anltten inner-
“helb von 2 = 3 % mit einem L@%k@lben einer Le&stung von mex. 50 W
und einer Wammeableiﬁung zwischen Diodengehiuse und L&tstelle durch- _
gefahrt werden. Als Wédrmesbleitung wird eine Pinzette, deren Schen-

kel minéestens 3 mm breit und 2 mm dick sind, empfehi§n§4 ~~~~~

Die Verwen&ung seurer Fl&@mittel beim L&ten i@t nicht zulédssig.

Das Elegen der Anschlisse ist in ediner Entfermang von mindestens
3 mm vom Diad@m@ah&a@@ mit eimem>Ei@ger&dius ven 1,5 = 2 mm zulldissig.

/1/  Polupravodnikovye diody Katalog Cast' 1 (Helbleiterdioden
Katglog Teil 1), 1979, Elorg Moskva. Se. 113







Die vorlisgenden Datenblétter dienen
ausschiieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind:
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber
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i vei kombinat mikroelekironik

lMainzer StraBe 25

Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881, 0113055
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Herstellerfand: UdSSR
ﬁb@rseizdﬁg,b@a?b;

Allgemeines

Die Silizium-Schottky-Schaltdiode KD 514 A ist flir den allgemeinen

Einsatz vorgesehen@ .
Sie ist :m einem Meta&l-GlaSmGehause untergebraeh'ts

‘Die Masse der Diode betrag"b maximal 0,035 g@
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'ﬁmgeéangstémpéf&tur g m’m40 bi@:%100 °C

amb”
’ Grenzwerte
Kenngrofien Kurz- Wert
: , zeichen
’méximaie‘3§efrm U ?§  ke . — W
ppemmmg S b E T o
Imeximeler Durch- I - 10w i mA | %’ Som =B ees
leBstrom Foex - ’ | amb o
. . ¥ S B ; §o.ee® . + 70 ¢
maximeler Spitzen- | ' o o B <
durchlafstrom , o tp = 10us
’ ~ I ! L _apy ©
- ; _ o
FRMmex h 50 mA tamb = 25 °C
20 by = 70 °c
Elektrische Kennwerte
KenngroBen Kurz- Wert ~ MeBbedingungen
: -zeichen | . 1 we e i
|purchlaggleich- up | = V| Ip=10m
ispannung . - : _
Sperrgleich- R =5 wh | Ug = 67
strom ) R . ,j R
Effektive Lebens- " an 4 -
dauer der : N 100 ps
Minoritétstréger . \ - :
Gesamtkapezitit : Cigt = 0,9 PR U =0V

nur informetiven Charskter. -
Durch die Ziffern 1 und 3 wird die mdgliche Streubreite auf der
Basis von 95 % der Bauelemente dargestellt.
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Anwendungs- und Betriebshinweise

Dag Anlbten der Dioden muBl in éinam,ﬁbataﬁd von mindestens 3 mm vom
Diodengehtuse durchgefibr?t werden, wobei dersuf zu achten ist, daB
die Erwidrmung des DiodengehBuses 100 °C nicht Ubersteigte.

Als Wirmeebleitung kenn eine flache Kupferpinzette, deren Schenkel
mindestens 3 mm breit und 2 mm dick sind, verwendet werden.

Die Verwendung seurer FluBmittel beim L¥ten ist nicht zullissig.

' Die Dioden kbnnen in der Scheltung euf unterschiedliche Weige in
einem Abetend von mindestens 3 mm vom Diodengehiuse engeschlossen

werden, wobel eine Erwdrmung des Kristells oder des Diodengehiusses
 iber 100 °C verhindert werden muB. ' |

Das Biggen‘der Anschliisse ist in'@inem‘ﬁbgtaa@ von mindestens 3 mm
vom Diodengehiuse mit elnem Bilegeradius ven 1,5 - 2 mm zuléseig.

Die Reuschspennung betrégt 500 mV bei einem Widerstand von 510 kOhm
und einer Sperrspéaxy

wng von 3 Ve

Literatur | :
/1/  Polupravodnikovye diody Katalog Cast' 1 (Hglbleiterdioden
Katelog Teil 1), 1979, Elorg Moskvae. Se 119




Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschliellich deér Infermetiont

Es konnen daraus keine Liefermdg-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts. sing vorbehalten.
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Malie in mm
Masse etwa 200 g
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Grenzwerte, glltig fir den Sperrschichttemperaturbereich

Pericdische 3 . va;cE‘t’t;:,eriociischefz) \ --;'Sperr-_gle;ich
Spitzensperrspannung  Spitzensperrspannung  spannung
URRM/V URSM/V - RR/V
MDD 16, MDD 25 /1 100 - 70
MDD 40, MDD 63 / 2 L2000 140
/4 : 400 280
/ 6 600 420
/ 8 800 ! 560
/10 1000 700
/12 1200 840
/14 1400 i 980
76 B 1 i Efuo
MDD 16 MDD 25 MDD 40 MDD 63
Mittlerer DurchlaBstrom. e ey 16 25 40 ... .. B3 A
Sinushalbwellen 3) ' ’ ‘ ‘
t,= 100°C | S |
" Effektiver DurchlaRstrom bei 3} Tr(riis) 25 A 63 ° 100 A
Stolistrom : fesm 460 500 800 1200 A
t = 150 °C, ,

§f = 50 Hz-Sinushalbwelie

Kennwerte 7

Durchia3spannung Ue < 1,65 =< 1,48 < 1,42 =140 -V
t, = 25 °C + 10 K bei b 50 80 125 200 A
Periodischer Spitzensperrstrom ~lrewm <5 T mA
Urrm, t; = 160°C — 5 K : ) ‘

Innerer Warmewiderstand ' ~ Runo 1,6 1,4 0,9 0,6 K-
je Diode bei ' Peavy - 10 20 20 40 W

Emgpfohiene Be‘triebsscheite!sperrspannUng Uawm = 0.7 Ugrrm

Maximale Sperrschichttemperatur ; = 150 °C

1) 2<05

)l

2) t, < 20 ms ~
- . : e Die vorliegenden Datenblitter dierien
3) f = 40 bis 60 Hz ey ausschlieBlich. der Information!
- Es kannen daraus keine Liefermég-
% ) B lichkeiten " oder - Produktionsvarbingd:
Anderur&gen vorbehaﬁtem ) 7 lichkeiten abgeleitet werden.
’ . Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind verbehalten.

Herausgeber N

veb appliiketionszentrum elekoronik berlin
iy veb kamibinaet mikroelekeoronik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 01 2981, 011 3065
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Hersteller: VEB Milroelektronik ,Robert Harnau” Grofirdschen

~

Siliziumgleichrichterdioden

Die Typen SY 197 (TGL 43346) und 5Y 196 (TGL 43348) sind Siliiiumgleichrichterd.ioden, die im Ge=
h&use H 4, international des stonderdisierte lietallschraubgehiuse I.E.C. A3M, angeboten werden.

J
A N

agT
- € | -
,@.EL., ) Bild 1: Geh8use
J . A W oD, oD, gr W E
Bauform H 4 mexe M8X. MAXe. maxe . meX. - mine. 115 SW
TGL 20048327 32 10,2 11.5 ' 10,7 6,3 1,8 11

Masse: ~7 g

AnschluBbelegung: Katode am Gewindebolzen



Grenzwerte
n : o Kurzzeichen  SY 191 =S¥ 1967 Binheit
Periodische ‘Sﬁiitzensperrn ‘URRM 100, ZOvO, 400 . 100, 200, 400 v
spannung und Nichte 600, 800, 1000 600, 800,
periodische Spitzensperr- URSM 1200, 1400, 1600 1000~
spannung o : g
Wittlerer DurchlaBstrom IF{AV) ‘ 20 . 15 A
{Sinushalbwellen) - : :
&, = 100 %¢
L max. zul'a}ssige”virtuelie p . ?7}; ) : 150 %
Sperrschichttemperatur > Jmex, T L ’ :
Betriebstemﬁneratnrbereich ‘ 7/2 ,/:.,/, 55 oo 2125
StoSstrom ' o Toan -
Sinushalbwelle FSM
t =10 msy I,L_2 = QWi oh PETRE e : L G s
= 25 °c : ' ' 350 B 280 ' A
&y, = 150 % : . 200 150 A
iy, Luddn jf»(j ‘%ﬂy?*wﬁi/%@wf}é Ao J’f‘/ﬂﬁ s i : 2
Rennwerte
Kurzzedichen SY 191 SY 196 ' Einheit
o y 1) 2) ‘
Durchlalspanmung Us 154 : 1.4 { v
bel Tpy ) :
U <225 %
c
Periodischer Spitzensperr- S Iggpe 3,000 B 6,0 4) mh -
gtrom 5) 5) .
‘;90 2,0 . mA
Innerer Wirmewiderstand thjc 1,8 \ 1,8 SR/
Py o= 10 W ) —
Sperrerholzeit B ktrr s : 300 ns
i, ' 1
] =1 . . [o}
et = 250 A - = A - A = «
. 5 Lus s dg j Ay i = 095’% aff,,_ 25 - CJ

§’§gv?;éf£,i§4§/2§}fw%«a% t

. i £ 2 & E:
piarurl. g{%ﬁwéf}@ﬁfaﬁﬁ
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SY 191, SY 196

e s}
A
40;‘
35)F
300
25F-
20.
B
0T
5.
UV R 2 < B B 80
UR/Y
Bild 2: Obere Werte der DurchlaBkenn= Bild 3:
linie der SY 191
- Parameter: Sperrschichitempe-
ratur 43 } —
I
F(AV) %
32t
30
28
26}
26
22
20
18
16}
%+
12
10
8 -
6 +
4
2
80 90 - 100 110 120 130 10 150 160 170 1_%/“(:
Bild 4: Hocnstzulass1ger Durchléfstromnittelwert

E(AV) der 5Y 191 in Abhéng gigkeit: von der
Gehauseuemperaﬁur 1’ bei reohteokformlgem
Stromverlaufl : . :
Parameter: Stroﬁfluﬁwiﬁkel

9 100 10 120 180 10 150 160 170 180 < /C

HﬁChSchléssiger DurchlaBstromittelwert
In(av) “der SY 191 in Abhéngigkeit von der

_Geh#usetemperatur 4? beil sinusfdrmigem
Stromverlauf
‘Paremeter: Stromflufiwinkel

0 5303040 50 60 70 €0 900010120 130 Ja | 'C

: Hdchétzuléssiger DurchlaBstrom=
mittelwert IF(AV) der SY 191 in
Abhanglgkelt von der Umgebungs-.
temperatur 4& bei sinusformigemn
Stromverlauf '
Voraussetzung: Montage der Diode
SY 191 auf Kihlksrper Typ K 25,
Einbaulage T

Parameter: Stromflufwinkel
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157,
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© Bild 6: Hochstzuldssiger DurchlaBstrom- Bild 7: DurchlaBverlustleistung Ppeyyy der SY 191 in
mittelwert IF(AV) der SY 191 in . Abhéngigkeit vom DurchlaBstrommittelwert IF(AV)
Abhéngigkeit von der Umgebungs- Parameter: Formfaktor (siehe Tabelle 1)
tempergtur 62 bel rechteckfOrmigen .
Stromverlauf
Voraussetzung: Montege der Diode
SY 191 auf Kihlkdrper Typ K 25,
Einbaﬁlage I
Parameter: StromfluBwinkel

Tray)  2pDC
A 23
22r
21
1 20
f 19
A
L5 181
. o ’ 17+
40 VA 16
R o/ f~dieastc 5
3/ -/ : %
/: Br
3?- / 743
/ 1
25t k 10F
/
20 - a8t
< / 7r
st/ 6}
/ 5t
ol 7 .
3k
St 2r
1
08 10 - 11 12 13 % 15 16 Ug/V 80 9 w0 110 @0 BO U0 150 (J/c
- Bild 8: Obere Werte der DurchlaBkennlinie Bild 9: Hﬁchstzuléssiger DurchlaBstromnittelwert
' der SY 196 ; Tpay) der SY 196 in Abhéngigkeit von der
Parameter: Sperrschichttemperatur 0? Geh8usetemperatur o@ bei sinusfﬁrﬁigem
' " Stromverleuf

Parameter: Stromflubwinkel
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I
F(AV) I av) 24
A —_— 23PN\ DC
A
22+
24t
20
18k
18 F
7r
16
135
1%}
13
2 = 12 E
it M
’Ig- ot
9 -
ér 8
7t 7k
6 6 b
5t 5
3] ‘T
.3t
2 \ 5
1 : L
80 90 100 110 120 130 %0 180 Jg/ C 70 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130 Solc
Bild. 10: Hochstzuldssiger DurchlaBstrommittel - Bild 11: Hﬁchstzuiéssiger DurchlaBstrommittel-
wert IF(AV) der SY 196 in AbhBngigkeit wert IF(AV) der SY 196 in Abh8ngigkeilt
von der, Gehdusetemperatur 4% bei rechi- von der Umgebungstemperatur 4@ bei
eckfdrmigem Stromverlaufl sinusformigem Stromverlauf '
Parameter: StromfluBwinkel - Vorsussetzung: Montage der Diode SY 196
suf Kiihlkorper Typ K 25, Einbaulage I
Parameter: Stromflulwinkel !
IF av
A 23
22 be ~
21
B PE(AV)
18 —-—_——_A 36+
7t 3t
16+ 32r
15 30
% 28+
13 26;-
12 26
11b 22y
ot 20¢
g Gl
8 k 16}
7t i
61 2+
5t 10+
4 8
3 Sr
2 4[‘
1t . 21‘
503020 50 80 70 80 S0 D000 dal ‘e > 54 5 678 910111213 % 1516 17 18 19202122 23
IF(a
Rild 12: Hochstzuldssiger DurchlaBstrom= Bild 13: DurchlaBverlustleistung PF(AV) der SY 196 A
© mittelwert Ipipyy der SY 196 in in Abh#ngigkeit vom Durchlefstrommittelwert
Abhéngigkeit von der Umgebungs- IF(AV) .
temperatur ¢ bei rechteckftrmigem Peremeter: Formfaktor (siehe Tabelle 1)
Stromverlauf '

Voreussetzung: Montage der Diode
SY 196 suf Kihlkdrper Typ K 25,
Einbaulage I

- Paremeter: Stromflubwinkel
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Tabelle 1: Bestimmung des‘Formfaktons aus der Schaltungsart und dem Stromverleuf

“@,It_,) effektiver DurchlaBstro
RAV) mittlerer DurchlaBstrom

P = Formfaktor =

Stromart Stromflulbwinkel Schaltungsarst 4 Formfaktor

Sinus o -
(beidseitig angeschnltten) f;= 180 E; K: B 1,57
£ = 120 © DB; S; DSS 1,73
£= 60 ° DS : 2,45
1%0° :
rechteck . o . .
(beldseltlg angeschnltten) ¥ = 180 By My B 1,41
I ¥ =120 ° DB; S; DSS 1,73
£= 60 ° DS . 2,45
3 !
: !
1 1
i . i
o | 2 I w0
Gleichstrom. DC £ =360 ° 1
Legende:. CE= Binwegschal tung

H = Mittelpunktschaltung

B = Briickenschaltung

DB = Drehstrombrickenschaltung

S = Sternschaltung

S = Doppelsternschaltung »

DSS = Doppelsternschaltung mit Saugdrossel

#ontagehinwedlse

Beim Binbsu der Bauelemente ist auf eine mdglichst geringe mechanische und thermische Belastung'
der Anschlisse zu achten. ' ; ) # .
Bel der lontage aul Kihlkbrpern ist eine Zérmelei%pgste anzuwenden, dile hauchdiinn zwiéqhen den
Kontaktrléchen aufzutragen ist. Bel der Befestigung sind die maximel zuldssigen Montegedreh-
momente nicht zu Uberschreiten, da es ansonsten zu einer Bauelementeschddigung kommt. Maximales
zuléssiges Anzugsdrehmoment bel der GehBusebauform H 4 = 2 Nm. Bei den Typen SY 191 und SY 196 ist
der Anodenanschluﬁ als Lottse ausgefilhrt, wobed die Jﬁtféhigkeit mit L=Sn 60 bzwo I=5n 63 nach

PGL 908/02 unter inwendung des Flubmititels 37 31 nach TGL 14 °07/02 bei 240 °C (Lotzeit ~ 2,5 s)
gegeben ist.

Belm Lgten igt ein ildndestabstand CGehiluse~=Idistelle von 2 5 mm einzuhalten.

3

Herasusgeber

veb applikationszentrum elektronik Eﬁﬁrﬁm
irn veb kombinst milcoelekoronik

Mainzer SiraBe 25

Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881, 011 3055
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vorlf’m_ﬁige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Robert Harmau”  Grograschen

. SGhottky—»Leisﬁlngégleiohrich‘berdiode im Metellgehiuse (Schottky-Barrier=Diode}

1. Abm@ssﬁﬁger% i mum und AnschiuBbelegung

. Bild 'i Abmessungen und AnschluSbelegung

Massé;ca. 8g

CGL 43 350



2¢ Grenzkennwerie

Einheis

R RRM U
SY 525/0,3 30 30 v
SY 525/044 40 40 v
SY 525705 , 50 50 V-
SY 525/0,6 60 60 v
SY 525/0,7 70 70 v
SY 525/0,8 80 - 80 v
Kurzzeichen - Wert Binneéis

T e : 9 } ‘i‘. ™ E ‘ = ‘
Bffektiver Dgrchlaﬁstrom ) : lF(RNS) 47 A
M ttlerer DurchlaBstrom 1) ) 30 A
StoBstron 27 , - 600 A

e Uberstrom in Sperri“chtungm : : R G IR(OV) o : 2 R
Sperrschichitemperaturbereich ' j : =55 ce0 +175 %
Lagertempératurbereich ﬁZtg . =55 coe +55 ¢
Betriebstemperaturbereich ' ﬁg ) =55 coe +125 %u
3. KenngroBen Kurzzeichen S Wert Einheit
DurchlsaBspannung 3) Upyr - o O,7é 8) 0,80 2) v
,periodischerr Spi"hz_ensperrstrém 4) ‘ . IRRM« . 3 mé
pericdischer Spitzensperrstrom 5) IRRH 30 mA
Spennungsenstiegsgeschwindigkeit dup/at B 1000 ‘ V//us
Gesamtkepazitdt (typ) 6) Ciot ' 2 nf
Innerer Warmewiderstand - Rthj§ B é“196: - ’K/W
n 4% = 175 °C; sinusférmiger Stromverlauf 8) Upy TUr Uppys = 30 oo 50V
2) 50 Hz-Sinushalbwelle; t, = 10 ms; #f = 25 °C - 5% 9) . fiir Uppy = 60 eoe 80 ¥
3) p =30 45 & =25 % - 5K
4) - . = o

)UR_URRH,Jé_zi C = BK.
5 — TT . — o o T
Uy = Uppys &4 = 150 °C = 5K

©) u. = 5 7; £ = 100 kiz

p=v}
b

1 <30 JUH; £ = 1 Kz

Bestellbezeichnungs
Schottky=Lelgtungsgleichrichterdiode vom Typ SY 525/0 6 mit eigem Grenzwert der periodischen
Spitzensperrspannung von 60 V

4L-,_ncl(—3:;:"(,\1153e;n vorhehalten! R : Die vorliegenden Datenblitier dienen
. . . ausschiiellich der informeationt
Lusgebe WErz 1986 Es konnen daraus keine Liefermég-

lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abge!enet werden.
nderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbahaiten.

Hersusgeber

web applilkationszentrum elekoronik berlin
i veb kombinat mikroelekoronik

Mainzer Strae 25

Beriin 103%

Telefon: 580 05 21, Telex: 0112081, 011 3065




2/86
vorliufige technischeé Daten ‘

Hersteller: VEB Mikroslektronik Robert Harnau” Grofraschen

Schottky=Leilstungsgleichrichterdiode im Metallgeh'a’.use (Schottky-Barrier-Diode)

1. Abmessunger in wm und Anschiubbelegung

MS

—4

%5 @

9mex
Bild 1y Abiessungen und Ansch;l.uﬁbelegung
fMasseca. 8g -

© TGL 43 3571



2. Grenzkennwerte

Typ

) 5 UR”IL' o pEinheit
SY 526/0,3 30 7
SY 526/0,35 35 -
SY 526/0,.4 40 : v
SY 526/0,45 45 : v
Kurzzeiclier; o Wert . o Binheit'_/:;
Bffektiver DurchlaBstrom 39 - A

Milttlerer DurchlaBstrom 1)

R5 £
2)‘ -

- StoBstron S500 4 B

' Sperrschichttemperaturbereich =55 e +150 %

Lage"rtemperaturbéreich _ =55 ees + 55 ' " %

Bév‘.criebstempglﬂa“curbé:féicll\ '_“\-’55 ,., +125 e OO

3. Kenngrofen jraﬁefl - I * Kurzzeichen ] vert e ’ Einhéit
Durch}aﬁspa;nnung 3) ) g Uppz 0,55 v
periocdischer Spitzensperrstroni 4) ‘ IRRI‘;E ' 3 b
periodischer Spiltzersperrsirom 5) . IRRLI - 200 / ; ma

: Spannuﬁgsanstiegsgesch&vindigkeit ;dUR }dt i ‘EOCO k v/ /ué
Gesemtkapazitidt (typ) 6) Ciot 3 ' 0P
Innerer Virmewiderstand o - P‘thj‘cx o 2 1,6 LK/

N ‘1}3 = 150 OC; sinusflrmiger Stromverlauf

= 10 ms; o = 25 ¢ - 5%

2) 50 Hz-Sinushalbwelle; t A

P
3) _ . . On _ &y
| Ipy = 25 A; +% = 25 °c 5K
4 _ . - Onh omy
Uy = Uprigs dé = 25 70 =&5K

5y & L
6 Uy = Uppps ¢ = 100 °C = 5K

U= 5 V; £ = 100 kiz

Bestellbezeichnungs . ‘ ] e e

Schottky-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 526/0,3 mit einem Grenzwert der
periodischen Spitzensperrspannung von 30 V C

. ‘ : - Die vorliegenden Datenblitter dienen
inderung vorbehalten! ‘ . = |-ausschlieBlich der informationt
Es kinnen daraus keine Liefermég:
L : o lichkeiten - oder Produktionsverbing-
Ausgabe LErz 1986 : : . o lichkeiten abgeleitet werden.
. . . nderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber

veb appliketionszentrum elektronik berlin
irm veb kombinat mikroelelkcranik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
Tetefon: 58005 21, Telex: O1 2381; 011 3055




Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Robert Harnau” GroBréschen

Bpitexiel-Leistungagleichrichter im I‘ﬁetallgehélus'e {(Fast Recovery Eoitaxial Diode)

Geh#usge: IeieCe = 4 3 L (I 4) L

1. Abmessungen in mm und AnschluBbelegung ;

Swli /QS 1,8 -mm
/
e
g D) 3 E
B - )
A=) 4
Pmox

Bild 1: Abmessungen und AnschluBbelegung
fMiasseca.8g

TGL 43 352




2. Grenzkennwerte

Typ Uggiv in V

URWM inv

%) fem =20A; 8, =25°C -5 K

%) Up = Ungwi; 8 = 25°C =5 K

%) le=1A; Ug = 30V; —die/dt = 50 Alps; 8, = 25°C —5K
®) Up = Ugaw; B = 100°C 5K

) I = 204; 8. = 100°C —-5K

Bestellbezeichnung:
Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 625/?‘%
der periodischen Sp:tzenspe?rspannung von 150 V.

Anderung vorbehalten!

Ausgebe lLisrz 1986

SY 625/0,5 50 T 50
SY 625/1 100 100
SY 625/1,5 150 150
SY 625/2 200 200
) Kurzzeichen Wert Einheit

Effektiver DurchlaBstrom : Yerms)
fittierer DurchiaRstrom’) e
Ste%strom{’-)» fesmi i - 4
Sperrschichttemperaturbereich By S bt 150°C
Lagertemperatur Fstg ~55...+ 55°C
Betriebstemperaturbereich 8,  —55.+125°C
3. KenngroRen N i
DurchlaBspannung®) U 095V
periodischer Spitzensperrsirom 4) lrrm 0,2 mA
Sperrerholungszeit®) tr <E0ns
periodischer Spitzensperrstrom 6) lrRvs 3mA-
DurghlaRspannung’) Urm 0,85V
Innerer Wirmewiderstand Binje- < TK/W-
B 9 = 125 °C; sinusférmiger Stromveriauf .

'2) 50 Hu~Sinushalbwelle; t, = 10 ms; , = 25 °C = 58 '

mst einem Grenzwert

Die vorliegenden Datenblitier dienen
ausschlieBlich der Information! ’
-Es kénnen daraus keine Lisfermaog-
lichkeiten oder Produktiongverbind-
lichksiten abgelaitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Hersusgeber

vely spplikationszentrum elekoronilk berdin
v veks karnibinat mikroelekeronik
Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
+ Telefon: 580 05 21, Telex: Ot 2981 011 3055




vorliufige technische Daten’

Vergleichstyp R 2/86
BYY 29 | |

- Hersteller:. VEB Mikroelektronik ,Karl Liebknecht” Stahnsdorf

ohnelle BEpitaxiediode mit "soft recovery-Verhalten! und niedriger
o P 1LOGE L. &

DurchlaBspannung vorzugsweige fir den Tinsatz in Schaltnetzteilen

04moy. | 4,65max.
#3801 o - . 135max
San =
N N o g
. ? 124 '
LY
o AnE SRS
o ,
= | ]
_ % Bezugspunkt
= .% zur Messung
7] 5| der Gehduse-
&1 temperatur
1340} o
00 ’ |
: 1 ; - 20] 0440
5080200
K A

Mafle in mm

Katode ist leitend mit der Kihifahne verbunden. Masse ca. 25 ¢



‘Grenzwerte, giiltig fiir den Sperrschichttemp raturbereich

‘Periodische Spétzénspéﬁrrspénm’ngf S Uram ' 50, © 1,00}:-":: 150, 2@0 v -
t i : ) )

£ =08 | A o

Nichtperiodische Spitzensperrspannung Urswu 50, 100, 150, 200 v

t, = 20 ms '

Sperrgleichspannung | Ur 50, 100, 150, 200

Mittlerer Durchlastrom

1, =125°C )
Sinushalbwellen)

Effektiver E}a:réhi'a%strem
Periodischer Spitzendurchlaﬁstfom
StoRstrom N - Fesm ‘ - 80 A
Sinushalbwellen f = 50 H 5
;= 150°C, Ug = 0

I A

Kennwerte

DurchlaBspannung ’ Urm B = 0,85 ' ; Y

fem = 5 A?) o S .

Periodischer Spitzenspsrrstrom . B = 0,05 ‘ mA
- Uram, e = 26°C - 5K ; - .

Sperrerholungszeit = ‘ t S =3 . ns

—dig/dt = 50 A/ps,
k=TAlg=01A 4

innerer Wérmewiderstand : Lot Rie =27 K
Peiav) = 5 W _ - | N ' - w
Gesamtwirmewiderstand - Rihia ' =60%) K
Prav) = TW W

") f = 50 Hz bis 100 kHz
?) 60 Hz-Sinushalbwellen -
i, =100°C - 5K - o
- %) Schraubmontage auf Leiterplatte, volle Linge der Anschliisse

L R . Die vorliegenden Datenblénier dienen
Anderuhgeﬂ vorbehalten! ; . g ausschiieBlich-dor Informetion!

E Es kénnen darsus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbahalten.

Herausgeber )
veb spplikationszentrum elekbronik berdin
imveb kombinat mikrosiekuronik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2981, 011 3055




vorléufige technische Daten

Si-npn-Leistungsschelttransistor fiir Schaltnetzteile an

rsteller: VEB Mikroelektronik ., Karl Liebknecht” Stahnsdorf

niedrigen Versorgunggspannungen

‘MalBe in mm und Anschluﬁbelegung' _
Kollektor am Gehduse
Miasse etwa 22 g

26 ?n&xk :
10,9025

E ~. _é;?\ E
ry ¢r )&
& S
S A I
8 A

. . ?

30,202
_ 221m

¢4/3t8f2

2/86 |




Grenzwerte, giiltig fur den Betnebstemperatu-rberetch

Ko!!ekfor-BaSis Spannung
EE = 0 .

Kollektor- Emstter Spannung
lg =10

Kollektorstrom.
Kollektorspitzenstrom
Basisspitzenstrom

Gesamiverlustieistung
tc = 25°C

Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur

Kennwerte (t; = 25°C ~ 5 K)

Kotlektqr-Emitter-Reststrom
UCE = TGOV UBE = -2V

Kaééekwr Emitter- Durchbruchspannung
- = 100 mA

E:mitter Basis- Durchbruchspannung
fe = 10 mA ' '

Kofiektor Emltter Sattigungsspannung
le=15AIg=15A

Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=15A,I3 = 1,6 A

Abfa!!zett des Kollektorstromes
le = 1B A, !B =15A1g=30A

Anderungen vorbehalten!

§CEX

U(Bﬁ)cm )

’i:f

125V

70V

160V
125V

20 A
25 A

90A
150 W

- 200°C
128

max_.‘
1.0 mA

1.5V
20V

0,7 ps

Die vorliegenden Dstenblatier dienen
ausschiigBlich der Information!

Es kionnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten - oder Produkticnsverbind-
lichkeiten abgeleitat werden
Anderungen im Sinne des. techni-
schen Fortschritis sind vorbahalten.

Herausgeber

veb appliketionszentrurs a&ekﬁ;wamk Ieriin
i1 web kombinat mikroeiekcronilk

Mainzer SiraBe 25
Berlin 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 0112981, 011 3055




Vergleichstyp

Hersteﬂer: VER Rikroelektronik JKarl Liebknecht" Stahnsdorf

Si=npn-Leistungsschalttransistor filr Schaltnetztedle

Hasse ca. 25 g
Kollektor am Gehéuse
Lbmessungen in mm

Grenzwer%e, iltig flr den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis=Spannung

IE' = 0 A
Kollektor-Emitter~Spannung
Ip =04 :

i

Kollektorstrom
Kollektorspitzenstrom

Ge samtveglustleistung
=25 °C

©2/86

WJE 13005
BUV 46
8,65 . 63
~N ,
iy
Var) =
\ o
8_‘ 26 .
~Bild 1: Geh8use
RKurzzeichen SU_378 SU 380 Einheit
Uspo 700 } 8‘50 Y
U,CEO 400 . 400 ; V
Iq 6 6
Tou e 8 A
P“&ot 85 . 85 W




For'tsetvzzmg

SU_378

5u 360

stromes
IC‘ = 2,5 4, IB = 0.5 A,
”IB = 1 A, UCC = 150 V

) su 378
2) sy 380

Inderungen vorbehalten!

" Kurzzeichen
1§'p_erréc}iichtte1§peratu; -. 1,% 175 175 ¢
Betriebstemperatur é ;125 125 ¢
 Kennwerie (o‘é = 25 °C¢ - 5K)
Kurzzeichen ming MoK e Eiphedt

Kollektor-Emitter-Rest- - ICEX 0,3 mh

strom

Yeg = =2 Vs Ueg = Ugpo

Kollektor-Emitter-S&t- U s

Cbtlgungsspannung CE?SE"QL’ V

IC = 2,5 A IB = 0,5 A
Basis-Emitter-Sittigungs- . Upo . 1,3 v
spennung : M o BEsat

Tg = 2,54, Iy =0,54 _

. - 1) &
Kollektor-Emitter=Durch- U 450 v
bruchspennung o (BR)CEO 400 2) 7 v

Ig = 0,24 , i ,
Emitter-Basis=Durchbruch- Urnns 7 P i
spennung (BR)EBO ’

Ig = 0,01 A = T
Abfellzeit des Kollektore te 0,8 yus

Die vorliegenden Datenblitter dienen

ausschlisBlich der Infermetion!

Es kimnen daraus keine Liefermog-
. lichkeiten - oder - Produltionsverbing:

lichkeiten abgeleitet werden.

Andsrungen im Sinne des techni-

schen Forischritts sind vorbehalten.

"Herausgeber

veb applikationszentrum elekoronik berlin

rn veb kosrnbBinet mikroelekoronik |

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2981, 011 3065
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vorldufige technischie Daten

H@wte!ier: VEB Mikroelektronik , Karl Liebknecht” Stahnfsdorf

Tiir lotorsteuerung und Schaltnetzteile grofer Leistung

Si-npn-Leigtungsdarliingt ontransistor

ila8e in mm und fanschluﬁbelegung
sAnschluB 1 Emitter

AinschluB 2 Basis '

anschluB 3 Kollektor

liasse ca. 280 g

3ix55

$5,8%07 20¢03 20¢0.3 M5

345@7

Bild 1: GehZuse



) 2
Grenzwerte (gliltig fiir den Betriebstempersturbereich) _
X ’ Kurzzedichen SU 508 SU_509 SU 510 '

Einheit

Kollekﬁ%r«Basié}Spanngﬁg

750 900 1000 v
Ig=0 i . _
KollekiaréEmitter=Spannung UCEO 600 700 700 . v
Iy = | )
Kollektorstrom I 20 30 30 A
Kollektorspitzenstrom ICM’ ' 60 60 60 A
t. € 1 ns :
p .
Basisstrom Iz 2 2 2 . 4
Sperrschichttemperatur p? : 150 RLOE & & =0
Gesemtverlustleistung CBpgp o BB0. D S280 . 250 W
dg =25 %% : i h = u . = il i
Spitzendurchlefstrom der Frei= . . .  Ipew . #60 860 S 60 LA
laufdiode _ - ' ' o '
Kennwerte (bei@g = 25 °¢ -5K)
Follektor-Emitter-Reststrom Topy &5 £5 £5 mA
SN .
Ugg = 1000 v 2 3)
= 1) oy
Usp = 7350V Upp = 2V -
Kollektor-Emitter-Sittigungs- Ugpsat 2 2 2 v
spennung ’
Ig = 304, Iy =14
DiurchlaBspannung der FPreilauf- Up £1,8 - g1,8 51,8 v
© diode e
EF = 30 A
Kollektor=Emitter-Durchbruch < ~Ugryomo g 600 £ 700 Z 700 v
gpennung : R ) SR N .
I = 200 wh
Abfallzeit des Kollektor- te &3 £ 3 €3 Jus
gtromes . N /
Io = 304, Iy =i— 14
Usg = 250V
b . ) ) Die vorliegenden Datenblitier disnen
p < 0,02 susschlieBlich der informationt
m— TZ ) Es kénnen daraus keine Liefermég-
T - ) lichkeiten oder Produkticnsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
3) nderungen im Sinne des techni-
. SU 510 ‘ schen Forischritts sind vorbehalien.

Herasusgeber
veb epplikationszentrum elektronik berlin
T veb kombinat mikrosleksronik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035 _ .
Telefon: 5.80 05 21, Telex: 011 2881, 011 3055




vorliufige technische Daten

‘Hersteller: VEB Haibleiterwerk Frankfurt é@d@e‘ﬁ

Vergleichatyp
UAA 4002 DP

Schnitistellenschaltkrels swischen Logikbaugruppen und Leistungselektronik

Gehsuse: 16-poliges DTL-Plastgehiuse (Zollraster)
2

‘Beuform: 21.1.1.2.16 nach 6L 26 713

liasse: £ 1,5 g

) 19,5?':1“.

Rastermaf: 2,54 mm

Reihensbstend: 7,5 mm

Qz§f;§:

0
¥
]
€ &
o
42’1!
| ' i
eg ‘ \
¢4
i 0.4541s
2,54£0135)
K ERU0g
£
B
™ .
L g o gy ie Y 5 e b=t ki
1234856 78
Pinbelegung
Pin Belegung
1 Be.gigausriumstrom
2 neg. Beiriebsspannung
3 Inhibit-Eingang
4 Eingangsprogrammierung

2171298 TG!. 26713

Bild 1: GehBuse und AnschluSbelegung

Pin -

W ~1 o W

Belegung-

Signaleingang
proge»d;neg°
prog. d. mine

prog. de. mexe

Sollgpannung des Pin 2
Leitzeit ’

Leitzelt



~welegung

lollektorspaniung

messungd
10 prog. d. Dinschaltverzigerung pos. Betriebsspannung
11 prog. d. zuldssigen Séttigun53m 15 Ansfeuerstrombegrenzung
spennuug
16 Basgisensteuverstrom
12 prog. d. max. Kollektorstromes
14 7 1% 13 a
: Lﬁm [
+Ug@ . h ‘%5
Uberwach, : jl :
‘5 Eingangs [Bosisans ] i .
interface Isteuerung e e
4 _ |Baosisaus- 4 N
~Trdumung ) N
{ 4
-Uce =02V ,
Uberwach, 12 . : Lo 5h Shith
Bild-2: Blockschaltbi
L =
¢ 9

Die monolithisch integrierte Schaltung B 4002 D dient els Schnittstelle zwischen Logikbaugruppen
und Leistungselektronik. Fingengsseitig ist der Séhaltkreis TTL= bhzw. CMOQékompatibe£¢kAuSSangSM
seitig wird direkt die Basis eines Leistungstransistors im Schelterbetrieb optimal angesteuert.

Um das Scheltverhalten Tiir verschiedene Leistungsklassen Yon Transistoren optimal- zu gestalten,
sind die Daten wie Einscheltverzdgerung, minimele und maximale mlnschaltaau.erE Grad der S&ttigung
des eingeschalteten Transistors, Hohe des Einschaltstronstoﬁehy HUhe des Ausrdumstromes usw. durch
den Anwender programmierbar. Weiterhin wird der Gebrduchswert durch ein umxangrelches Schutzschal -
tungssystem bestimmte - : - ’

ir den integriewten Schaltkreis werden oelde Betriebsspannungen und die Chlptemperatur uberwacht,
und fir den Transistor werden die LelsuunguparameUP“ maximaler Kollektorstrom und maximaler

5

'SpannungsabLall der Kollektor-Emitter-Strecke uberwacht.

Eingengsinterface

Bedi ngh (oxfen) an Pin 4 werden TThe- bzww ChOunPegel des Zingangs® Pln 5 an die: interne Steuerlogi
angepaﬁt. . S
Ein Strom von max. 10 @A in Pin 4 carf nicht Uberschritien werden. Gegen UCC? {U14/9) ist ggf.
ein Widerstand Ry 2 4,7 xOhm zuzuschalten.

Bei Low (L) en Pin 4 arbeitet der Lingang Pin 5 mit alternlerenden Impulsen@ Das Interface are—
beitet als R3=Flip=Flop.

Signaleingang { : Signaleingang_ Imi
(™)

Ausg. Interface____| - x PIN 450
‘ P!Né 1 Ausg. Interface ) [ e

¥ Diese Impulse haben

—
]

. keine Wirkung

Bild 3: Impdls@iagramm Eingengsinterface



2/86 : : 3 ' B 4002 D

Inhibit

it Dln 3 liegt ein mTL/CMOowkompatwoler blnganﬁ vor, mit dem,der Ausgan unabhéngig vom Eingangs=
'swgnal Pin 5 gesperrt werden kann. ' )

Ausg. Steusr

Bild 43 &qulsdiagw@mn _nhlblt

Betriebsspannungsiiberwachung

Die positive Betriebsspannung (Pin 14) wird intern auf den Mindestwert von 7 V kontrolliert.
Die Kontrollschwelle fiir die negative Betraebsspannung (Pin 2) kenn mlt einem Widerstand R
zZwigchen Pin '6 und Pin 2_programm1ert werden. )

&y (.2R” '
Uooz so11 = 2 ¥ Ry — <7
Das Uberschreiten einer Konurollsohwelle fihrt zun Ausgangssperrung mit einem doulvalenten Zeite

regime wie INHIBIT.
Wird Pin 6 an Tasse (Pin 9) gelegt, erfolgt keine Uberwachung der negativen Beirlebsspannunge

Temperaturiiberwachung

Die Chiptemperatur des B 4002 D wird intern auf die Grenze von 150 ¢ kontrolliert. Bei Uberschrei-
tung erfolgt die Ausgesngssperrung douivelent INHIBIT. .

Eibschaltverzﬁverung

Wird Pin 10 offen gelassen oder an UQGT gelegt, betragt die Slgnallaufzeit belm Elnschalﬁen durch
den integrierten Schaltkreis typisch 300 ns. i :

Nlt einem wlderstand RD zw1sohen Pln 10 und Masse kann eine blnSﬂhaltverzogerung voun 1 /us b&s
10 /us programmlert werden._ﬁ . .
£ [/usl ~ 01,05 R, [kOIun]”

Fehlerdetektoren

Die Fehlerdetektoren arbeiten nur wihrend der Leitend - Zeit.

1. Kollektorstrom
T &

Mit Pi n'12 liegt der Eingeng eilneg Kompéretors vor, der bei Unterschreitung &eé Triggerpegels
_von <0,2 V husgengssperrung veranlaft. Der Trigger wird im allgemeinen in geelgneter Weilse els
Funktion des Laststromes gebildet (¢ Be mit einem Emitté?widerst&nd}@

2° Kollektorspannung UCEsat

An Pin 13 ist der Eingeng eines Komparateraangaschlossen, der bei Uberaehreitamg des an Pin. 11
einstellbaren Triggerpegels die’ Auggengssperrung veranlaft. Mit Pin 13 wird im allgemelnen tiber
eine DiodenfluBspennung die Kollektorspannung gemessen. "Bei offenem Pin 11 igt intern eln Trigger=
pegel von 5,6 V eingestellt. Dieser Wert kenn durch elunen Widerstend RS zwischen Pim 11 und Masse
veryingert werden. ‘

2R
£y [

Uqa Trigger = 7 Et



ZeitUberwachung des AN-Zustendes

Mit dem Widerstand R,G zwischen Pin 7 und Masse wird das Minimum der Le;tzeit des angesteuerten
Leistungstrensistors programmiert. ' ' : '

?on min

gusj[ A 0,06 R, [kOhm]

r foh ve ; 1 s b 13 juse
Der Bereich von t . ... ergtreckt sich etwa von 0,3 Jus Pis 3 /

.Dié Pragramﬁiérung igt dn jedem Fall exforderlich. Die miﬁimale Leitzeit dominiert iber slle még=
lichen Ausgengssperrungen und wird, nachdem einmel das Basissteliersignel vorliegt, unbedingt ein- -
gehalten. Wit dem Kondensetor Ct zwigchen Pin 8 und Messe wird das Meximum der Leiltzeit prégramm

miert ) . ‘
Ton mex = 2 By O

Mit Pin 8 an Masse erfolgt keine Begrenzung der maximelen Leitzeit.

*’%, Ucen

ot
My ;
L;—“
o

Innere Schaltung EXT. Beschaltung ‘ .

Bild 5: Ausgengsshufe

Beim Einschalten wird 7 1 geschlossén.‘lb1 stevert T 1 in die SHttigung. Der‘Aﬁsteugréﬁrom ’iﬁé ist
mit R auf < 0,7 A zu begrenzen. Wenn UCEO genligend weit abgefallen ist, wird IbT iber D 1 und D
teilweise abgeleitet. T 1 arbeitet Jetzt inm aktiven Bereich, en seiner Basis stellt sich folgendes
Gleichgewicht ein:

Uegg + Up + Upg = Upgg + Rpl=Tqg) + Uppay

Bel Vernechléssigung der FluBispennungsunierschiede wird Q in folgendem éeregeltenwQuasimSéttigungs;
Zugtend gehalten: . .
Uggq =~ Upg + Ry ’c/j‘:m:z%) .

Um Regelschwingungen zu vermei&eng ist RB 2'1 Ohm zu wihlen. .

Im Aus-Zustend ist Z 2 geschlossen. T 2 wird mit Ibz durchgesteuert und es flieBt der Ausrdum=-
strom I1 . Die Stromenstiegsgeschwindigkeit von If wird mit L eingestellt.

Grenzwerte _

» ' Kurzzeichen : min, - mex. __Einheit
_pos. Betriebsspannung : _ U14/§. , .0 B 15 _ _: v
neg. Betriebsspamnung, U2!9u - =10 0 . V.
Kollektorspannung U75/9 : 0 15 v
Betriebsspannungsdifferens ’ Usaso - ' 18 v
Bingengsspennung Us/g. Ug;g U14/9 ) v

Eingengsspannung U5/2 ) - 18 v
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Kurgzzeichen _min. max. Einheit

. Spennung an Pin 3 U3/§ ' 0 U?4/9 v

Spannung en Pin 4 Uy/9 0 - v

Strom in Pin 4 ) 14 - 10 mA

Strom in Pin 12 ' I S5 . +5 mA

pos. Ausgengsgleichstrom _ wl16 b - O,S

pos. Ausgangsspitzenstron ) . “TH I3 o] 150

neg. Ausgengsgleichstrom I1 0 0.7

neg. Ausgangsspitzenstrom 2) Téﬁ 0 35 ,A

Widerstand en Pin 7 Rq/g 5 - kOhm

Viderstand an Pin 10 R10/9’ ‘ 20 ‘ - . thm

Gesamtverlustleistung Peot - ) 145 3) W

Warmewiderstand -~ Rypja : - . © 80 ’ K/W

Sperrschichttemperatur J% ' - 150 . °¢

) Impulsdauer tp 24 /s Tastverh8ltnis K = mig_m £ 0,1; Rechteckimpuls

T

i~

2) Impulsdauer t_ £ 0,3 /us; Tastverh#ltnis K 0,03; Rechteckimpuls

3) pei <% 2 25 °c.

Betriebsbedingungen

Kurzzeichen mine ) max. Einkeit :

pos. Betriebsspannung UCC1 7 _ 14 v

‘nég» Betriebsspannung Uaga » =9 ~1

Kollektorspannung U15 - 4 o 14 v
Widerstand an Pin 7 i RT 5 . 200 kOhm
Widerstend an Pin 10 Rp 20 : 200 V) XOhm
Widerstand en Pin 11 Rg 0,1 + By ' 0,56 By 2)  xOhm
Widerstand zw, Pin 6 u. Uy Ry 0,6 * Ry 154 Ry kOhm
ngebungstemperatur Jg =40 +85 "~ %

1) Fir tDmiﬁ"kann Rﬁ‘entfallen oder Pin 10 an UCc1 gelegt werden.

2) Alks max;'Séttigungsspannung ist U13 intern auf 5,6 V begrenzt.

RB kenn fir diese Einstellung entfallen.

3) Soll die neg. Spannungsiiberwachung entfellen, ist Pin 6 auf Masse zu legen.

Kennwerte (bei UCC? =+ 10V, Uspp = - 5V, «Jg = 25 % - 5K, falls nicht anderé engegeben)
Kurzzeichen Grenz=- type Binheit Bemerkung
werte
Stromeufnahie Teo g 25 12 mh en Pin 14 gemessen
Eingengshighspannung UIH 22 v Schaltspennungen an

Pin die als Low (3,
AN



type

Kurzzeichen Grenz= Binheit = Bemerkung
h . werte - . i
Bingengslowspannung £f. TTL UIL1 £ 08 v gifthingangssig—
.f. Impulsh.” UILZ £ =2 Vv erkennt werden
Eingengshighspennung Pin 3 Urgs \ t2 v
Eingangslowspeunung Pin 3 UILB\ & 0,87 v
“IPL-Bingangslowstrom “Iyp £ 50 5 Juk
Impuls-Eingangsruhestrom I £ 300 200 /uA
Strom aus Pin 12 °=I12 £ 20 3 /uA bedi U,32 = =0,2
- =5Y
T TL - Eingang )
: L
o 1 T I
Dzﬁm , 10041000 o haitdiode
. : ) . B
IO TheT
8.7 8 54 3 2 Leistungs | Lagt
K trans 7
B 4002 D 4 Mo, . L
9 10 11 12 13 1615 18 . | 2B,
l o [ B@,;c%” T so0v
,‘IUHI [}szz ;
fur I maxsGA
110 560
000 v | e
I a+10V

Bild 6: Applikatiénsscﬂaltung.(Minimalbeschaltung)

Bestellbezeichnung: ‘Integrierter Schaltkreis B 4002 D.

knderungen, dem techunischen Fortschritt entsprechend. behalteniwir uns vore.

Die vorlisgenden Datenblitter disnen
ausschlieflich der infermationt

*Es kénnen  dargus keine Liefermag:
lichkeiten oder Produktionsverbingd-
lichkaiten abgeleitet werden.
Andsrungen im - Sinne des . techni-
schen Fortschritts sind vorbahalten.

Herausgeber

veb appliketionszentrustn elektronilk berdin
irvy veb kombinet mikroelekironiic

Mainzer StraBe 25
Beriin 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881; 011 3055




Véfgleichstyp
ICL 7136

2/86

vorliufige technische Daten
Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder) R

Monolithisch integrierter AnalongigitaluWandler»Sohaltkreis

Bauform: 40 poliges I 7LL»Plastgehuuse (Zollraster)

24.4.12.2.40 L
o Rastermal: 2,54 mm

Reihenabstand: 15,24 mm -

Der G 7136 D ist ein monolithisch integrierter vollsténdiger 3 /2-Digit-Analog-Digital-Wandler nach

dem Zwelflankenverfahren mlt automatlschem Nullpunktabglelch in CMOS-Technlkwi

Auf . dem Chlp sind Iolgende Schaltungstelle integriert

- hnalogtell mit Puffer, Integrator§ Komparator und Shifter

- hnalogschalternetzwerk

~ Referenzspannungserzeugung

Digitalteil mit Steuerwerk, Z8hler, Latch, Dekoder und LCD-Ausgangsstufen
- Taktgenerator und Tektimpulseulfbereitung

Der C 7136 D zeichnet sich insbesondere durch seine geringe Stromaufnshme, seine geringe Auﬁenbe~'
schaltung und den Betrieb aus nur einer Spennungsquelle aus.
Der C 7136 D kenn direkt eine Flussmgkrlstallanzelge fir Parallelansteuerung (z. B. TAR 09} treiben.



£0.25
15,24%0.1 -

- . 528m

:\J \ : :{« H ; i ]

- ‘ . A
% | | 2540025 _1.045:8)s 0251 \J_AS/
214.12.2.40
TGL 26713
. 40 3938 37 36 35 34 33 32 31 30 20 28 27 26 25 24 2322 21
} oo O M A O Ao AA O CE oD
& D
-~ Bild 1: Geh#use
f 23456789101 1213741516171810920
z. ‘
=] o
g \ % i
U '
ANALOGTEIL - QSRR
TUNT . T BRINT :
21 Gz)a 2 tsolszlslss |
=T 5 T4 |
) —< BuFt | | 4 :
] 4 ] s3s { interne
Spannungs-
SHIFLaJ _1 regelung
: +
o UDQ Aaf I Digitalteit
T if J I
e e ¢
26 - GND Uss
Nutl - : L cD
durchg, - Steverlogik Phasen
detektor Steuery|
Oszillator [7° Ztibler —
Hold Scha Latch —
{inaktiv) Decoder -
i . ‘
) el Ausgangsst. S
) , . i
1. Dekade Z.Dekade 3.0ekade <g

Bild 2: Blockschaltbild

Heuptanwendungsfélle

« Digitslmultimeter
-~ Digitealpanelmeter
-~ batteriebetriebene MeBgerdte

.
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Grenzwerte . o

v o s 4 ' Kurzzeichen ‘min. _mex. _ Binheit
”Betrieb;sspannung- (g‘ege‘:ﬁ UDD) . vUSS 0 _iHSf v
Analogeingangsspannungen : ‘ UIBO, Ursy 7 UDﬁ Use )
Bingangsspannung bedl UI4O UTes’c\ USS

externer Tektung an 0SC 1

" Der Bingangsspannungsbereich derf an INHI wnd INLO bei Begrehzxing des Bingangsstromes auf £ 100 /U.A
iiberschritten werden: ' '

Betriebsbe&ingﬁng@n

Kurzzeichen min, 1Y 0. me. Einheit .
Betriebsspannung Usé - 9 - v
Bufferungssusgangsstirom IOBUFF - - 1 !/UA
Umgebungstemperatur ' f/g 0 25 70 s
Tektfrequenz Togz = 50 64 - iz
Kennwerfe
Stromaufnahme .CUSS = 15 V) Isg ' - 100 QOO '/uA
Linearitdtsfehler By i =1 - +1 Digit
Segment~ und Backplanéusgangs-— A Unanl/U » S 4 - 6 v
=i : : 056/ OBP - :
Umpolfehler L . .
: - = c e
(Upgp = 100 mV; Upy ose /190 i) 5r0 L +1 Digit
Ratiomessung (Display) Ree
(Upy = Upgp = 100 mv) : 999 1000 1001
Common=5 panbung : ' “Ucom
‘ Ut = 0 ’ 5 o '
(gegen Uge s Toommon = 10 Jus) ' _ 2,6 3.4 | v
TK der Common-5pg. o I 150 \ ppm/K-
.'Nullme‘_ssung ’ . T RZ..:. B -0 - 40 e 'b
Tingangsleckstrom (Inf. param.) Iy, - 1 ph
KenngroBen bei folgenden liefbedingungen, sofern nicht anders angegeben:
° ,
&, = 25 % Uggp = 1 V3
] . -1
UDD = 9 V ; fOSC = 50 kHz (IC = 3,125 8 ')
Finbelegung
Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol “Pin- Symbol
1 Ugsg 13 10 F o5 10 @ 37 TRST
5 10D 14 10 & 26 ,UDD 38 0sSC3
3 1 15 100 D 27 CINT 39 03C2
4 - 16 100 B 28 BUFF 40 0sC1
5 1 17 100 I 29 CA/Z
6 1R 18 190 B 30 INLD
. - 19 1.000 4B 31 INHI
8 1R 20 POL - 32 COMIION
10 10 ¢ 22 100 G 34 CREF+
11 10 B 23 100 & 35 REFLO
10 10 A 24 100 € 36 REFHI

TDer Einsstz des C 7136 D auf 2,5 mn Raster ist nichi zulédssige.



. Funktionsbeschreibung

‘Der C 7136 D erbeitet nach dem Zweiflankenintegretionsverfeahren. Wahrend einer zeitlich festen
‘Integrationsphase wird eine der Eingesngsspennung proportionale Spemmung integriert. In der mach-
' folgenden Ablntegrationsphase (Deintegratlon oder Referenzintegration) erfolglt der Abbau dieser
Spaunﬁng durch Anlegen einer entsprechend gepolten Referenzspasnnung. Die Zeitdsuer bis gum Null-
durchgang ist der Eingangsspennung proportional, ebenso die Zehl der Taktimpulse wihrend der Ab=
integration. Diese Tektimpulszehl wird ermittelt: Das engezeigte Ergebnis ist im konkreten PFall

Uy \
1000 + ——

; e Urgr , :

Der Abintegrationsphasevfolgt die Nullintegration zum Abbau von vorhendenen Restladuﬁgen uwd da-
nach folgt der automatische Nullabgleich in Form des autcmatlschen Offsetabglelchs des System
(AUTO-ZERO). - N

AuBeﬁbeschéltung

- Die Auﬁenbeschaltung mufl inAbhéngigkelt von Taktfrequenz, Elngangsspannung, Glelchtaktspannung
" und Auggengsstrom des BufferuOPV optimiert werden.
Hier seien einige grob vereinfachte Dimens1onlerungsregeln angegeben°

RlNT (110hm) = UINmaX V)

Opyp (aF) = _250 .
Upgp (V) = £, (577D

mit UINT = meX. Spennung auf dem Integrationskondensator

T, = MeBrate (Taktfreéuenz/16000)

Bed Begug der Eingsngsspannung auf Anslog Common ﬁEIN 32 und PIN 30 verbunden) kenn Upgp mit 2V
sngesetzt werden. Als Integrationskondensator sollte der néchstgriBere Normwert des berechneten
Wertes eingeseszt werden (um die S&ttigung des In%egratorausgénges zu vermeiden)e
Zur Brreichung der vollen Genauidgkeit muf ein hochwertiger Integrationskondensator eingesetzt wer-
den. Gut geeignet sind Polypropyleanondensatoren (KP-Typen des VEB Kondensatorenwerk Gorlltz bzw.
MKPI-Typen). > :
- Der Auto-Zero=-Kondensator sellte etwa 470 aFf bel 100 mV Referenzspannung und etwa 100 nF bhei 1 V Re~
- Terenzspannung be‘tragen.w Der Referenzkondensator ist bei 50 kHz Taktfrequenz mit 100 nF ausreichend
. bemessen. Der Oszillator kaun els RC-Oszillator’ oder Quarz-Oszillator beschaltet werden bzw. es
kenn Uber PIN 40 eine externe Tektung erfolgen. Mit den internen RCWOSZLIIator ist die volle Ge=
‘nauigkeit erreichbar. ‘

Ausgangs- und Eingangsbeschaltungen

Alle Eingénge besitzen Schutzschaltungen.
Ein vollsténdiger Schutz gegen Besohadlgung duroh elektrostatlsche Auflaaungen kenn damit aber

nicht gerantiert werden.
Die Ausgengssiufen fir Segmente und Baekplane sind symmetrische Gegentakt&usgangsstufen mit. RDSon

ca. 5 kOhme.

Der Potentislversatz kemnn extern nicht beseitigt werden.
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Blld 3¢ Versorgung des C 7136 D aus einer

9 V-Batterie und Nutzung der internen

Referenz

Cwird PIN 37 sn Ux. geschaltet, dann sind alle Segmenté-aktiviert,
- - CC - B “

Achtung!

Im Testmode (FIN 37 an UCC) liegen am Backplaneausgang und an den Segmentausgaﬁgen

statische Signale &n.

Bei diesem Betrieb kemn die LCD«Anzelge inmerhalb wenigex Mlnuten zerstdrt werden!

{foer PIN 37 ist die intern erzeugte Digitelmasse Uber einen Reihenwilderstend von

500 Ohm erreichbar. Demit ist die Versorgung externer Logik eus der internen Span-.

nungsversorgung des Schaltkreises mogliche

2]

05C2

Teat

REF

REFLO
CREF
CREF

32 Jepm

T} Eil FHY

. g Bicuz
200 15 2%
5v ¢ S
o g T ey
%
Vg
106

AID

C7eEn

88}

Yoy -

Zur LCD Anzeige
iR 084

Pild 4: Versorgung des C 7136 D mit sy
externe Referenzspapnungserzeugung

(Ugnex = tem



Tck?ggneretor:\’éogs
. V401 0d.

Uiref=+100mV )
Uimay=* 200.0mv

Auflosung: 01K

N

] +5V N
py
@‘K)On
Takt- [50KHz 40 4
%K
B51N D gener 0SCi | AID Ugg
= 1M 37! Test
N eman| ImVIK. 34
>- - INH
18K m.i.,
E——- INLO
*
100n \ 3
1KD C) EW oy REFHI é
43K [—32 REF 20
32 com
v 2= i00n
TEv B uop | c7e0

Bild 5: Applikétionsbeispiel = einfaches Digitalthermometer



2/86

7
U \
Hi azv| 18K
K
o - a | s
. Ew .
| O e —
~ ol R
09M = B58ON » -
e B 351 REFLo
90K '
]; 200
A 31
Sk Schutz = IN HI be
; e L9 .
. l schaltung- 7| oV Batt.
= ]E (2000V) : P
1K 33n == 1IN Lo
T
o
o— ! 321 com
Lo ‘L
00n ==
0142
2A % ugp
7o *
i 032
;
i 9 J2
A
’H( $20mo % . :Z ZX
T 1 90 S2
$2mA C7136D 19
pol 120
900 f2
0,2mA-[
GO . &
CREF=‘1mnF, RiNT =180 k S
CA/Z=A7OnF fosc= 50 kHz
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Bild 6: Multimeterschaltung

¢ 7136 1
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vorldufige technische Daten

Hersteller: VEB Halblsiterwerk Frankfurt {Oder)

“Vier OR - Gatter mit je 2 Eingingen

Log- Funktion: ¥y = A+ 3B
Geh&use: 14-poliges DIL-Plastgehiuse

21.2.1.2.14 nach TGL 26 713

Ed

get 19, Smex.
e
N o]
o
-'t;_'l
i
[el=} H
o +0.1
i 045115
2550125 )
141312 1110 ¢ 8
- s T s SOF e SN oo S OO i OO
g
i
9
[0 Ry W S [ v sy o B
12 3. 45 67

- Bild 1: Geh&use

Vergleichstyp
SN 74 1S 32 W

Resterme8: 2,5 © 0,125 mm

Reihenebstand: " 7,5 mn

75%0,125

o254

e T

21.2.1.2.14 TGL26713




Pinbeleg ung

1H
“log = QA WA UL =.0,87V

Uy ZZV’UCC:4§75V

Pin Symbol Beschreibung
9 ) 1A Ausgang
2 1B Eingeng
3 1Y~ Eingang
4 24 Ausgang
5 2B Eingang
6 2Y Eingang ;
7 M Hasse Betriebsspannung
A1) .
=1 (3L 1Y )
B = , ;
246 () ;
(6 2Y
2B.(5)_] 2 =
3B.a0)
4h.012) . -
syl 1) 4Y Bild 2: Schaltungskurzzeichen tnd "
. ’ AnschluBbelegung
logische Funktion: Y = A + B
Grenzwerte (giltig fir den Be"briebstempératurbereich)
Kurzzeichen min. _mex. Einhelt k
Betriebsspannung UCC 0 7 v
Bingangsspamung Ur = 7 Y
Betriebshbedingungen .
Kurzzeichen min. SN8X.e Einhelt -
Betriebsspannung U 4,75 5,25 v
H-Dingengsstrom “Ton ' - 054 mA
L=Ausgangsstrom IOL - 8 : mA
Le=lingangsspannung U, - 0,8 v
H=Bingangsspannung Ul’” 2 = v
Umgebungstemperétur 49;1 0 70 °¢
PP ) . s j; CEon o)
Statische Xemmwerte (bedi UCC = 5,0V + 0,25 V; o Opis 70 “C)
Kurzzeichen min. max. Eipheit
Stromaufnahme ICC - 6,2 . mA
Ugg = 2,25V,
© — [ ¥4
UIH = 40 ¥
husgengskurzschluBstrom 1) ~Iog 20 00 mh
Usg = 2,25 V
H=Ausgangsspannung UOH 2,7 - v



2/86 - 3
Kurzzeichen min, mexe. Eiﬁggﬁ._;b_

L-Ausgehgsspanaung ' Uoi
Upp, = 0,8 W, Ugg = 4475 ¥ |
Top = 8 m - 0,5 v
HwEingangsstrom ; i ) IIH
Uge = 5525 Vs

Uy =T 7V - 50 Jub
L-Bingengsstrom ‘ “IIL = 360 : /u,A
Ugg = 5:25 V, Ugg, = 0,4V
..Cle.mpin'gspannmg der Eingengsdiode -UIK . 1,5 v

UCC = 4975 V; "II = 18 mA

”zuléissige prifzeit = 1 s, Kurzschlufi nur an einém Ausgéng zuléssig.

Dynemische Kennwerte ( g’gi” =25 % - 5K, Ugg = 5V £ 55 mV)
Signelverztgerungszelt Kurzzel’chen Mt maxe Einhelt
Une = 5V, RL = 500 Ohm,

CL = 50 pF

Ubergeang L-H und H=L TtIPLH - 22 ns
Aus -

em Ausgang - ToHL

/

Bestellbezeichnung: Integrier‘ber Schaltkreis DL 032 D.
Anderungen, dem technischen Fortschritt euwtsprechend, behalten Wir uns vore

DL 032 D

/



Die voriiegenden Datenblitier dienen
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lichkeiten abgelsitet werden.
ndorungen im Sinne des techni-

schen Fortschritis sind vorbehalten.
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Vergleichstyp

SN 74 LS 083 N 2/86

‘Vorléufige tedhnischg Daten . - .

Hersteller: vEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

4-bit=Bindr=Volladdierer

Geh&use und AnschluBhelegung
Geh8use:s 16-=plaliges DILwPlastgehﬁuse - RastermaB: 2,5 % Q.125 mm
Bauform: 21.1.1.2.16 mnach TGL 26 713 = Reihenabstand: 7,5 mm

Masse s £ 1,5 g

T
H)ES
05
A
08

©

7, B max
N Wk

93 19,5 max:
E
0 )
< i
oo
%;_!
b
14
i
02 A
N %) +0,15
9 lo4s:fis 02520
2504125 !

21.1.1.2.16 TGL 26713

Bild 1: Gehduse



Pinbelegung , )
¥ Reschreibung Pin Symbol ' -Beschreibung
1 Eingang e 9 S “Summen=Aus-
gang
2 33 Summen=Ausgang 10 A Eingang
3 A3 Bingang 11 B 1 Bingang
I B3 Eingang 12 i tasse
5 Usp Betriebsspen~ 13 CIN -~ bertrags-
b nng ) ) - edngang
& S 2 Summen~Ausgang - 14 CouT Ubertrags~
Lo ausgang
Biid sskurzzelchen : ;
. K B2 £z 15 S
uné Angchlulbelegung 1 : & i & :
oy o] S Ik L Bt
& 2 FHingeng 16

Schaltkreis DL 083 D is"eln 4 bit-Volladdierer mit V,Pnciler Ubertrag ;sbildung.

Brweiterung moglich,:lUber di e Binginge & 1 bis & 4 und B 1 bis B 4 wird-je oin 4 bit Wort

An den Ausgéngen S 1 bis S 4 steht die Summe und am Ausgang COUT der Endlbertrag zur %erfugung,

Mo vische Funkiion -
o8 T, 2 RO eTas oo Aoy y + 7
i = L = EOW=Pege ¢ 2 2 Interner Ubertrag

= A4 1,2 17, A 2, B 2, CO bilden die Summen & 1 und 5 2 den internen Ubertrag ¢ 2
= A 3y B3 2, 4 4, 8 4, C 2 bilden die Summen S 2 S 4 und den dbertras O 4.

2
n
I

)

! L T L L L L H L iy
I3 L L i H L L 5 51 L
i 54 L L H L L L 1 I

i H L L 1 H L H H L
e L H L L H L H H L

o
i
-
a
1t
-
=
o
=
et

-
st

]

-

e

et

o

[

=

| o
-

o
jam

H 3 H L 1 L H H L H
L L L H L H L H LH L
H I L H H H L L I H
L H L i 1 H L L L H

=]
iy
=
=i
i
b
s
oo
ol
jas]

L L H H L L H L H
H L H H " L H L H H
L H I H H L H L H H

s
o
jusi
s
=l
jasi
i
=5
s
o

ir ermogllcht die Addition von zwei 4 bit-Bin#rzahlen. Durch den Ubertrag = seingeng GIW ist eine be-



2/86

B3 ot
e}

Aadmﬂwmiijh"“

B4ld 3¢ Blockschaltbild

Grenzwerte

Betriebsspannung

Eingangsspennung

Betriebsbedingungen

Betfiebsspannung
L-Bingangsspannung
E«Eingangsspannung
L=Ausgangsétrom
H=Ausgangsstrom

Umgebungstemperatur
(&

1.7
& \ v
—1& ocour
— &
=K
18
=l R =
e} [
& ’
£
I
@' P—J__ 1 L oss
_ﬂos?
MO

(giiltig Tiir den Betriebstemperaturbereich)

Kurzzeichen mirne maxe Binhelt
Uec 0 7 v
Ut - 7 v
Kurzzeichen mine meXe Einheitl
Ugg 4,75 5,25 v
Upg, - 0,8 v
Uy 2 - v
o - 8 ot
“Ion = Oyl ‘mh
o 0 70 g

a

DI 083 D



) Stetische Kennwerte

4

(bei Ug = 5V 10,25V, ¢f = 0 bis 70 %)

[ Eingénge auf O V, Ausgénge offen

2)

3) Eingéinge euf 4,5 V, Ausgénge offen

4.

B-Eingénge auf 0 V, iibrige Eingiuge

Kurzzeilchen - min. max. o Einhei'_’.c

Stromaufnahme A N Toor, " .- 39 “mA
Ugp = 2:25 V | ICCHLZ) o 7 34 T

: - oo 7 - 3 om
Ausgangskﬁrz-' 7 "”IOS 4) 20 100 7 mA’
schluBstrom :
UCC = 5,25V
’HmAusgangssp-annung A UOH i
Ugg = 4515 V3 =Igy = 0,4 mA 2,7 T v
L=Ausgangsspannung . : UOL
Ugg = 475V -
Top = 6 mb . 0,5 'V
HmEingangsstroh Ay B ) IIH
Uge = 525V il
Upg =77V - mo/‘/uA,
H~Eingengsstrom C, va ’ IIH
Uge = 5,25 ¥ |
Uy =7V = 50 /oA
L-Eingangsstrom A, B ; "IIL _
UCC = 5,25 V; Upg, = 054 V - 0,72 mA
L=Eingengsstrom CIN I,
Ugg = 5528 V, Upp = 0,4 V - 0,36 mh
Clmpingspanhung der
Eingengsdiode -=~-UI
Ugg = 475 V; =I; = 18 mh - 1,5 Vv

445 V, Ausgeng offen

zulésgige Prifzelt £ 1 s, Kﬁrzschluﬁ nux.en einem Ausgeng zulBssig
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DL 083 D
: : ' + o
Dynemische Kennwerte (Ugg = 5:0 V = 55 u¥, % = 25 °C =5K)

Kupzzeichen _ mine meXe Binheit

Signalverzdgerungszeiten tPLH = 28 ns

Ugg =57V oI —= 5 by - 28 ns

ks By === S torg - 28 ns

Syt ’ - 2% ns

CIN —= COUT torn - .23 ns

‘ ‘ tPHL ‘ -= 20‘ ns

A: By ——e COUT %PLH - Co 23 ns

YL, - 23 ns

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 083 Do
inderungen, dem technischen Fortechritt entsprechend, behalten wir uns vor.




Die vorliegenden Datenblétier dienen
ausschlieBlich der Informaotion!
Es kbnnen daraus keine Ligfermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgelsitat werdan.
nderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritis sind vorbehalten.

Herausgeber
veb applikationszentrum elekcronik bertin
v veb kombinat mikroelaldronilk

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055




Versleichstyp 2786
SN 74 LS 164 N .

vorlaufige techunische Daten

Hersteller: VEB Halbieiterwerk Frankfurt (Oder)

8-bit-Schieberegister

Gehdiuse: 14-poliges DIL-Gehduse HestermaB: 2,5 + 0,125 mm

Bauform: 21.2.1.2.14 nach TGL 26 713 Reihenabstand: 745 mm
Masse: £ 1,5 g _
%3 19, S max. ) 7,530"5
i :
! . \
I
22 / -
i 045ty 025547
25%0125
21.2.1.2.14 TGL26T13
14 13121110 ¢ 8
- s T o WO e O s O S OO0 i 4
E
2
f23 4567 '

Pinbelegung _ \ . _ . -
Pin Symbol Beschreibung Pin Symbol Beschreibung
L A } © serielle Eingénge & CmLE Tekteingang
2 B g CLR Rickgetzeingeng

3 QA Ausgang 10 QE » husgang
4 Qg Ausgang . . (A Q- ) Ausgeng



PR

Symbol t\Begéhreib&ng\
QG Ausgang
QH Ausgang
7 il ’ Hasse : 14 Usq Betriebsépannung

CLK (8L} @-@L§R€38

e

CiR R

.

& | 1D HEQp

A
B (2

{(12). Qs E Bild 2: Schaltungskurzzelchen und
13 Qn ‘ AnschluBbelegung

Der Scheltkreis ﬁL 164 D ist ein 8-bit seriell- ein. parallel- aus Schieberegister. Die seriellen
Daten werden durch ein UND - Gatlter mit 2 Bingingen (4 u. B) synchron mit der Low/High - Flanke des
Taktes uberﬁommena Nif\dem Riicksetzeingang CLR konmen unabhéingig vom Tekt allé: Registerausgénge nach
Low ~escha1tet werden. Das Schieberegister eignet sich fur Serlen - Parallel - Umsetzung bis zu
einer maximalen Taktfrequenz von 25 Mﬁz,

Funktiqnstabelle
Eingénge . Ausgé nrg e

CIR CLK A B ‘ QA Qgeee o

X X X E "L L L

L X £ o Yo %o Sho
H * H H ,, B Qm; Oy
H 4 L X - L. Un | Sn
H f £ L L Yn %n
H £ High =~ Pegel

i

Low = 3ege1
beliebiger Pegel (Low oder High)

=> b4
1

i

Low ~ High - Planke .-

QAO’ QBO’ QHO 2 Pegel von QA, QB bzw. QH’ bevor die statischen Elngangsbedlngungen angelegt werden

QAn’ QGn £ Pegel von QA bis QG vor der letzten Schaltflanke an CLK

Grenzwerte : (gﬁltig Tlir den Betriebstemperaturbereich)
' Kurzzeichen min. - max. Tinheit
Betriebsspannung UCC 0 T v

Bingeangsspannung UI - 7 - ¥
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I

Betrichsbedingung 1gen {gliltig fur den Betriebstemperaturbereiéh):
‘ Kurzzeichen min.. MmeX. Einheit

Betriebsspannung ‘ o Ugg. 4,75 5,25
L=Eingengsspennung . UIL ‘ - ) 0,8 v

. H=Eingengsspammung UIH . ‘2 - v
Lehusgengsstrom . Io, - - 8 mh
H-busgengssirom : “Ion . - 0.4 mA )
Impulsdauer GIR, CLK ' ty, ; 20 : - ns
Heltezeit CIK A B t, 5 - ns
Voreinstellzeit 4, B,

CLK ‘ + su 15 - 79
Unmgebungstemperatur Ay v 0 70 , O -
max. Tektfrequenz _ Thax 25 T MHz

Statigche Kennwerte (bei UCC = 5,0V + 0,25 V, ,J"a = 0 bis 70 oC)
Kurzzeichen mine - mex. Einheit
Stromaufnahme Ioo ' - 27 mA
-5 1) ' |
Uog = 5,25V
' husgangskurzschluBstrom “Tos 20 100 A
- 2)
Upe = 5,25 ¥
H=-Ausgangsspanaung Uor,
UcC = 4‘975 V . K
oL = 8 mA - ‘ 0,5 : v
H-Eingengsstron IIH
Ugg = 5525 V
UIH = 7 v . ‘ - 50 /'LIA ) N
LsEingangsstrg;g T ) "’IIL - - 300 0 /uA

Ueg =v5§25"V;/}UIL = 0,4V

C}s.mpingshpannung der Eingangs»» )

7 dlode‘ =Ug - 1,5 v
Uoe = 4515 V5 =Ig = 18 mA

e

 Vgingénge A wnd B suf 0 V, CIK euf 4,5 V, OLR kurzzeitig auf O V und enschlieBend auf 4,5 7
legen; Ausgénge offen V :

2>zul‘slssige Priifzeit € 1 8, Kurzschluf nur en einem Ausgeng zuléssige



Dynsmische Kennwerte (Uyg = 5,0V 55 mv, o = 25 % = 5K)
. Kurzzeichéh min. meX. Einhedit
Signalverzﬁg’é‘rungszej.ten
Uoo = 57 CLR —= Q tPHL - 32‘ ns
CLE == @ tPLH = 29 ns
tom, - 29 ns

a

Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 164 D

£y

Dig vorliegenden Datenblitier disnen
ausschlieBlich der Information!

Es hénnen darsus keine Liefermég-
lichkeiten - oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet warden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritis sind.vorbehalten,

‘Hersusgeber
veb eppliketionszentrum elektronik berlin
irm vab kombinat mikroslekoronik

Mainzer StraBBe 25

Berlin 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 0112981, 0113055




vorldufige technische Daten

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Adressierbares 8=bit-Lafch mit Eneble und Clear

GehBuse und Anschlufibelegung
Gehduse: 16-poliges DIL-Plastgehduse
‘Bauform: 21.1.1.2.16 mnach TGL 26 713

Masse: £ 1,5 g

Abmessungen in mm

Vergleichstyp
SN 74 LS 259 N

RestermaB: 2,5 + 0,125 mm

. Reihenabstend: 7,5.mm

'%% , 16,5 man.
g B e=liv]
_ o3|
‘ N v
0ng J
9 045285
25%t0525
- ; 21.1.1.2.16 TGL 26713
1615 14 13 12 1110 9
P21
HE
Iy
Y9 345678

Bild s Gehéusé

2/86




Pinbelegung

S

:  Beschreibung Beschreibung
T A AdreBeingang » 9. Y4 Ausgeng

B Adrefeingang 10 Y5 Ausgang
C ) AdreBeingang 11 Y6 . Ausgang
Y0 Ausgang 12 E Y7 Ausgang

Y2 Ausgeng 14 G Enable-Eingang

2

3

4

S X1 Auvsgeng 13 DI Dateneingang

6

7 Y3 Ausgeng 15. - ;,ciﬁ . - Cléar-Eingang :
8

¥ ' lagsse / e “16 : Uéc . Betriebsspannung

0 SM% "

2
G8
Z 8
Z10
1 . o |
F90D (W YO - ‘ ' .
-100R 7 .

- 910 (58 Y1 L

+10,1 R _ i
- 9)2 @ _@YZ R
028 - .
+=9,3D () Y3

==10,3R
T9:D (9) Y4
+10.Z R
T9sD o) Y5
'--E,’gg T !Lﬂ Y6 Bild 2: Schaltungskurszeichen und
+106 R B inschluBbelegung

T97D (12) Y7
“"“10)7 R ~

%g@gﬂmb
EEEREE

5

il

3,

Der Schaltkreis DL 259 D enth8lt 8 adressierbare Latches, die mit Hilfe der AdreBeinginge A, B, C
angewdhlt werden kUnnen. Die-Arbeitsweise des Schaltkreises wird durch die Bingdnge Clear und
Enable entsprechend der Funktionstabelle gesteuert.

In der Arbeitswelise "Latch adressierbar' wird der Pegél aa:Déteneingang in das adressierte Latch
Ubernommen, wihrend slle Ubrigen Latches im Zustand "Speichern“ sind. Um die Mdglichkeit der Uber-
nahme fehlerhafter Informationen in _die Latches auszuschlieﬁen, sollte der Enable-Bingeng G wihrend
der Adressierung suf "H" (inektiv) liegen. | '

In der Arbeitsweise "Speichern" behalten slle Ausginge den entsprechenden Pegel, unabhéngig vom
Pegel am Dateneingang,oder gn-den AdrelB-Bingéngene. In der Arbeitsweise "1 aus 8 Dekoder™ folgt der
adressierte Ausgeng dem Signel am Dateneingang, wéhrend die lbrigen Ausginge auf "Low" liegen.

~Im Clear-Zustend sind alle Ausginge "Low', unabhéﬁgig von der Belegung des Dateneingangés und der
AdreBeingénge. .
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DL 259 D

gFunktionstabelle
Bingénge Ausgang des adressiexrten tibrige :Funkti¢h
“CLR [ Latches . - Ausgénge
H L ) D : Q, Latch’
‘ o adressierbar
H H Q e, Speichern
L L D - 1 aus 8
- Dekode?
L - H L L Cleer

- H = High - Pegel

i

L Low = Pegel _
D £ -~ Pegel des Dateneingangs
Q z

Latch=-Adressierung

AdreBeinginge adressiertes Latch
C B * A

L L 1 G

L L H 1

L ] L 2

L H H 3.

H PR 4

H L i 5
g L 6

-

Pegel des entsprechenden AusgangSivor den Binstellen der anliegenden Eingenhgspegel



DI oL43) &

iy v

— R
CLR ol15)

Grenzwerte

Betriebsspannung

Tingangsspannung

Betriebgbedingungen

Betriebsspannung
L~Eingangsspannung
HmEingangsspannﬁng
LnAﬁsgangsstrom

H-busgangsstrom
Ungebungstemperatur
Voreinstellzeit DI, A, B, C |

Heltezeit DI, &, 8, ¢ V)

jeall

Impulsdaver CLR,

1)

Ta
L bk
. .
¢l To less, YA
7 i)
¢l Ta L8 y’i
L‘f R
7
‘ Ta (L8, Y3
L’ ol |-
. e
? | Ta (W, Yy
L_'f‘ o= R
: A o, Y5
L‘f o=R
5 ,
¢ Ta i, Yé
L"’ o=—af
D .
T .
T ¢l'e (@ Y7 5514 3, Blockschaltbild
o T ford T8 _ : )

(giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Als Bezugsflanke gilt die L-H~Flapnke des Enable-Impulses

Kurzzeichen mine . maxe. Einhelt
Ugg 0 7 v
UI = 7 v
UCC 4575 5,25 v
UIL = 0,8 /
UIH 2 - Vv

_IOL - 8 mh

"'IOH - 0,4 1A
0

A 0 70 o

sy 15 - ns

”U’h 0 - ns

. 15 = ns
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5

Statische Kennwerte ( UCG = 5,0 V + 0,25 V; 1/2 = 0 bis 70 °0)

Kurzzeichen max. Einheit
Stromaufnahme Ioo 36 mh
v
. . 1)
DCC = 5,25V
N
AuvsgangskurzschluBstrom 2) =Log 100 mé
B o es v
UCC = 39723 v
Hmﬁusgangsspammng UO“% - v
H
UCC = 4,75 V; -1 i = 04 mA
L=Ausgangsspannung U oL
U@C = 4,75 V,
EOL = 8 mh 0,5 v
H=Eingsacgsstrom Lo
i1
UCC = 5925 '\T, = 7V 50 A
L~hingangsstrom -1, 0,36 mh
UCC = 5,25V, UIL = 0,4V
Clampingspannung der Hingangsdiode mUI 145 v
Upp = 4:75 Vs =1 = 18 mh
(DT ! V' Rrambrima P
binginge auf O V, Ausgénge oifen
2) zuldssige FYrurzeill £ 1 gy Kurzscnlull nur en elnem Ausgang wuléssig
Dynamischne Heanwerte (UCC. = 5,0V + 55 mV; 4}’9 = 2 - 5 K)
Kurzzeichen me.x . Binheit
Signalverzigerungszeiten
7 ey T v . o
ch =57V CLR —= ¥ Comr, 27 ns
BRI i + - 3
DI b by 11 32 ns
DL e ¥ tl‘-’ﬂL 21 ns
s By, C i ot 3 ns
S w L, 29 ns
a0 s .
> - Spra 35 e
. LR — M ,
G - Yo, 24 ns
. Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 259 D
inderungen, dem technischen Fortschritt entsprechend, behalten wir uns vor.

DL 259 D



Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschiieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermdg-
lichkeiten - oder Produktionsverbing-
lichkeiten abgeleitet warden.
Anderungen im Sinne des techni-
“schen Fortschritts sind vorbehalten,

Herausgeber

veb applikationszentrum elektronik bertin
M veb kambinat mikrosiekoronik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 0113065




vorldufige technische Daten

Herstelier: VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder]

8.bit - Universalschieberegister

Gehiuse und AnschluBbelegung
Gehiuse: 20-poliges DIL-Plastgehéuse
Bauform: 21.1.1.12.20 nach T6L 26 713

llesse: = 2,5 8

- 24,86man.

4598

6
[
g P
Lol

Vergleichstyp
SN 74 LS 299 N

Rastermafs 2,54 3 0,125 mm

Rei‘henabétand; ‘:7"_,62 mn

7622042

|

Bild 1: Gehduse

2/86




Pinbelegung ;
~Bin  Symbol Beschreibung:. . Pin  Symbol  Beschreibung
1 S0 Eingeng "Betriebs- 11 SR Dateneingeng
) artensteuerungh "Schieben rechts®
2 OE1 Enable-Eingeng 12 CLK ’ Tekt-Eingang
3 O0E2 Enable-Eingang 13 B /Qg  Daten-Ein-/Ausgeng
4 G/QG Daten@E%nn/Ausgang 14 D/QD Daten=Ein-/Auvsgeng
5 B/0;, Daten-REin=-/Ausgang 15 /Qq Daten-Ein-/Ausgeng
6 C/QC Daten-Bin-/Ausgang 16 H/QH _ Daten=Ein-/Ausgang
-7 A/QA ) batenmﬂinu/ﬁusgang AT Q’H ﬁétennAusgang
8 Q', ' Daten-Ausgang 18+ SL : = Daten-Eihgeng
: B i E “"Schieben links'™. : G
? CLR sangeng "Ricksetzen! 19 i Eingeng "Betriebsarténsteuerung"
, 70 i Masseg L 20 Uy Betriebsspannung '
OFz BL¢ |
so -llg o
s'ﬁ l&tg 3
cLk Y4 calisl« rJ
(8)
SR %}« 14D ®)
A/ 34D 3
% et PZ5
: @ | 34p BZ6
B4 %6
-G
Q% (14)
Ef 2(5)
(15)
FQr o
16) .
— 34 e
V&#Qh%i—-v1gﬁ3 > 1 Bild 2: Schaltungokurzzeichen und
( . 212 . I
SL X@ng D . AngchluBivelegung
- 24 M@H :

Der Schaltkreis DL 299 D.enthilt ein 8 bit Universalschieberegister, mit dem die Betriebsarten
Binschreiben, Speichern, Links- bzw. Rechtsschieben sowie Riicksetzen reslisiert werden konmen.

Es Dbesteht aug 8 Registerzellen mit dazugehSrigen tri-state-Ausgangsstufen (Q-Ausginge).

Von 8 weiteren Ausgangsstufen der Plip-Flops (Q-Ausgénge) fir die internen Rickfilhrungen sind die
Tlr die Kaska&ierung des Schaltkreises bendtigten Ausgénge Q‘A und Q?H aus dem Schaltkreis heraus-
gefiihrt. AuBerdem sind Ansteuerschaltungen fir den Takt (CLK) und das Ricksetzen (GTR) der Register-
zellen, sowie eine Logik zur Betriebsarteneinstellung (80, S1) vorhanden.

Die Registerzellen sind aus D=Plip-Flops aufgebaut, die (bei L=H-Schaltflenke an C

LK~Bingeng)
synchron getaktet und gleichzeitig (mit L-Pegel an CLR) zuriickgesetzt werden. i
Die Voreinstellung der Flip-Plops erfolgt Uber eine Torsohaltung; die durch die an den Eingéngen
"Betriebsartensteuerung" (S0, S1) angelegten Pegel gesteuert wird.

Des Schalten der triwstatewﬂusgénge @ in den hochohmigen Zustand exfolgl el der Betriebsart

"Einschreiben’ (30 und 51 = H) bzw. durch die Enable-Bingénge (0E71 bzw. 082 = H). Debei werden
serielle Funktionen und des Riicksetzen der Registerzellen nicht beeinfluft. )
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1161 9 SL QH G
ey R ,—-—D T}
— ___J —pC i 16l oy,
&) [“R M
‘E e ol T
= |
HH
IR Eh | -
- Lo 1Y i & s -
i— ek ‘I Bt
r [ I i
t-
e 7]
=, o Mré T - L
31 - (L8 I oBfQe
l '—‘?,__1
= oj T -
— i
LT 7T I e
l [
. e b—I7]
e 1
) - _J o i
T —yC n (©) og/q,
&._

- {13} B/Qa

L 7 (7) ,OAIQ;

Bild 3:-Blockschaltbild

Funktlongtabelle
Betriebsart Ringénge Cingénge/Ausgénge . Auasglnge
GIR st s0 OBl OB2 COLK SL SR A/Q, 3B/Qy ©/Qy D/Qy EB/Qy F/Q  6/Qy E/Q Q7 Qy
Ricksetzen L X L L L X X X L L L L L L L L L L
L L X L L X X X L L L L L L L L i L
L E H X X X X X X X X X X X % Z L )
Halten B 3 L % %o %o % YW % % %o %o %o %o
r X I L X %o %o %0 %o %m0 %o %o %o %o %o
Schieben rechts L 4 H Qu Qpy Qeu Qpy Qy Qg Uy H Uy
H H t Yy B % v YW Yu  %w  E gy
Schieben links H H L L L ¢ L %y %y Yu % %y %% Y4y H Uy
H # % %y %y %@ Sv % Y P Oy
Finschreiben H H H X X 4 X bis e b ¢ 4 e £ g  h e h




H =
i A
X z
1 Q Low =

Qy e Qo =

High = Pegel .
Low = Pegel
beliebiger Pegel

High - Flanke

!

Pegel von QA coo QHg bevor die statischeri Eingangsbedingungen engelegt werden

QAU QHU z ,Pegel von Qp o0 Qy woe Qy von der letzten'?S‘chaltflahke an CLK
8 ceoe h‘ 3 Laten an den Einggngen A blS H, die in die I‘llprlops e:mgeschr:z.eben wurden, wihrend
die Flip~Flop-Ausgénge hochohm:_g sind.
Grenzwerte (gliltig fir den Bet;‘iebs‘cemperaturbereich) B ‘ ;
Kurzzeichen mine - maxe “'Einheit
Betriebsspannung Uge . o = T o Vo
Bingangsspannung ) Uy . - - 7 i v
Ausgangsspennung im tri-state- » ;
Zustand . Uoy, i - 555 : g
Betriebsbedingungen ’
Betriebsspannung Usg . 4,75752 5,25 v
H-Ausgangsstrom Q v “Iog / - 2,6 o mA
H-Ausgangsstrom Q' . .“IOH ‘ - ‘ S 044 y nu‘—t'
L-Ausgengsstron Q o, - T 24 = mh
L=hAusgangsstrom Q' | I - g ‘mh
Impulsdauer a.minnga,ng CLK 'l;w
» CLK High < . 030 \ ‘“w S ns -
CLK Low a ‘ B 10 S ns
Ivmpulsdauér am Eingang CLR .t‘p'» ‘ '
CLR Low 20 - ns
Voreinstelizeit ') 7 tgy
Betriebsart 2)
Daten High 3) 35 - ;/ ns
Daten Low 4) 20 - - o ns
GIR inektiver Zustand ‘ : ’ 20 ';i i - ns
Haltezeit n t
Betriebsart 2) ; 10 = ns
Daten 3) ‘ i e - ns g
L=Bingsngsspannung ‘ o Uy, - ) 0,8 v -
H-Bingengsspannung ’ Uy 2 - v
max. Frequenz ' R S { 25 - . lHz
Umgebungstemperatur @i I o 70 . %

”Als Bezuasflan_ke des CLK - Impulses gilt d:Le L = H = Flenke

‘“)Betrlebsartene:r.nstellmb an SO und 51 anliegende Pegel

B)Da’cen: an seriellen Eingingen und en Dateneingingen/ =gusgéngen anliegende Pegel



2/86

Statische Kennwerte

1) Bingtinge (TR, SO, OB2, SL und SR suf O Vj

Q*f offen.

&

zuldssige Prifzeit £ 1 s; KurzschluB nur an einem Ausgang zuléssig.

g

a

(Ugg = 5,0 7 20,25 75 ffy = 0 w00 70 °0)

Kurzzeichen B min. mexe Einheit
Stromeufnshme IC c . = 53 mh
UCC = '5925 v
Ausgangskurzschluﬁétl;om n °IOS -
Ugg = 5525 ¥ Q -30 . 130 mA
: q* 20 100 mh
H-Ausgangsspannung UOH .
UCC = 4975 Vs “'IOH = 25'6 mA Q . 294' = v
=Iog = 0,4 mhA Q* v 257 - v
LeAusgengsspannung. Uop,
Ugg = 4,75 V5 '
IOL = 24 mA‘ Q = 095 v
Tgp, = 8mA Q° - 0,5 V-
H-Eingangsstrom IIH
Uge = 5525 Vs A bis H - 40 VA
UIH = 5,5 V3 - 50 /UA
SO, S1 - 40 /U.A
Upg = 1,0V - 100 ok
Sonstige Iy : - 20 Juh
UIH = 7,0V - 50 /uA
L-Gingangsstrom "IIL )
UCC = 5925 V; UIL = 094 v
’ S0, St = 720 /uA
sonstige - 360 JA
Ausgangsstrom bel tri-state . IOZH
UCC = 5;25 V’UO = 297 v ; - 4-0 /1lA
LUy =0,47 “Topp, - 400 Joh
Clampingspam’iung der Eingengs- :
~diode - =U1 -
Ug = 4,75 Vs =Ip = 18 mA 1,5 v

DL 299 D

S1, OF1 wnd CLK suf 4,5 V gelegt, Ausgénge Q und



[ext

Dynemische Kenmwerte - (Uge = 5,0 V £ 0,55 V; ’Va; =25 % - 5 K)

Kurzzeichen L min. maXe Einheit

S ignalverzb’gerﬁngszeiten

CLE —= Q’ bors - 33 ms
tPHL - 33, ns
CIR —=q° g, - .40 ns
CLK —=Q tPLH - 25 ns
tPHL -, 39 . ns
CLR @ B, = 40 . ns.
0 —=Q i -[;PZL i = 30 . oong.
tPHZ . - 25 ns
tPLZ - E 25 - ns

tpry , - .30 ns
Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 299 D

hinderungen, dem technischen Fértschritt entsprechend, behalten wir uns vor.

Die vorliegenden Datenbisttor dienen
’ . ausschlieBlich der Informeationt

Es konnen daraus keine Liafermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im . Sinne des . techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Merausgeber

veb applikationszentrum elekoroniik berlin

vt veb kormbinat mikroelekoronik

Mainzer StraBe 25 .
Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 0112981, 011 30565




vorliufige technische Daten

Vergleichstyp

SN 74 LS 374 N

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder)

8D - Flip = Flop

Gehsusé: 20-poliges DIL-Plastgehsuse
Bauform: 21.1.1.2.20 nach TGL 26723

Masse: £ 2,58

Abmessung in mum

lfal o 24,86 max.

43,1
11045 s

g

£
(5
w~
P

2/86 "

RastermeB: 2,54 + 0,125 mm

Reihenabstend: 7,62 mm

025:8F)

Gehtuse



Pinbelegung

Symbol .. Beschreibung -

Beschreibung
1 0B Enable-Eingeng 11 CLK Takteingang
2 10 Ausgeng ] ' 12 5Q ‘ Ausgeng
3 1D . FP-Eingeng 13 5D . FP-Eingeng
4 2D FR=-Eingeng . 14 6D - FF-Bingang
5 2Q Ausgang | 15 6Q , Ausgang
6 3Q Ausgang 16 70 . Ausgeng
7 : 3D : FF=-Eingang - . 17 i@ FP-Eingang..
8 4D FP-Eingeng . - 18 8D . FP-Bingeng
1~9 ' 4Q Ausgeng ) v 8Q ? Ausgang  ”;_~ :
10 Mo Hasse Uso Bet:iebsspahnung"
gE TEN E ) : . ) ' .
CLK_) b bet ' o L
1D 8 & v (2 1Q
2D _(4) (6] 2Q
30 (7 6] 3Q
4D_0@) 9 4Q
50 (3 | : 412) 5@
6D _(14) (5) 6@
7D_07) | [ 16) 7Q _ . ‘
8D _8) 49 80 Bild 2: Schaltungskurzzeichen und AnschliBe-

belegung

Der Scheltkreis DL 374 D enthilt 8 tektflenkengesteuerte D - Flip - Flops. Die Ausgénge der -

D- Flip - Flops konnen durch ein gemeinsemes Enable=Signel (0F = H) in den hochohmigen Zustand ge=
schaltet werden. : B ' ‘ o R
Die an den D-=Eingéngen anliegende Information wird mit der L = H - Flenke des gemeinsamen Tektes
CLK in die Flip - Flops eingeschrieben. Der CLK-Bingang weist Hystereseverhalten auf.

Funktionstabelle

OE CLK D Q

L 4 H .

L ¢ I

L L X ~QO

H X X Z

H = High=Pegel ) ‘
‘L & Low-Pegel

X 2 Pegel beliebig, Low oder High

Z & hochohmiger Zustend

—
it

2 Low=High-=Flenke

2 Signal bleibt gespeichert

()
i
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Ewe gt
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6D (14) NE D : ) .
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- 4 3@
ct; i1 1

Grenzwerte

Betriebsspannung

" Bingengsspannung

husgengsspennung im tri-state-
Zustend

" Verlustleistung bei
4 =10 %

Sperrschichtiemperatur

Betriebgbedingungen

Betriebsspannung

H~Ausgengsstrom
L-Ausgangsstrom

He-Ausgengsspennung

Impulsdeuver em Eingang CLK
Voreinstellzeit )

Iy

Haltezeif
L-Eingangsspannung
H=Bingengsspennung
Tektfrequenz

Umgebungstemperatur

& Als Bezugsflanke des CLKQImpulses gilt die L « H = Flanke

(gliltig fir den Betriebstemperaturbéréich)

Bild 3: Blockschaltbild

Kurzzeichen . mine max’s Linheit

Yoo © 1

U ~ i

Uyg - 7

Piot - 650 mW
= - 150 °¢
Usg 4,775 5525 v
"IOE - 2,§ mh
T, - 24 mh
Uon - 555 v
tam 15 - ns
Tsy 20 - ns
Ty 0 - ns
Urg, - 0,8 v
Uy 2,0 ~ v
foex 30 = ¥Hz
A . o 70 ¢

DL 374 D



4

Stetische Kemnwerte  (Ugg'= 5,0 V £ 0,25 v, <” = 0 bvis 70 %)

)
Kurzzeichen mine maXe Binheit
Stromsufnahme Ioc - 40 mA
Uge = 5,25 V3 Ugg = 4,5V
H-Ausgengsspannung Uon 12;4 - v
Ugg = 4,75 V5 "IOH = 2,6 mh
L-Ausgangsspannung ’ UOL
Ugg = 4575 V5 :
Iy, = 24 mA ‘ Ce 0,5 v
H~Ilngangsstrom IIH
Ugg = 9,25 V5 .
Up = 7,0 ¥ N - 100 | Jab
vyLnﬁingangsstrom ’ : =Ly, - ‘ 0,36 mh
Uag = 5525 V5 U; = 0,4V '
Ausgangssirom bel tri-state
Upa = 5,25 V3 Uy = 2,77V Loz - 20 /uA
Un = 0,4V “Togy, - : 20 /uA
Flubspannung der Zingengsdiode ~UI o - ; 155 v
Uop = 4,75 74 ~Ip = 18 nhA
Ausgangskurzschlulstron n ’ "IOS
Ugg = 525 ¥ : 30 130 mé

17 o o . B . v
‘ zuléssige Prifzeit £ 1 g, Kurzschlud nur an einen husgang zuléssig

 Dynemische Kennwerte (UCC = 5,0 ¥ + 0,55 mv; épg =25 % - 5 K)
Kurzzeichenv mine maxe Binheit
Signalverzigerungszeiten -
Upp = 5 Vs CL = 50 pi;
S = 500 Chn CLE — § - 28 ns
- 28 ns
0 — g . - 28 - i ns
. B - 28 ns
YrLz " 25 ns
tiHZ - 20 ns

Sestellbezeichnungs Integrierter Schaltkreis 374 D. Anderungen dem technischen Fortschrits ent-
sprechend, behalten wir uns vor.

Herausgeber

veb appliketionszentrum elekironik berdin
i vel kombinat mikroslekoronik
- Mainzer SiraBe 25

Berlin 1035 :
Telefon: 580 05 21, Telex: 0112981, 011 30565




'vorliufige technische Daten

Hersteller: VEB Halbieiterwerk Frankfurt (Oder)

+

Bus - Leitungstreiber - Zchaltkreise

GehBuse: 20-poliges |

Bauform: 21.1.1.2.20 nach TGL 26713

Masse: £ 2,5 g

Abmessungen in

Vergleichstyp
SN 74 1S 540 W /
SN 74 LS 541N -

2/86

RastermaB: 2,54 ¥ 0,125 mn
‘Reihenabstand: 7,62 mm

76240125

2‘;‘? 24,86 mox.
WE
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OTES":E &l 3@?‘ R o i . i OE1 (0~ &
O3 g PN OF: g, [EN
A1 _Ql~”j“”““““£:;ﬁ§LYf : AT (2 [
o> v : , | AR TR
A2 (3 L U7V Y 2 A2 (3 (175
A3 _L6) L, (161 3 o A3 _(4 (18] ¥4
Ag _[5) h (5 y4 . A4 _(5) (15) Y g
As _i6) L 04 v - As _(8) (14l Y5
As 17 L3 Y 4 Ag (7] g RERTIE
A7 _G) NERE: ] © A7 (8| —2 Yy
Ag _0G) | “hUlYe ‘ A8 _9) TYs

-Bild 3¢ bchaltunbsnurzzelchen
: und" AnschluﬁbeLegung_

Bild 2¢ Schaltungskﬁrzzeichen
und AnschluBbelegung

DL 540.D . ’ DL 541 D
Tinbelegung
Pin Symbol Beschreibung Pin Symbplb Beschreibung
1 081 Sﬁeuerausgang 11 Y8 (¥8)
2 A7 : Dateneingang 12 Y7 (¥7) Datensusgang
DL 540 D. (DL 541 D)
3 A2 uateneluoanb 13 ¥6 (¥6). Dabenausgang
DL 540 D (DL 541 D) )
4 A3 7' Dateneingang 14 Y5 (¥5) Vﬁatenausgangv
DL 540 D (DL 541 D)
5 AT Dateneingeng - = 15 ¥4 (¥4)  Detenausgang . )
_ - N DL 540 D (DL 541 D)
6 &5 Dateneingang 16 ¥3 {¥Y3) Datenausgang ) .
_ DL 540 D (DL 541 T) -
7 AG Dateneingang 17 Y2 (¥2) Detenausgeng
DL 540 D (DL 5471 D)
8 A7 Dateneingang 18 Y1 (Y1) Datensusgang
B DL 540 D-(DL 541 D)
9 A8 Dateneingang 19 082 oteuerelaoano
10 i liasse : 20 UCC ,Betrlebsspannung

Yie .Schaltkreise DL 540 D und DL 5471 D sindeeiYUﬁgqt“eiber mlt Tri-s tuuempusgéngen Tlr 8 bit Viort-
breite. Die Dateneinginge weisen IHysterescverhelten gufe. uur Brzeugung aeg hoohohmlgen Zustandes
der Lusgangsstufen dienen die Steuereinginge 0BT und 0EZ2. Sie sind iiber eine WOR-Funktion mitein-
ender verknipft, d. h. die Auagange befinden sich im hochohmlben Zustand, wenn OBE1 oder OE2 auf
H=Potential liegen. : :

nd. der DL 540 D die Deten invertiert, gelengen sie beim DL 541 D nicht invertlert an die ente-

WEh
sprechenden Ausginge.
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__Fun}itions‘tabelle
Eingénge T Avsginge
0E1 0E2 AL X A S X
: DL 540 D DL 541 D
L L L L H i
L H H L
H X Z Z
H X X Z z
H - High-Pegl ! °
L - Low=Pegel ‘
X - Pegel beliebilg, Low-oder High
7 - hochomnigei‘"Zustwd
Grenzwerte (giiltig flir den Betriebstemperaturbereich)
Kurzzeichen mine max. Einhelt
Betriebsspennung Uog 0 7 v
Eingengsspannung U - 7 v
Tri=state=Ausgangs=
spannung - - Upyg - 7 v
Verlustleistung bel P - ' 1 W
ﬂ&‘z 40 %C tot )
Sperrschichttemperatur 4/3 - . 150 % , : o
Betriebsbedingungen S o ’ ' -
Kurzzeichen. . ine ' MaXe " Einheit
" Betriebsspannung Ugg 4,75 5425 = V
HeAusgangsstrom ' -Iog - 15 - mh .
L=Ausgengsstrom ’ Ioy, e 24 mA .
1,-Eingangsspennung Uy, - 0,8 v
HmEihgangsspénnung UIH \ 2,0 = v
Umgebungstemperatur 1_/‘;1 0 70 %
Statische Kennwerte (Ugg = 550 V.2 0,25 V3 2% = 0.bis 70 °c)
{urzzeichen min. mex. Einheit

Stromaufnehme DL 540 D

Uge = 5,25 V. (husgénge foen:).

Ausginge "High" R ‘ICCH - 25 mA
Ausginge "Low ’ Toor - 45 om
Ausginge im Tri-state ICCZ - 52 Tk

Stromaufnehme DL 541 D

UCC‘ = 5,25 V, Ausgéinge cffen



Fortsetzung )
Kurzzeichen min. max. BEinheit
‘Ausgénge "Hight ICCH - 32 © mA
Ausgénge "Low" ICCL - - 52 mA
Ausgénge im Tri-state Tay - 55 mA
H-Ausgangsspennung UOH » ’
Uge = 4,75V, "IOH = 3 mA 2,4 - v
Ugg = 475V, Upp = 0,57 ’
uIOH = 15 md 2,0 = ¥
L=Ausgengsspannung ] UOL
Ugg = 4,75 7, ‘ .- 0,4 ¥
Iop, = 24 mA : , - 0,5 A
L-Eingangsstrom o “Iq,
Ugg = 5425 V, Up = 0,4 V ° o - 0,2 m
' H-EBingengsstrom Toy - ‘
Ugg = 5125 V, : - 20 b
UI = 7,0V = ' 50 /uA
 Ausgengsstrom bei Tri-s’cate :
Usg = 5525 ¥, Uy = 0,4 v “Ioor, - 20 Jub
UO = 2,7V~ IOZH - 20 /uA
Ausgangskurzschlufistrom b "’IOS 40 225 mA.
F]:uBspénnung=qZ;2b5}i¥1gangs== ' Up - ' 1,5 v
diode .

UCO = 4!75 V! "’II = 18 mi

1)z;.»lléalssige Priifzeit £ 1 s, KurzschluB nur en einem Ausgeng zuléssig

Dynamigche Kennwerte - (UCC = 5,0V + 55 mv, 'I‘/g =25 %¢ =5K)
Kurz=- min. -~ max. Einheit
Signalverzdgerungszeiten A = ¥ zeichen -
DL 540 D, DILr 541 D ‘ B
C, = 50 pF; R, = 500 L& tor - 15 (DL 540 D) ns
L - & _ FLH 17 (DL 541 D)
‘DL 540 D, tPHL . - ) 18 ns
DL 541 D : = 20 ns
DL 540 D, DL 541 D, OE1, 0B2 —Y tog1 - 36 ns
“ DL 540 D, o Yooy - 25 ns
DL 541 D - 25 ns
DL 540 D, : tPLZ - 28 ns .-
DL 541 D - 35 ns
DL 540 D, DL 541 D ’ tPHZ - 18 ns

Bestellbezeichnung: Integrierte Scheltkreise DL 540 D, DL 541 D.

inderungen, dem technischen Fortschriftt entsprechend, behslten wir uns vor.






Dis vorliegenden Datenblitter dienen
gusschlieBlich der informationt

Es honnen deraus keine Liefermoég-
fichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des. techni-
schan Fortschritts sind vorbighahen.

Herausgeber

veb applikationszentrum elekbronik berlin

"y veb kombinst mikroelektronik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
Telefon: 580 05 21, Telex: 0112981, 0113055




Vergleichstyp

g

vorliufige technische Daten

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder}

. Leitungssenderschaltkreis DL 2631 D und

Leitungsemnfia’ﬁéerschaltkreis ‘DI, 2632 D fiir Differenzsignalé

Gehéuse: 16=poliges DILmPla""_s_tgehéa‘.use . Rastermal: 2,‘5??\_-5 0,125 mm
Bouforim: 21.1.1.2.16 nach TGL 26 713 ' Reihenebgtend: - 7,5 mm'

-Nesse: £ 1,5 g
Abmessungen in mm

75%0425

045:8)s 025537

21.1.1.2.16 TGL26713

i
=
53
1]

5

7.5 max.
] 35; )

btk
w
S
il
ol
~
[e=l®

Bild 1: Cehiuse

AWM 26 TS 31 PC, AM 26 LS 32 PC

2/86



Pinbelegung DL 2631 D

L Pin. . Symbol . Beschreibung .

Symbol Bééchreib&ng
1 A, Dateneingang S C ; Dateneingeng
2 Y1 Datenausgeng 10 Y3 . "Datenausgang
3 Y1 Datensusgang 11 ¥3 ’ Datenausgeng
4 OB Steuereingang 121 O . Steuereingang
5 Y2 Datenausgang 13 ¥4 ‘ Detenausgang
6 Y2 - Datenausgeng 14 Y4 Datenausgeng
7 B Dateneingang 15 - “: D . Dateneingang
8 ﬁi lasse 16 k vgiﬁéc o Betriebsséannung

‘Pinbelegung DL 2632 D

Cpin T Symbol Beschréibung o pin Symbol Beschreibung
1 1B Dateneingang 9 4B Dateneingeng
2 14 Dateneingeng S 10 4a Dateneingang
3 YA Datenausgang ’ 11 D Daﬁenausgang
4 o Steuereingang ‘ 12 ) 0B Steuereingang
5 Y¥C Datenausgang 13 ?EB Datenausgang
6 34 Dateneingang 14 24 Dateneingang
7 33 Dateneingang 15 2B Dateneingang
8 5 liasse 16 UCC Betriebsspannung
OE (9| 1 b o OB (@ ;
OF 124 o OEfﬁam
A () «~l—if TA_Glny 3 YA
, v il vy 18_Uld T Comp ¥
B 7] v Y2 ' 13l ¥B
} .(5) ¥z 2BGSlgl fF Comp ¥
c {0y g - 3A_(6)d (5] YC
A i) V3 - 3B (7 D Conp ¥ )
D (1) o 4y o 4al0)g ) YD
V - {13)_ vy C . 4B O compV |

Bild Z¢ Schaltungskurzzelcaen Bild 3: Scheltungskurzzeichen

uad AnschluBibelez und AnschluBbelegung

Die Scheltkreise DL 2634 D und DL 2632 D dienen zur erdeymmetrischen Ubertragung ven digitalen Signa-
len (meximale Entfernung - 1200 m) dber Doppelstrom=Schnittstellenleitungen bis zu Ubertragungsge~
schwindigkesiten von 10 Mbit/s (Empfehlung CCITT V. 1i). .
Die Bauélemente(enthalten jeweils 4 Sender bzw. 4 Empfénger. Uber die Steuereingdnge CE und 0E kénnen
die 4 Sender bzw. Empfinger entsprechend der Funktionstebelle akiiviert oder in den h@chmhmigeé Zue
stand versetzt werden., RBeim DL 2632 D ist béi offenen Eingsngen der Ausgengepegel infolge innerer Be-
schaltung "H". Der Schaltkreis besitzt eine hohe Eingengsimpedanz { > 12 KJL) und eine fypische Ein-
gengshysterese von 50 aV zur Verringerung der .Rauschempfindlichkeit. Der kleinsts Eingangepegel. da
sicher erkannt wird, betrigt +200 av. Beide Bauelemente entsprechsn den Vell-Schnlttestellenenpfehlun~
gen der CCITT.
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Tunktionstabelle fiir DL 2631 D Funktionstabelle fir DL 2632 D
Eingang " Enable © Ausginge o L
Einginge Differenzeingénge %gizéige Agsgange
o8 OB ¥ v A B ox 05
T{ H H L Uy & 0,2 V. H X H
L H ; L H £ L B
- =0,2 V<UID<O,2V H % LR
H X H L : g I o
L X T I ! Upp 50,2V H S X L
X L H z z ‘ £ L 5
X L. H -Z
H = High « Pegel offen H X H
I & Low = Pegel offen X L H
X & Pegel beliebig, Low oder High H 2 High-Pegel
“Z % hochohmiger Zustand L 2 Low -Pegel ’
X £ Pegel beliebilg Low oder High
; ? 2 Pegel unbestimmt
7 # hochohmiger Zustand
Crenzwerte - {giltig fur den Betriebstémperéturbereich)
Kurzzeichen mici. max. Einhelt
Betriebhsspennung ) UCC - 7 : v
Eingangsspannung DL 2631 D UI - 7 v
und OE = Eingengsspannung
DL. 2632 D
Gleichtaskteingangsspannung UIC =25 +25 v
DL 2632 D s
Differenzeingangsspannung ' ‘UID-_ =25 +25 v
DL 2632 D ) . .
Ausgangsspannung'uL 2631 D UQ e : & v
verlustleistung DL 2631 D Peot = i,2 - W
DL 2632 D - 0,6 W
Bétrieb@bedingungen ‘ /

' Kurzzeichen Bmin . max. ~ Einheit
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 v
t.-Eingangsgpannung DL 2631 D UIL = 0,8 v
und DL 2632 D - OE=Eingange »

H=Eingangsepannung DL 2631 D UEH 2,0 - v
und OE=Eingdnge DL 2632 D ‘
L-Ausgangssirom DL 2631 D Io - 20 ’ mA

DL 2632 D o - 16 mA
H-Ausgangsstrom DL 2631 0 “Lon = 20 - mA

DL 2632 D = Q.44 mA
Gleichtekteingangespannung Ugp =12 % iz Y

DL 2632 D .
Differenzelngangsepannung 'Ulé =12 12 %

B DL 2632 D

umgebungstemperatur &% Q 70 c



Statische Kennwerte DL 2631 D (Ugg = 5.0 V£ ,0,25 Vi & = 0 bie 70 %)

Kurzzeichen i may .

Einheit

H=AUSgangsspannung : o U 2.5 -

. OH-
Ugg = 4:75 V. =Ig, = 20 mA

L-Ausgangsspannung . T - 0,5

UCC = 4,75 V; IQL = 29 mA

Differenzausgangsspannung =l . fu

Ucc'z 4,75 ¥

Differenzsusgangsspannungs= . . o
gnderung - ZCXEUOD[ - C.4
UCC = 4,75 V . )
Glaiahtaktausga@gsspann&ng ‘luocé ’ T ) 3

Upp = 5,25 ¥

Gleichtaktausgangsspannungs- , ) e
Bnderung : ) éfxluacf : - 0.4

UCC»z 5,25 ¥

Ausgangsstrom bei Uop'= G V

‘ Yo Tory Toz
~Ug; = 0,25 Vi Ugy = 6 .

Ausgangsstrom beli Trie-state
UCC = ?,25 V., » .
U = 6,0 V; UOL =’O,5 v

- 100

" HeEingangsstrom ‘ T - 50
UCC = 5,25 V; UIH 2’7 A

L=Eingangsstronm : ) T - 0,36

U s 5,25 V; U
s I
A bisg D

L:

OE ,OF ‘ o . G

Ausgangskurzechlubstron 1)

UCC = 5,25 Vv

FluBspannung der Eingangsdicde U - - 1.5

U = 4,75 V, WII = 18 mA

Qs

cC

Stromautnahme - ) I : = 80
%gc = 5,25 V; QEvs O V:
OE = 4,5 v

1) DauerkurzschluB bis @2 = 40 °C fur einen Ausgang zulédssig.

472 > 40 °C nur an einem Ausgang und £ i s zuldssig.

v

UA

/uA

358

mA,

mA

mA

mA
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Dynamische Kennwerte DL 2631 D (Ugg = 5.0 V & 55.mv; bﬁ =25 ¢ =5K)
Kurzzgichen Rif. WaK o Einheit
Differenzsignalverzégerungszeit ‘ ton - 25 s
UCC = 5 V; Cg = 50 pF;
RL = 100 Chm
Flankensteilheit top - 25 : ns
Ysg = 5 Vi ¢ = 50 pF;
RL = 100 Ohm
Signelverzdgerungszeiten
UCC:;SV; CLESOPF: '
RL = 500 Chm; QTS = 7V . vtPLH ‘ - ) 20 Qs
tPHL ’ = 23 Loons
tPﬁH‘ ; - 40 7 ng
tozp ’ = 45 ns
tPHZ - 30 ) ng
tPLZ' - 35 ne
Statische Kennwérte DL 2632 D (Upe = 5.0V ¢ 0,25V, oé = 0 bis 70 QC)
Kurzzeichen @ine max. Einheit
H=Schwellspannung des Eingangs<
. differenzsignales Ury
2 " >
.UOH s 2,7 V; MIOH = 440 /uA
< o
-7 V 2 Upe =7 v ; e 0,2 v
~12 V F Uge g 12 Vv - ) : ‘ - ’ o.4 v
L=Schwellspannung des Eingangse-
differenzsignales Uy
UOL = 0,5 V; ZOL = 106 mA ; ) ‘ N
7 VEU TV - ‘ .
7V EULLET Y S0z ¢ v
i2 v & U1~ £12 ¥ = 0.4 v
e
Eingangstrom des Leitungse »
einganges bei H TinH - 1.0 \Y
UIN = & 12 V ’ :
anderer Eingang auf ©C V N
Eingangsstrom des Leitungs- ) . .
“singanges-bel L “Iymt - 1.3 ¥
UIN = = 32 V: ‘
snderer Eingang auf GV
Differenzausgangsspannung IUODi ,
4 : -
UCC = 4,75 y , 2 \'s
Differenzavsgangsspannungs- R
anderung Z&{Uggj
- = -
Ugg = 4:75 V 0.4 v
Gleichtaktausgangsspannung ;UOGi .
Upp = 5425 V t o - 3 v
Gleichtaktausgangsspannunge~
anderung Zﬁlluaci
Un = 3.25 V , - \ 0,4 v

GC



Kurzzeichen .~ - ° min . max,. . Einheit

Ausgangsstrom bel 3-State k e Tazu =Loz1
UCC = 5,25 V; UOH = 2,4V ) N
Ug = 0.4 v ; ’ . 20 /uA
High- Ausgangsspannung Uy 2,7 = v
UC&C = 4,75 V; UIN = 4+ 1 V:
OE = 0.8 v; mIOH =+ 440 /uA
Low=Ausgangespannung UQL = ) 0.8 v
{ = 4 Ve = Vi )
JCC Lo 78 Vi UIN + 1V
OE =‘O,8 V; +'IGL = 8 mA
FluBspannung der Eingsngsdicde 4&1 - 1,5 v

A 7m v o1 o 1
,UCC = 4,75 V; II 18 mA
High=Eingangsstrom des Enable=~ ~ liH ) S 50 A
Eingangs ’ . /
UCC 3’3,25 Vv UIH = 7V
Low=Eingangsstrom Enable- Iy o 100 /uA
Eingangs i
UCC = 5,25 V; UIL = 0,4 V
AusgangskurzschluBstron +} - “Ing ‘ : i5 a5 mA
UC” = 5,25 V -
Stromaufnahme ‘ . I = 70 mA
UCC = 5,25 Vv, . .

OF = 4,5 V; 08 = O V

l)Nicht mehr als 1 Ausgang gleichzeitig kurzschlieBen; Dauer des Kurzschlusses 5 i s,

Dynamische Kennwerte DL 2632 D (Uge = 5.0 V 1+ 55 av; (g =25 % - 5K
Kurzzeichen min. MK o Einhedit
Signalverzdgerungszeiten i . tPHLJ tpLn - 35 ne
N = 5 . = P = . -
UCC = 5 V; UTS = 7 V; S = 30 QF, ooy 25 ns
R, = 500 Chm CpzL - =3 ne
- . =
toyz 25 ne
tPLZ - 25 ne
Bestellbezeichnung: Integrierter Schaltkreis DL 2631 D bzw. DL 2632 D
Anderungen. dem technischen Fortschritt entsprechend, behaltén wir uns vor.,
’ > : ) 07 /86

Die voriiegendén Datenblitter dienen
ausschlielblich der Infarmationt

Es kénnen daraus keine Lisfarmog-
lichkeiten oder Produktionsverbing.
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im. Sinnie- des’ techni-
schen Fortschritls sing vorbahalten,

.o

Herasusgeber

veh applilkationszentrurm elelkronil boerin
vy vaeb kombinat mitlaoaleltranik

Mainzer StraBe 25

Berlin 1036

Telefon: 58005 21, Telex: 0112981, 011 3055
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Vergleichstyp

FZ3L 135 S 2/86

vorléufige technigche - Daten

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder] , - .

Yurzschlulifester Leistungstreiber wmit offenem Enmitltcrausgang

Geh#use: 16-poliges DILm?lastgehéuse

Bauform: 21.1.1.3.16 nach TGL 26 713 » )
(Die mittleren beiden.Anschlusse jeder Seite sind zu je einem Anschluf zusammengeflhrt
und als waagerecht absiehende Kiihlstege mit Befesé;gungsloch 3.4 mm.Durchmesser ausge=

filhrt).

&
Masse: ¢ 2 g 9
&
«;ﬁg’ 18,5 max. §%
1 - £t
7 b 12 91 10 g8 7
"ﬁ_g o - L O e 0 1 Lo 6L 5o W o .
%mf y % § > -?; g
™ L
pRnE : = € &
) b'f;.l {0 ) [ g e |
og s 1 2°3 4 5 6
| 28ms| | 04585 0.35%02|| ‘ KL\
R - | 75%04ms Y

Zild 1: CehBuse . : 158504

Funktionsbeschreibung

>
W
It
S|
}_

Der Schaltkreis &
Steuverungen.

Die Last wird zwischen Au

=

chaltet der Baustein den
S

s
generators, ob der RKursz



2

zwischen:AnschluB C und Masse. Bis zu 8 aktanschlu se T kinnen parellel geschaltel werden, wobei
nur eine Kapazitit C “an einem der 8 B 435 .E: erforderllch ist. Die CuAnschlusse der ibrigen 7 Bau~
steine missen denn mlt UCC verbunden werdert. :

Um Schwingungen im KurzschluBfall zu vermeiden, ist eine kapazitive Besohaltung notwendig

(Cypq umd Cyp)e

Der Schaltkreis: besitzt 4 Eingdnge mit Schmiti=-Trigger-Charskteristik, die ODhRuverknupft sind.

Sie bieten Sicherheil gegen KurzschluB und Drahtbruch, denn die Bingengsstrtme milssen positiv. selin,
d. h. der Bausteéin schaltet nur bel ektivem H-Signal. Daraus ergibt s;ch dafl ein unbeschalteter
oder kurzgeschlossener Eingang einem L-Signal entepricht.

‘Der Ausgang Y2 ist ebenfalls ein offener Lmltterausgangﬁ Er dient zur Kurzsohluf- und Uberlastanzei-
ge und liegt bei Normalbetrieb Uber RH auf LOW. Bel Kurzschluf von Y1 steht an Y2 eine Impulsfolge
mit einem Impuls-Pausenverhilinis von ca. 1 ¢ 60 an. Bei Uberlast an Y1 schaltet ezne interne Chipe
77temperaturmUberwachungssohalﬁung den Laststrom ab9 und ein &mSlgnal am Ausgang ¥e zelgt den Uber~

lastbetrieb: au. : : . o : : Lo
Pinbeleg

Pin Belegung . - C  Pin Belegung

1 EBingang BT 6 Masse M

2 Bingang E2 7 ~AnschluB flr Kondensator des Takigenerators €
3 Eingsng E3 : 8 Ausgeng Tekigenerator T

4 Ausgang=KurzschluB= bzw., Uber- ’ 10 Anschluf fir Sohwingungsuntgrdruckung n

lastanzeige Y2
5  Eingang E4 ) 11 Ausgeng Leistungstreiber Y1
12 Betriebsspannung UGC

Die Anschlisse 6, 9 und die Kihlstege sind intern verbunden. e
Yee
T Cpit Crnz
3, B
w T

mit Oder~ SChmﬁ’t = . ﬁ
| verkniipfung Trigger : g
|

Ef bafy i ‘ Endgtufe 1

Temperatur-|{ e,
Uberwachurg

Taktgene-
rator

G St @

. . ; [P
» ; b
. , M
Kurzschiull-u, ?
: Userlastanzeige ‘ H
|
o

A&Flip-Flep

Ialadal
Bhad Db
]
ke
bv4
. wl
8
. g
g
: 9.
mmmm‘}? :
’ pai
) . JE:

E
Endstufe? |

-~

r,_.__,___m__
!
5
|
i

Bild 2: Blockschaltbild



ff W

Grenzwerte  (gliltig fir den Betriebstemperaturbereich)

Kurzzeichen min, max. Einheit
Betriebsspennung . ' o Ugg ’ ) 0 32 A v
Ausgengsstrom \ . ”IOHYT - 450 : mh
Lusgengsstrom fir Glihlsmpen =L ory4 - 180 2) wh
Ausgengssirom ) T "IOHYZ - 12 T mh
Eingengsspannung pIE?; 2, 3, 4 ‘ o 36 : v
. - 33 .
Verlustleistung P‘bOJG - 153 )
Kepezitét an © . o ; 20 0 nF
Kepazitit en N o Cor 50 2500 P
CNE 0,5 10 nk
Umgebungstemperatur ﬁ; =10 85 - %
Sperrschichttemperatur ﬁ% - 150 _ °c
Wermewiderstand ‘ ‘ Rthja - 65 K/W
D mex. 15 U £36V
¢ CCmax ~ ‘

2) Kaltstrombegrenzung intern £ 1,4 4 ' -
3) ohne Kihlkorper

Brot % KurzschluB Y1, ¥2

o i3 - . | ; seeen UO =0T e UCC

erlaubt

Bild 3:'Verlustleis%ungsreduktionSw

S kurve
a in®C

Der Schaltkreié ist tiberlasteicher, d. h. im Haveriefall kenn Ptoﬁ nach Bild 4 Uberschritten
werden. : - .

ut
b ,
Ugnyz . iR
¢ : Bild 4: Spennung en Y2 bei Kurzschlub
0 ' : « ‘ von Y1 )



Betriebsbedingungen

Betriebsspannung
Bingengsspennung fir Y1 W

Y o= WHW

Betriebstemperaturbereich

Lestkapezitsét ohne Ansprechen der

KurzschluBsicherung

DI _
fiir CN.I = 500 pR, GNZ

Statische Kennwérte

Stromaufnahme

Upgq = 30 Vy TUgy = 30 7

UCZBOV? UT=5V
bLingangsstrom

Vip1,2,3,4 = 30 Vs Ugg = 30V
Uy =30V, Up =57

H=fusgangsspannung, Treiber

U 114 V, U = 30V

oc = TE1

Rpqy =22 Chm 4 2 %
Uag = 30 Vy Upgq = 307

Ryt = 68 Om x 2 %

H=fusgangsspannung, Kurzschlub-

anzelge

U 11,47, U = 11,4 V

cc = IE1
Ry = 9T0.0hm +2%
Reststrom Treiber

Up = 30V
Restetrom KurzschluBanzeige

UCC = 30V

= 1,8 nf

Kurzzeichen mine meXe Einheit
Ugg 11,4 32 v
Upgr, 0 6 v
UIEH’ 8?5 32 v

[s]
b =10 85 c

1) -

0 nR

o 5 ,
ICC s 12 mj&
Lip1, 2, 3, 4 - 250 vl

Uomry

8,7 e v

273 = v

Uomye S - v
“torv1 - 0s5 i
~Lorve - 90 s

Dis vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieflich der information!

Es konnen daraus keine Lisfermag-.
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind varbehatien.

Herausgeber

veb applikationszentrum elelkoronilk berlin

i velby kormbinat mikroelekizronik

Mainzer StraBe 25
Berlin 1035

Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881, 011 3055




Hersteller: VEB Mikroelektronik .Karl Marx” Ermﬁ

=

Dekoderschaltkreis

Der Schaltkreis U 192 D ist eine monolithisch integrierte Schaltuﬁg in

logie. BEr enth&lt einen Bin#ir-/75egment~Dekoder zur Ansteuerung von I=

bzw.

ligen LED-Anzeigen speziell in der Rundfunk= und Fernsehgerétetechnik.
Die 9 Ausghnge sind flr LED-Anzeigen mit gemeinsemer Katode susgelegt.

Die Eingénge sind TTI-kompatibel.

Der Schaltkreis ist in einem 16poligen DIL-Plastgehduse untergebrachi.

~or [ 6] Upp
07 5] 01
ic 3 i Oh
B [ 13109
A & 121 0f
Uss[g Eﬂo@
0a [T 0] 04
Ob (8] 9] 0c

[1]]

L ET ek

D
{C
I8
tA

%

Oa

0" p——o 8
0c p——o ¢
0d ——'10
e F—o 11
0f p—o12
0g |—o13
Oh p—o1b
01 p—o15
OF -

Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen

CHMNOS-Techno=



Bezeichnung. der -Anschllisse:

Bezugspotential . ob - ' Aasggng Segment

Uss b
UDD Betriebsgpennung RN ¢ Ausgang Segment ¢
CID Eingeng D ) 0d Ausgeng Segment d
Ic Bingang C ) \ Oe Auvsgeng Segment e
iB Eingang B ) of Ausgeng Segment -
14 Ringeng A . o @ husgeng Segment g
Or Kontrollanzeigesusgeng -0k Ausgang Segment h
Oea Ausgeng Segment e ’ Ol husgeng Segment 1

r
e

" Bild 2: Ceh#useabmeasungen

' Beschreibung

Der Dekoderschaltkrelis U 192 D dekodiert einen 4stelligen Bin#rcode in die Ziffern 1 ggﬁk369
wobel der Binfrwert Q000 die Ziffer 1 hervorruft.
Der Schaltkrels gliedert sich in die Komplexe

-« Eingengsschaltung ‘ )

= Dekoder

= Auvsgangstreiber.
Die Bingengsinformation sn den Einglingen A ... D wird nicht (wie z. Bo beim 'V 40511 DY zwis
schengespelchert, sondern direkt verarbelfet. ‘ '
Beim U 192 D sind die Eingfnge TTI~kompatibel &ufgebaut@

‘Die Ausginge 08 ... 01 gind Gegentaktausgénge‘und gur Ansteuerung von 1~ baw. 1Y/2stelligen
IED-Anzelgen mit gemeilnsemer Katode begtimmb. Aus diesem Grund sind dle Ausgerngsirvelber .

i H-Zustand mit 10 mA belastbher. Der zus#itzliche Ausgeng Or kamn zur Derstellung des ”élﬁ“w
Zustandes des Dekoderschaltkreises genutzt werdem. Der fusgang Or het einen pulleupwiug-—
gangstreiber. : ‘
Alle EinggEnge sind mid integrierten Schutzscheltungen versehen.
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g Ui a
Wehrheitstabelle
b c B A Om - Ok 4 Cc od e of Og Oh 0i - O Displey
L. L L H | H L | L L Lo L o
A I 7 I H 5 o|L o |H H L H L Ei%,‘
t 1l sl via s |8 {®mw {x |1 |85l |5 —
Lo el als o lue |z |z s | &l |1 j5 |
L it L 1| E L |m L= L. | H B | L H =
s ls Vsl ete | noje |®lw |5 |8 |z | |n =
. | wow e e |=H L L b A I A " ]
v | ® | w | w | w | H |H |H |®B |H | B |L |L |H ]
H L L |, 1L | H 5 | = H L B B oL L H .
H L L i | H H |H H | B H L |=u H H 1
H L 2, L | L H |H b7 L L L | H H H ~»[ !
H L ¥ | B I g |L.mn |z |H H 1 H |H H H |
H H L L | H H |H H L L B | H H | H -
i L H | L g ols 11 1 H 5 o|E H 1 H }L—%
H H H L | H L |H H L H no|H H |~
B H H u 1w | n |H H H H # |H H =
;AuSgamngelggumg@bezogen4&uf 1Y2stellige Anzeige
Crenzwrerte ’ Q
Kennwert " Kurgzzelchen mixie MEX o Einhelt
Betriebsspanmung - Unp "=0.5 16,5 V.
Eingengsspenyung UI =05 UDD + 0,5 v
Auggengsspannung Uy Ugg =055 Upp + @5 v
H=Ausgangsstrom . “Iog 25 mh
I~Ausgengsstrom : IOL 10 mh
(euBer Aﬂsphlu@ 1)
Geg&mtver;ustleiﬁtun@ Ptot" - 400 m¥
Tagertemperaturbereich stg =55 125 °¢




Statische Kennwerte

4

<
(USS = Q V; ’l?a = 25 C)

Kennwert Kurzzeichen MeBbedingungen min. meXe ‘Einhedit
Betriebsspannung Unp 16,8 15 v
Eingengsspannung L U, 0 0,8 v
Eingengsepannung H Upy 3.5 _ Ypp v
Ausgangsspanmung UO o] UDD v
Ausgengsstrom H “IOH 10 mh
Ausgengsstrom L 15, 0,5 mh
@ingangsreéstrem H IIH UDD =15 ¥ 3 /uA

U =15V
Elngangsstrom der posi- Irp Upp = 15 v 296 /uA
tiven Schaltschwelle :
Ausgsngsspannung L Uar, Upp = 13V 4,15 v

' Urg = 3,5V
U, = 0,7V
. Iy, = 0,5 mA

Ausgengsspannung H Uon Upp = 10,8V Upp=2 3 v

Urg = 3.5V

UIL = 0,87V

mIOH. = 10 mh .
Stromsufnahme v IDD UDD = 15 V 1,7 mA
Betriebstemperaturbereich {% : e 70 °c

Internastionale Vergleichstypen

M 192 SGS~ATES

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft Uber Lieferméglichkeiten und enth#lt keine Verbind-
1ichkeiten zur Produkticn, Die gliltige Vertregsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist
der Tyﬁétand&rde Rechtaverbindlich ist jeweils die Auftiragsbestitigung. -

Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorvehalten.
Die Behandlungsverschriften filr MOS-Bavelemente sind unbedingt einzuhelien, da andern=

falle eine Reklamation nicht anerkannt werden kann.

Die vorlisgenden Datgnblstter disnen
ausschiisBlich der infermetion!

Es kénnen daraus. kaine Liefermdg-
lichkeiten oder. Produkiionsverbind-
lichksiten ebgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des - techni-
schen Fortschritts sind vorbehalign.

Herausgeber

V@h&ﬁa%ka%mn@zent@unﬁm@k@mﬁﬁkbeﬂm

i veh korniicet midoa-oelekeoro
Mainzer Strafie 25
Berlin 1035

il

Telefon: 580 05 21, Telex: 011 2881, 011 3055




Vergleichstyp o » ’
ShA 1056 P 2/86

vorlidufige technische Daten

Hersteller: VEB Mikroelektronik . Karl Marx” Erfurt

PLL-Synthegsizer-Schaltkrels : : : ,

Der U 1056 D ist eine PLL~Synthesizerschaltung in C8GP-HV=Technologle fir die Abstimmung

beliebiger VC0%s.

FPolgende Elemente sind im U 1056 D guf einem Chip 1nta@rier%e
- easynchrone Serienschnitisielle mit Pormetkontrelle zur Selektion von 17bit-Datenwiriern
- Auffengregister flUr alle zugeflirten Daten
«  Steuerleitungen (durch Pegelumsetszer PPl=kompatibel}

« Referensfrequenzoszillater mit elnem entkoppelten Oszillatorfrequenzausgansg.
Zur Reslisierung eines HP-Abstimmungssysteme sind gufier dem U 1056 D fech ein HP-Vorteiler
(U 1059 D} vnd ein sktives Loop-Fillter erforderlich,

' : - o——FIN CMOD ——ob
upe O 16l Upp. K [oe.
CLCK [Z Bl e %ow- DAS% ;D&% mw%g

e | o——1CLCK U. =i
REFE B [HF So——DLEN €O o7
MO0 (& 13] FIN Jo—REFE | |OSC |9
?%»i& % ' % é‘fé; 11e—(0RZ
OATA [ 7 B—TP
co . T FON (=1
Ucg [8 6] 0S¢

Bild i: AnschluBbelegung und Scheltungekurzzeichen
‘1) TP ist im Betriebefell prinsgipiell an HSS zu legen.



k Bezeichung der inschllisse:

FIN Signeleingeng fir die zu teilende Freguens

DATA Eingeng fir die Deten der Tellerszahlen

CLCE Takisignel fiir die Dateniibertragung

DLER Freigebesignal fir die Dateniibertragung

' REFE Referenzteilerwahl o

QRZ Oszillatoreingang fUr Referemszfrequenz (f . = 4 MHz)

TP Testpin (im Betriebsfaell em Ugg)

CiOD ) Ausgang zur Steuerung des Vortellers

e Iock-Detektor-Ausgeng - : .

FDN Bachetimmeusgeng zur Fr@qa@nzv&rﬁin@@ruﬂg

FU Rechetimmeusgeng zur Frequ@nze@h@huﬁg ;

CLO entlkoppelter Auvsgeng des Referenzfrecquenszoszillators zur Ansteuerung
. welterer Scheltungen

asc Oszilletorsusgang fir dle Refgrenzireguens

UDD‘ DOBe Be%riebgsp&nnunggaﬂgchlﬁ@'

Uppt ) Speisespaonung {Ur Pegelkonverter

USS Bezugspotential

Bild 2: - GehHusesbmeggungen

Der integrierte Schaltkreis U 1056 D let eine PLi~Syntheslzerschaltung, die zupemmen mit
einem diocdenshgestimmten Tuner, einem HPF-Vorteller und elnem aktiven LQ@prilt@E ein kom-
plettes Synthesizersystem fir HF-Empfénger bildet.

Ee ktnnen Eilvgengsireguensen bls mex. 4 ¥Hz vererbelitet werden.

Die Synth@slzaraeh&ltung besteht aus f@lg@n@@n Teileschaltungen:

~ elner Tellerschaltung fir die Elngengsirequensz, dle eus elnem §bitmﬁwa£l@w@2@hlﬁr und
einem 10bit pr@gv&m@i@rh@y@@ Teiler besteht: Des T@ll@rverhéltnia wiré von den letzten
18 bit des Uber den DATA=-Ringeng eingelesenen und zwischengeapelcherten 1764 t=-Daten-~
wortes besiimmt. Des Datenwort enth#lt kKediert des dem gewiingchien Sender entepre-
chende Teilerverhfiltnis,

- einem 1Tbit-Avifengregister zum Speichern der 19bit-Daten fir dle @@il%@@&ﬁl des
Referenztellers ]

« einer Formetkentrellscheliung, dle swischen Stireignalen und Detenwdrtern wit 17 bit
Wortlénge unterscheidety Datenwlrter mit anderer Wortllnge werden nicht engencmmen.



faf Sed 2 - o - e e -

= einem 16bit-Schieberegister, das die @@ri@ll eingeschriebenen Detenwdrter DATA bach durel-
gefihrter Formatkontrelle an des éﬁff@&gr@gi@%@r weiterleltet

= einer Fregquenz-Fhagsen-Detekior=Schaltung, déie¢ wit Hilfe ecizmes externen, ele Inbegrator eige=
geschalteten Vér@@%rk@rﬁe die bLbetimmspernung erseugt ‘ ' ’

= eiper 13bit progremmierberen Tellerschaltung fUr die Referenscesillatoriresquens sum Br-
zeugen von vier verschiedenen Frequenprastern

= eipem Dekeder mit zwel S@%@@i@g&ﬁg@m uwnd Ausglingen zur Frog
euf die TellewrverhBltnismse 1 ¢ 16011 ¢ 4003 1 : B0O; 1 1 BOOO -

- elnem Querzeszillstor sur Ergeug dar @%zili&ﬁ@fﬁr@qu@m& ®it eizmer entkoppelten ﬁuﬁgﬁﬁg
zur exrtermen Verwendung der Oszilletorfrecuens

= je einem Pegelumseizer fir dle Eing sgignele DATA, DLEE, G&GK und REFE; @i%@@ Einglinge
kbnnen mit TTL-Signeleén angesteuert werden

ering des R@f@f@xﬁ%@il@f@

LOC FU FON ' Lo

mmmmmmmmmmmmmmmmmm qael el e
= e
| | 3
c o 13 Swallow- | | | Teiler Af- Referenz- Referenz- | 11 _oopz
o zzah er Lof 10 it Detektor [&— teiler *—oszitlator --ﬁ~9¥—°g§t ‘
I . 7 .
| s e |
RO M - H |
\ l
- o |
Il jregiste || .} Dekoder . :
;~ g |
! Auswohl fir Referenzteiler {
éi N@« 1:160; 1:400; 1:800; 1:8000 E
DATre | LT 1ebit ~.Schieberegister %
A |
! I
| |
CLLK 2! : "s@
- i ® R
} ' Formatkonirolie - é — Vo
= o
oLEne—2le] H—] “*““**Tﬁ—"ﬂiisg
e %
e e e e i e
Ugol

Bild 3: Blockschsltbild U 1056 D

Wirkungsueise des U 1056 D in der Abstimmsobell

Im Pell der elngerssteten PLI~Schleife stimmen die dureh den Referensteliler getellte 4 MEz-
Guarsfrequenz wnd die durch éen aus umschalibarem Verteiler, Swallow=ZEhler und 10bit-Teiler
geteilte Eingangafrequens (Dezillatorfrecuens des Bmpilngers) in Frequens uwnd Fhese Uberein.
Die Frequeng-Fhegen~betektor-Schaltung lisfert er Ausgeng LOC einm Signel, des diesen Zustend
enzeigh, wihrend die Abstimmmuvsglinge FU und FDE lnektiv eind.

861l auvf elne &@&éﬁ@g e Bo auf elne hihere Buplengsfreguens abgestimmt werden, sc iat die
Teilerzahl des Bimgengefrequenszieilers neu eimpustellen. Des geschieht dedurch, daf sufl dém
Datenbus eis emtsprechendes 1Tbit-Datenwert gesendet wird, des diese Daten enthilt. Fachdem
éiesea Detenwort in das 16bit-Schieberegister slngeschrieben vnd veorn der Formathkentrollschaltung
auf GlUleighelt geprift wurde, liefert die Fermathomirellschaltung eln intermes Datengiltig-
keiteeignel, das synchron mit dem Avegengssignsl des Vertellers die ez e dezm im
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Sehiebersglieter stehenden Datenwortes in des Ltuvffengregister veranlabt. S@b&lﬁ:é@r laufende
Z¥hlzyklue der Kombimation Swellow=Z8blar/10bit-Teiler beendet ist, @rf@lg%/@aé Leden dieser

Teilerkombination mit dem im Auffengregister atehenden neuen Datenwort, d. h. des Einstellen
eines grbBeren Feilerverhiltnisses. De die Oszillatorfrequenz des Emplfugers ihren Wert noch
nicht verfndert hat, liefert der Elngengsfrequenzteller ein Signel mit niedriger Frequenz.
Die Ausgangsimpulse von Referenzieller wnd Eingengefrequenzteiler treffen deshalb zu unter-
schigdlichen Zeltpunkten und in umberschiedlicher Ansebl sul die Freguenz-Fhasen-Detektor-
Scheltung. De der Referemsteiler zum betrechteten Zeltpunkt des htherirequente Signel lie-
fert, ist der Auegeng FU (E&chstimmnng fiir Freguenserhthung) insgesamt Uber einen léngeren
Zeitraum insktiv els der buegang FDE (Nachstimmung filr Frequenzverringerung). Im n&ehg@schalm
teten Loop-Filter wird mittels Integretion eine  Abstimmspennung {ir-den Oszilleter erzeugt,
die die Omzillstorfrequenz erhtht. Des geschieht scleange bis dle Oszillstorfrequen: einen
Wert erreicht hat, der die frequenz- und phesenrichtige Ubereinstimmung der Signele am Ein-
geng der Frequengz-Phesen-Detektor=-Schaltung garentiert.

‘Dag TellerverhBlinis n des Referenzteilers wird durch Daten am Bingeng REFPE und durch dile
Deten REFI des 17bit-Datenwortes bestimmt. Es i1st in 4 Stufen einstellber und bestimit die
Grbfe der Abstimmschritte ﬁlfming die bei lnderunpg des TellerverhHlinisses n des Eingengs-
frequenztellers erzeugt werden.

Der Referenzteiler 1EBt sich Aurch die Signsle REFI und REFE auf folgende 4 Teilerverhflinisse
einstellen:

&

Steuerbit Eingeng Teilerverhlltnis Abstimmschritte
REFI REFE ;‘ n ’Afmin
1 1 160 25 kHz
1 0 400 10 kBHz
0 T 800 5 LkHs
0 0 8000 0.% kHz

(Die Abstimmschritie gelten fiir eine Oszillatorfrequenz von 4,0 NHz. }

e o i o e 2 2

Die Scheltung verarbeitet gerielle 17blt-Detenwirter die synchronigiert mit dem Systemtekt
CLCE am Deteneingeng DATA angeboten werden. Ein Befehl wird nur ekzeptlert, wenn am Daten=
freigabeeingang DLEN gleichzeitig H anliegt.

H e §
DLEN
L= i
| z
H)’ A V /
DATA /// //
L
H
CLeK !
L
=0, t=0

.

| Test "fiibrende Hull”
Bild 4: Impulsdiegremm der 1Tvit-Datentibertragung
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Die Scheltung prift sowohl Ges Jtertblt sle euch die Wortllnmge jeder auf dem Bus leufenden

. Ubertregung. Ein gliltiges Detenwort muff mit I=-Pegel fiUr des Stertbit beginnen. o
Des 17bit-Detenwort besteht sus elpem Startbit. aus einem REFI-Steuerblit, welches in Kombie
netion mit dem Signal REFE die Referenzirequenz flr den A £=Detektor vorgibt, und aus 15-bit
zur Vorgebe der Teilersahl [ir den Eingengsteiler.
Die Ubern&nme der Schieberegisterinformetion wie auch éer Infcrm&ti@m REFE in das 1Teit-
Auffengregister erfolgt nur wenn ein FIN-Signel vorhenden 1sete :

Steuerbit
fir Refe- 10bit Daten fir den . 5bit Deten fiir den
Stertbit renszteiler programmierberen Teller Swallow=48hler

Ir | EREEN

G———" Schieberichiung

Bild 5: Aulbeu elnes Detenwortes

Vorteiler=Steuereusgang CHOD

Der Sbit~ Swalloszéhlef erzeugt ebhingig vom @mpfangen@n Detenwort ein Signal zum Bin@t@llen
des Vorteilera (L = kleinere Teilerzahl des Vorteilers; H = griBere Teilerzehl des Vorteilers).

FDN, FU uwnd LOC - Logikpegel

Die Prequenz-Thasen-Detekiter-Schaltung liefert folgende Ausgangssigﬁale:
- ein Signel LOC, des den eingerasteten Zustand der PLL.Schleife enzeigh
I0C = L = nicht eingerastet

0OC =H = eingerastet
~ ein Signel FDN, des die Notwendmgkelt der Verringerung der Elngangsfrequenz anzeigt

FDN = L -~ aktiv

FDN = B = nicht ektiv
- ein Signel FU, das dle Notwendigkeit der Vergrifierung der Eingangsfirequens énzeigt

FU = 1L = nicht ektiv

FU = H = aktive
Tuner- .
Oszil- 1:32[33 |—FIN L0 f————— LOCK-IN-Anzeige
lator .

& _oMoD FU— , :
IREFE FOn S b—e AFC flr Tuner=Oszillator .
7 :f——ﬂwDﬁT& o )
gﬁa ‘wﬂiz%g%ér E% Lo > Referenzfrequenz {(niederchmig)
r- M ‘ faw
S lm%cm = ORZ ——g—i|
siOLEN = ,
0sC r N
Upp— S -
: UpDi—

Bild 6:
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Grengwerte
Lennwert .. Furgseiches|. . mim, o BEX. . FEinheit
] ) .
Betriebsspennung Usp : " =0,3 T v
Eingmngespenovng Uy i =0,3 Unn v
Eingerigespennung £Hr 0y : =0,3 ! Yppt ¥
Binglnge mit Pegel- N
vmgetzer ' - ) ST
Eingsmgsstrom | ‘ : e _ 2h
S¢rom von Uppy mach Tpn T ; S ; ‘ 10 1 1 3
husgengestron EI@[ , i .10 mh
Verlustleistung pro RN N ‘ i 100 P
| Ausgeng o o
?@@lgﬁtiéﬁﬁtw&@ Pro- tot 306 . Bl
Gehliuse T . : :
Betriebstemperatur Ty : 0 A 70 °e
Lage stemperatur T%égg =55 " o150 %
(Uyp = 8 coe 10 Vg 19% = 25 %¢, fells nicht enders sngegeben)
Kennwert - Eursseichen |HeSbeding min. | typ. . |  mex. |  Finheit
Betriebsspenning Yng . & 8 i I v
. gﬁﬁi ‘ ‘ @9% 5 T §g§ 4 — -V
Ruheztrom IBE I@ @ O mhA T00 7;@%
Bipglnge ohune Pegel-
mmg@%%@ﬁs
Eiﬂg@m@@@p%ﬁﬁuﬁ@ L UIL O k 2,4 v
Pingangsspennung H Uy Upp~=2+4 ‘ 7 “Upp ¥
Yingengsetron L ‘mzzﬁ HZ = 07 1 /m&
Bingengastron B EIE Uy = 0V 1 . fuﬁ
Bingloge mit Pegel-
umgetoern:
DATL, DLER, CLCE. REFE . :
Bingengespumnung L Uy 0 i ngwaﬁﬁz. v
?img@ngggp@mmmmg B Uyy . . G,@aﬁﬁﬂz Yop1 A Y
@iﬁg&n@@@%r@@ L \wzzg 31'% oV 1 ) /uﬁ
Bingengsstrom B Zgﬁ ﬂi = Ugg . A fmg .
Ausgang CHOD :
husgangeepennung L ﬁ@L I@& = § mh ‘ 0,5 - v
husgangsreztstron Lon Gy = 10 ¥ . - 20 fuﬁ




cf 00

IR R S
Kennwert Kurzzeichen| Hefbedingung mifle t¥Ppe HET e Einheilt
- .
Augglnge LOC, FU, FDE
Ausgengsspannung L Upg, I =1 mh 0.5 v
Ausgengespennung H UQH mIQ 1 mh UDD = 0,5 v
Auggeng 0S¢
| Ausgangsspennung L Upy, 10 ‘mh 1- v
hLuegengsespennung H Uoy =Ig =1 mh UDD = ) v
husgeng CLO
huggengaspannung L UOL 1 IQ 4 mh \ 1 v
husgengsspennung H UQH “IO‘ 1,2 mh UDD = 1 v
Dynemigche Keﬁn@@rt%
[
(qﬁ’aggfo G UDDBBQ@@ 10 V)
Kennwert Kurzzelchen mime t¥Pe MBX e Einheilt
Eingengsfreguensz 2} £ 4
{Betriebsbed. ) ' _— : Witz
Testverhdlinis e ) 45 55 %
Ubergengszeiten H/L 2} Zispy, 50 na
. , L,/H 2) ZTLH ) 50 ng
Eingengsfrequens 3) iy 62,5 100 kHz

2)  BEinglnge chne Pegelumseizer
3) Einglnge mit Pegelumsetzer

Dieses Datenblatt pibt keine Auskunft iber LiefermBglichkeiten und beinkeltet keine Verbind-
lichkeiten mur Produkiion. Die giiltige Vertragsunterlege belm Bezug der Bauelemente iet der
Typetendard. Rechtasverbindlich ist jeweils die Auftregsbestétigung.
ﬁn@eruﬁgan im Zuge der techniechen Weiterentwicklung vorbehalten.

Die Behandlungsvorschriiten fir MOS~-Bauelemente gind unbedingt einzubslien, de andernfells
eine Reklamation nlcht snerkennt werden kann. '
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1=K=sRAM

P

Vergleichstyp U
P 2115 : 2/86

P 2125

©

ar” Edurt

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 sind hochintegrierte, statische Schreiba
Lese~Speicher (sRAM) mit wehlfreiem.Zugriff. Die Speicher sind 'in der Form 1024 x 1 bit
orgenisiert. Diese Schaltkreise werden in n=Kanal-Silicon-Gate/ED=Technologie gefertigt;
Der U 215 D und der U 215 D 1 besitzen einen Open=drain=Ausgang. D&gégen verfligen der

U 225 D ung der U 225 D 1 Uber einen Tri-state-Ausgang.

Die Schaltkreise U 215 D-und U 225 D unterscheiden sich vom U 215 D 1 und U 225 B 1

lediglich in der Zugriffszeit.

s
A0 [ZI
A1 3
A2 [&
A3 [§

AL [6

00 [7
Uss [8

in

BRI
15 DI
L) WE
Bl A9
IR
1 AT

il A6

5] A S

Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen
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Bezéichﬁung der Anschliisse:

A O ... A9 Adregseneinglinge
DO Datenausgang
DI Dateneingsng
e Schreibsginel
o) Chip-select-Eingeng
UCC Betriebsspannung /
USS Bezugspoetential .- R
4.8 o

- Bild 2: Gehfuseabmessungen

Beschreibung

Die- Scheltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D'1 besitzen eine Speichermatrix von 32 Zeilen und
32 Spalten (1024 bit). Zur Adressgierung iUber 10 Adressenleitungen stehen 32 Zeilen~ und

32 Spaltendekoder zur Verfigung. ‘ ]

Die Schaltkreise besitzen éinen Chip-select-Eingang (6@)9 Liegt an diesgem L-Pegel an, ist
der Schaltkreis aktiviert. Wird TS auf H-Pegel gelegt, sind nach einer VerzBgeringszeit die
Tri-state-Ausgiinge der U 225 D/D 1 hochohmig. Bei den Schaltkreisen U 215 D/D 1 llegt nach
der CS-Abklingmelt der Ausgeng DO suf HePegel.

Die Scheltkreige U 215 D/D 1 und U 225 D/D 7 Konﬁen in den zwei ‘Betriebsarten "Lesen' und
¥Schreiben® arbeiten. In der Betriebsart “Lesen® (G5 = U W = U steht die Information
1t W8 = Upy)
werden die am Dateneingang DI anliegenden Informstionen in die an 4 0 ... A& 9 adressierien

1’
em Detensusgeng DO nicht negiert bereit. In der Betriebsart "Schreibean® (T8 = U

Speicherzellen Ubernommen. Ein gleichzeitiges Lesen ist nicht mBglich.

Alle Ein- und Ausglnge der Scheltkreise U 215 D/D 1 wund U 225 D/D 1 sind TTLmkomp&tlbel

Wit einem U 215 D/D 1 lassen sich 7 TT7L- bzw. 33 LoprowermSohottkymTTLmLastqn treiben, mit
ginem U 225 D/D 1 dagegen nur 4 TTL- bzw. 19 Low-power-Schottky-TTL-Lasten. ’

Die Schaltkreise U 215 D/D 1 und U 225 D/D 1 besitzen einen chipinternen SubstratvorspannungSm
generator., Durch die demit verbundene Verringerung der Sperrechichtkepezitét wird eine h&here
Ceschwindigkeit erreichit. Gleichzmeitig wird durch die negative Substr&tvorspannung eine ne=
gative Eingangsspannung (=0,5 V) zullssig. :

Haupts#chlich werden diese Scheltkreise in Arbeitspelcherancrdnungen fir Mikroprozessor-

systeme eingesetzi. N
Betriebsart Einglnge husglnge .

¢s | WE |z U 215 D/D 1 U 225 D/D 1
nicht ausgewhhlt beliebig i H HIGH Z

L L 4 HIGH 2
L H ) H : HIGH 2
H | beliebig Do . _ Do

Schreiben L
Schreiben H
Lesen

[l < B o




ety gy

lgoee

WHCS

Grenzwerte

Kennwert ] Kgrzzeichan‘ mine MaX e Einheit
Betriebsspérmung Use - =0,5 T v
Eingengsspsnnung en Uy =0,5 7 v
allen Einglngen ' -
husgangaspennung U, C=0,5 T v
Ausgenghkurzschlufistrom ID . 20 mh
Verlustleistung By 1 L
Betriebetemperatur tﬁép 70 °c
Lagerwigstemperatur ) ’ﬁstg =55 125 QG
Statische Betriebsbedinsunzen (vezogen euf Uge = O \'S]

Kennwert Kurzzeichen fdr. £y pe mex. Binkelt
Betriebsepenmung UCC 4,75 5 5,25 v
Eingangsspanmung. Low 'UIL =0y 5 0,8 v
Bingangsspannung High UIH 2 UCC v
Umgebungstemperatur {j& ¢} 25 70 - °c
Dynamische Betriebsbedingungen {(bezogen auf Ugg = 0 V)

Kermwert Kurzzeichen min. meX. Einhelt
U.215 D/D 1 7

S=Vorhaltezeit - thog 5 45 ns
Co=Abklingzeit tRCS : 40 ng
Gultigkeitsdauer der. DO-In- tq .10 - ns
formation nech Adressen#nderung

WE-Vorhaltezeit tws 40 ns
WE-Abklingzeit tWR 5 45 ns
U 225 D/D 1 .

G8-Vorhaltezeit T taes 5 45 ns
Verzdgerung zwischen CS tZRCS 40 ns
und HIGH Z

Glultigkeitsdauver der DOfInm tOH 10 ns
formation nach Adressendnderung

Verzogerung zwischen WE Syrus 40 ns
und HIGH Z

WE-Abklingzeit o by 5 45 ns
U 215.D/D 1 und U 225 D/D 1

Schreibimpulsbreite Ty 50 ns
Datensufbauzeit tWSD 5 ns
Datenhaltezeit - T o5 ns
Adressenaufbauzelt tysa 30 ns
Adressenhaliezelt %WHA 5 ns
TS-Aufbauzeit tyscs 5 ng
C5=Haltezelt & 5 ns




Al
e

Verzdgerung CS zu DO

Bild 3: Impuladisgramm Leseszyklus U 215 D/D 1

Statische Kennwerte (bezogen auf Ugg = 0 V)
Kennwert Kurzzeichen| MeBbedingung min. mex. Einheit
LmEiﬂg&ﬂgSétrom =T Uae = 5,25 V 50 /uA
UII. =-0,4 V E
H-Eingengsstrom =Iyy oo = 9:25V 50 !uA
UIH = 495 v :
L=Ausgengsspannung ) U = 4,75 V 0,8 v
U 215 D/D 1 0L 28 m ! -
oL —
L-Avsgangsspannung U Unp = 4475V 0,8 v
¥ 225 D/D 1 oL 20 T ,
oL ~
husgangsaperrstron I U,. = 5,25V 110 - uh
U 215 B/D 1 o1 ol i v /
; o =&
Ausgengssperretron 102 UCC = 5,25 V 70 /uA
U 225 B/D 1 Uy = 0,5..¢2,4 V
H-Ausgangsspannung Uog Usp = 475 ¥ 254 v
IOH = 3,2 mh
Eingengskepazitdt: CI UI = 0 v pF
Ausgengskepsazitét CO UI. = 0 v "8 P
Upg = 5 v
Stromeufnahme ICC 100 mA
"Dyn&mische Kennwerte (bezogen auf USS = 0 V)
Kennwert Rurzzeichen| MeBbedingung ﬁiao mex. Einheit
Zugriffszeit % Unn = 4,75 V 95 ns
U 215 D/U 225 D AR ce
Zugriffszeit t Uns = 4,75V 140 ns
U 215 D 1/U 225 D 1 Ad e
AD_AY 15&;><i;
fan o )
fe E
0o . Daten ungiltig \ Daten gliltig
Lesezyklus




ef 8o

. oy Y

U 219 /D 1,

Dl

Bo Daten ungiiltig
- f‘ws .

© Bild 4s Impulsdiegremm Schreibzyklus U 215 D/D 1

o X

TAA ‘ -

0o Daten ungiltig Daten guttig

Lesezyklus

Do

Verzbgerung G5 zu DO

Bild 5: Impulsdiegremm Lesezyklus U 225 D/D 1
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T 1,5 VY . oL /

- WE

D!
hSD e W gD |
s ) /. i
HWHCS
0o HIGH Z ol
Sl TWR L

Bild 6: Impulsdisgramm Schreibzyklus U 225 D/D 1

g‘ig
05V
Do ‘ ‘ HIGH 7
i 05V
s : 15V
tracs
. i sV
0o HIGH 2
"0 05V

Bild T: Versmtgerungezeliten WE uwnd @?? zu HIGH (U #£25D/D 1)
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E ) Matrix HUSS
| 3 i
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Al Lese - logik ]
- i X . |
A2b—s dekoder Schaltung ) | 00
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- |
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o
| |
| |
|
| |
ASE |
e ol Adressen- |
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Bild 8:  Blockschaltbild
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Vergleichstyp
D 2732 .

23 A 8

21 A1

8 CF
707
606
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Hersteller: VEB Mikroelektronik Karl Marx” Erfurt

Der Schaltkreis U 2732 C ist ein statischer, elektrisch programmierbarer wid UV=l8sche
barer Festwertepeicher (EPROM). Der U 2732 C wird in n-Kensl-Silicon=Gate-Technologie
hergestellt und befindet sich in elnem 24poligen DIl-KeramikgehBuse.
Der Scheltkreis het eine Speicherkepazitlt von

32768 bit mit einer Organisation von
4096 x 8 hit. : :
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Bild 1s Anschlufibelegung und Schaliungskurzzelchen




Bezelchnung der Anschliisse:

L0 ees A1t : hdresseneinglnge - sl : S

TE ' ' Chipektivierungseligeng
3%?UPR Eingeng zur Preigabe der Auvasglrge/
] Programmiereingang
DOcoo DT Detenein=/-susghnge
32,0 wes,
3 L AT e

A4,
X
L

LB

i

o
ey

=

EET

Bild 2: CehBuseabmessungen

Burzcherskteristik

= -“elekirisch programmierberer, Uleoschb&rer Fegtwertepelicher mit einer Org&nisati@n )
von 4096 x & bit
= Betriebsepennung im Lesebetrieb: : UCC = 5V .
= Zugriffezeit im Lesezykluss U 2732 C 35:¢ tuvpy = 350 ns
U 2732.0 43t %yypy = 450 ns8

: . U 2732 € 55: thiypy = 550 ns

= im Stendby-Modus. um. ce,. 80 % geringerer Betriebssiromverbrauch

= Tri-gtete-Ausglnge, bidirektionsle Detenpins

= Frogrempierimpulsdauer voen 50 ms

- bytewelses Pr@gr&mmieren mﬁglich .

= Progremmierung direkt aul der Leiterplatte moglich

= 24poliges DIL-KeremikgehBuse mit UV-ILicht durchléazsigem Fenster

~a

Betriebsaert Pin: 24 i8 20 Qoo 113 13 oo 17

Use | CE ﬁﬁ“/um DO oo DT
Legen ‘ Uso Uyg, Usy, Detenausgabe
husglnge nichit evagewlhlt UCC ’ UIL BIH . hochohudger Zuetend
Ruhezustend ‘ Voo | VUrn UIHIUIL hochohmiger Zustand
Prograumieren ) QUGG .UIL ‘HPR - Deteveingabe
Programmierkonirolle Ucc UIL . UPR Detenausgabe

Progxammiefﬁp@rre QCG UIH UPR . hochobmiger Zustend




24 80 . J V& | Sl

Dex Schaltk?eiﬂ‘U=2?BE C ig% ein elektrisch progremmierbarer, Ule&&th&rer Festwertspeicher
(EPROM) mit einer Speicherkepezitit von 32768 bit und einer Orgenisation von 4k % B bite
Zur huswehl des Speicherinhalies stehen 12 Adresseneinginge (Speltenesuswahl: & 0 coo 4 3
Zeilensuswehls & 4 oo A 11) sur Verfilgung. : ' .

Der U 2732 C besitst einen Chipekiivierungeelngeng (FE) und einen kombinierten BEingang
(E@fvyg} zur Preigebe der Ausghnge bzw. Zufibrung der Progremmiérspemnung im Progremmiers
hetrieb.

Im Rubhesustend (UE = WIH} sind die Detenpiné hochohmigy die Stromaufnshme betrég% in. diemem
Zustand nur ce. 20 % des im susgewdhlten Zustend erforderlichen Wertes. Die Aktivierung des
Chips erfolgt mit TE = Upy mit gleicher Zugriffszeit wie beim Wechsel der Adressen.

Mit dem Eingang OE/Up, ist im Falle eines skfivierten Schaltkreises (CE = Upy) eine Besin-
flussung des Zustendes der Auaghnge D O ... D 7 miglich. Fir TE = Upy befinden sich die" Ping
DO oee B 7 im hochohmigen Zustend, die Frelgabe erfolgt mit TE = UIL o

In den Progremmierbetwieh wird der EPROM denn geschaltet, wenn der Fegel ean OE/Upy = 25 v
erreichi, Die Versorgungsspenaung betrigt wie im Normelbetrieb 5 F 0,25 V. Mi% G = Upy, =
Impulsen kinoen die urspringlichen H-Pegel der husghnge, d1¢é nech Jeder UV-ILoschung erachei-
nen, in den I~Zustend Uberfihrt werden. : . R
Alle Finglnge des U 2732 C und die Anschlisse D O ... D 7 sind mit integrierten Gateschutzele=
menten versehen. : . , ) k

Eg ist nicht notwen&ig, in éinem Programmierzustend sequentiell aelle Speich@rpiéﬁz& ZU. Pro=
gremnieren. Eine Binzelbyteprogrammlerung ist mbglich. Bs werden folgende drel Zustlnde”
Unterschiedeni ' - ) '

Progremmi eren ) )

Zum Progremmieren iet bel enliegender Programmierspannung ﬁéﬁ und bei stabllen Daten und
hdressen fir die Dever. toyay "TE en Usg, zu legen. Debel ist zu beachten, daf die Frogremmier-
spennung einschliefilich berschwingen 26 V nicht iberschreiten derf und gleichzeltig mit :
oder nach Uy, eingeschaltet unid. gleichreitig mit oder vor Uy, abgeschaltet werden muf. Bs ist
nicht gestattet, den Scheltkrels bel Anlisgen von UPR = 25V ig die Feseung zu stecken oder
zu entnehmen. s

Progrenmaperre . '
Sperre der Frogrammierung (CE = UIH) bel engelégter Progremmnierspannung. In diesem Zustend
kbnnen Adressen und Deten gewechselt werden. -

¥rogremmkontrolle " : :
In diesen Zustend kenn unter Progremmierspennung dex Inhalt des sdrésglerten Speicherwortes en
den batenping gelesen werden.

Purch die speslelle GehBuseausfibrung kemn die einprogremmigrie Informetion mift UV=Licht ge~
18scht werden. Zur Lischung kUnnen Hg-liederdruckstrahler {UVe(=3Btrabler) verwendet werden.
Die UV-Wellenlinge sollte 254 nm betragen. Des Minimum fiir dle Strehlungedosis liegt bel

18 Ws/cmzo " Debei derf der Abstend zwischen Gehlusedberkente dés Schaltkrelses und dem
Lempenkolben 2,5 cm nicht Gberschrelten.

in Abhlngigkeit vom Lischgerftetyp beirlgt die L¥schzeit sum bicheren L8schen dek Dreifache
der latenten IBechseit. Die letente Lischzelt ist die Zelt, pach der die Speicherinformatlon
gerede nicht mehr nechwelsbar ist. Die Lischzeit s0ll nlchi weniger ale 10 Minuten betregen.
Verunreinigungen suf den Deckeln beeinflussen.dile Transperent und damit die Lschzeit. T
Hindestene 20 Programmier-Ischsyklen sind mbglich. Bel héh@ﬁ@f Anzehl von Progremmier—
Loechzyklen ist eine ErhChung der LUschzell zu erweTrten. )

@



Grenzwerte

(A, =0 oo 70 ¢y

Kennwert o Kurzzeichen min. mex. Einhelt
Spennung an ellen An- Ug =0,5 6,5 v
schliissen beszogen suf USS - :

Spennung an OE/Up, L ~0,5 26 v
Gesemtverlustleistung Piot i 1,5 ¥
Ungebungstemperatur q?a o 70 °¢
Legerungstemperatur 1) ”&stg =55 125 %¢

1) Pur progr&uuuiert@ Schaltkrelse

Legerungstenperatur von 125 % tiber eine Zeit von max. 48 Stunden zulBssig.

atigche Kennwerte

o

gilt TGL 24951, Abschnitt 5. Fir Prufzwecke ist eine

{Bpeanungen bezogen suf Ugg =.0 Vi "= 25 °¢y
Kennwert Rurzzelchen | MeBbedingungen min. Mex. Einheit
Betriebsepannung Use 4,75 5,25 \
Eingengsepennung L Usg, =03 0,8 v
Bingeugsspannung H u 2 U +1 v
(auBer Pin 20} 18 ol
Eingenggspannung H U 2 U v
(Pin 20) im Lesebetrieb 1620 ¢e :
Eingengsreststrom Iy Ugg = &T75 ¥ 0,07 nh
(&uﬁer Pin 20) UI = 595 v
AQsee ATl = USS
CE = OB/Upp = Ugg
DO oo DT MUCC
Eingengsreststrom I U 4,75 ¥ 1 wh
{(Pin 20) 20 6QG -
E‘/UPR = ‘UI 5:5 ¥
A'C coo A 11 M'USS
TE = USS
DOcee DT = Ugy
Ausgengasrestaetron I cUpe = 5,25 ¥ 0,07 mh
UIL = 0,8 V
UIH = 2,0V
UE/Upy = 5,25 ¥
A QOeweh 11 Boy dal
bei OF = Uy
fir UO = 0 Vo e
DOcee DT = Uy
~undf(irUOmS,5Vw
‘ DO e D7 = Uy
husgengsepenmmg L Uez, Usg = 475 V 0,8 v
; = W/UPR & UIL ‘= 0.8 ?
A0 cee 4711 wie bel
: lo = Hesgung




fma f Nt

Henpwert Kurzzeichen | MeBhedingungen min. MeX e -  Eipheit
Avggangsspsonung X Upg wie bel Uy =Hessung 2 v
statische Strom— I OB/ Uy = Uiy = 5,5 V 180 mh
sufnehme sktiv ce - ;%m n ,
statische Stromsuf- I TE = OE/u U 30. mh
nehme im Rubezustand OCR. PR H

= 5,5V

+ Bingengskepazitls Cy 6 pF
(au.@@r Pin 20}
Bingengskepazl tét C 20 PP
{Pin 20} 120

husgengskepazltil GO 12 pF
( mri-'?VU U 5oavu Upy 2 2 V5 of. =25 °C)
ce ’ In* VoL IH* “OH ¥ ap
Kennwert Kurgzzeichen Kebbedingung U 2732 C 35 U 2732 C 45 [ U 2732 ¢ 55 Einheit

min. | max. | min, | max. jmin. | mex.

Adressgenzus % 350 450 550 ne
griffeseit AVDY ,
UE-Zugriffazeit = toypy 350 450 550 ne
Verzbgerung 08 - tornv 120 120 120 ns
Ausgeng aktiv .
Verzdgerung U8 - tounz 100 100 100 ne
Avsgeng hochohmig »
Verzbgerung Chb = g 100 100 100 ne
Auvsgeng bochohmig .
ta’tiacne Stromeuf- I Upp = 25 V - 30 30 30 mh
nahme &n wihrend PR2P R . .
des Prograﬁ%ierimpa

Progremmierbvedingungen
Kennwert Kurzseichen | Helibedingung mine. type MBX o Einhei
Programmierspennung Upg Upe = 5 V +s5 4% 24 25 26 v
Betriebsiemperatur ﬁap ' : 20 25 30 %
hdressenvorhsltezelt taver 2 Jus
Detenvorhaltezelt tpver 2 . /us
Adressenheliezelt Yoy Q [,us
UB-Haltenelt *op, 2 /8
Desenhalterelt tcupx 2 ) Jue
Verzdgerung UF - % . o 120 ns
Auggeng hochohmig CHDZP o .
Ti-Zugrisfezeit im t TE = U 1 s
Progremmierbetriebd CLIVE L /
Progremud erimpulsdaver  topop 45 50 55 me
Upp = Anptlegezelt toax 50 - ne

el

Upp = Setzzeit I Yrren P4 /,_uﬁ
U?R - Setzzelt .H ﬁ‘P}%GL 2 /us :
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Bild 4:° Dynemisches Verhelten
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Bild B: Blockscheltbild

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft Uber Liefermglichkeliten und belmheltet keine Ver-
pipdlichkeiten zur Produktion. Die giltige Vertragsunterlage beim Bezug der Bavelemente
ist der Typstendard. Rechisverbindlich ist jewells dle huftregsbestétigung.

inderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalien.

Die Beh&nﬁlmﬁgsvorschrift@n fiir MOS-Beuelemente sind unbedingt einzvhelten, da anderne

falls eine Reklewation nicht suerkennt werden kann.
D% 1&6



Die vorliegenden Datenblitter dienen
ausschlieBlich der Informationt

Es konnen daraus keine Liefarmé

lichkaiten - oder Produktionsvarbing-

lichksiten abgeleitet warden.
nderungen im Sinne des techni-

schen Fortschritts sind vorbehalten.

Herausgeber

vebh appliketionszentrum eleldronik berin
i veb kombinat mikoostiekiaronil

Mainzer StraBe 25
Berlin 1036
Telefon: 5 80 06 21, Telex: 0112881, 011 30568




Vergleichstyp . '
HM 6516 o 2/86

vorléufige technische Daten

Hersteller: VEB Zentrum %ur Forschung und T@eﬁm@é@ga@
v Mikroslektronik Dresden

Statischer Schreib-Lese-Speicher mit wehlfreiem Zugriff (sRAM)

- Speicherkapazitét 16 384 Bit

-~ Orgenisation 2K x 8 BitF

= Typspektrum : U 6516 DG 15 (Grundtyp)
UL 6516 DC 15 (Selektionstyp)
UL 6516 DG 15 (selektionstyp) N
U 6516 DG 25 _ (Anfallsyp)

- Zugriffszeit 150 ns {(fiir U 6516 DG 15, UL 6516 DC 15 und UL 6516 DG 15)

250 ns (fiir U 6516 DG 25)

- geringer belstunvsverbrauch auBerst geringe Ruheleilstung

~ Betriebgspannung + 5V + 5%

- gemeinseme (bidirektionale) Datenein=/-gusginge

- 2 Enable - Signale

- Tri-state = Ausgangsstulen

- hdreBlatch ~ demit nur getakteter Betrieb moglich

- DT -Kompatibilitét fir alle Anschlisse )

- Detenerhalt bis zu einer Betriebsspannung Uys = 2 7 ("Schiafzustend")
= 24-poliges DIL=PlastgehBuse

- Ungebungstemperatur =25 cce +85 °C bzWe O eee 70 °

C
- intezrierte Schutzschaltungen in allen Eingtngen
- CMOS=Herstellungstechnelogie



- {larkierung bezeichnet Seilte mit Pin 1)

I
P
SHcAcicizicicichalrisie

Pivbelegung

TEEESEE
&

Pin Belegung

AD bis AZ AdreBeinginge

Do bis D7 Datenein~/-ausginge
oj0 ' Chipsuswahl <

Lese=/Schreibsteuerung
Datenausgangsektivierung
Betriebsspannung

Hasse

(R

femm— % QE

SRAM

Ll

a7

0z

J3

D4

05
6
D7

)

S— S

Bild 1: Aﬁsch;uﬁbelegung
urid Scheltzeichen



Ab 1 Adrefi- Cevler - Se R
loéch dekoder pEChermatrix
AT —= | 726 Zedderr x 128 Spallen
AC o] ' ‘ .
Adtress- Spalter- | /eseverstérker
43 ] “, atch ‘ 7| dekockr unc Schrebsch cz/z‘gﬁg

1

R I
WE oei - )

& : | reiber - und Fmpianger-

- ; schallurg
. P : (brchrekiionole Daleri-}

CE ‘ e ‘ e . - Ousgéﬁgﬁ)
UCC ] ) . g@ o %i—}?
Ugg e

- Bild 2: Blockschaltbild

Funktiongbeschreibung

Der sR4M U 6516 D besteht aus folgenden Punktionsgruppen:

=~ Speichermetrix mit Jje 128 Zeilen und Spelten (16384 BlT> S
- fdreBlatch fir 11 Adressen '

- Zeilendekoder

.= Spaltendekoder

- Treiber~ und Empféngerschaltung

= Leseverstérker und Schreibséhaltung

=~ Bin=/fusgabe= und Zyklussteuerung

Der U 6516 D kann in den Betriebsarten Tesezyklug, Schreibazyklus und Lese=/Schreibzyklus erbeiten.
Die Betriebsarten sind mitdtels der Signale (%, OF und W3 steuerbar.

Die Auswahl des Speichers erfolgt mit dem CE-Signel (0B = L), nachdem vorher mit der H/L-Flanke

desg (E~Signels die an den Adr@ﬁpins snliegende Adresse in des AdreBletch Ubernommen wurde, die dort
{(bis zum Beginn des nEchsten ILyklus) zwischengespeichert wird. Die Aklivierung der Datenausginge

DO bis D7 erfolegt mit dem OE-SiZnel (OB = L).



-

In der Betriebsart "Lesen" (VI = H) gelangt die in den jeweils adressierten 8 Speicherzellen
{("Byte"-Organisation) stehende Informstion bis zu den inmeren Datensusgingen (sog. "internes Lesen"):
nach Aktivierung der Datenausginge durch das OR-Signal steht diese Information an den Datenpins DO
bis D7 zur Verfligung. ‘ ‘

Bei der Betriebsart “Schreiben” wird bel CE'=.WE = L, UE = ¥ die Information in die adressierten
Spelcherzellen geschrieben. : )

In der Betriebsart "LesenmSchQEiben" werden in einem Zyklus die Speicherzellen gelesen; anschliefend
werden die gleichen Zellen erneut beschrieben. ’

Betriebsart ' E WE oF : Detenpins DO ... DT

Ruhezustand H beliebig beliebig Ausgang hochohnmig, BEingang gesperrt
(nicht ausgewshlt)

luternes Lesgen L H : H : Ausgénge hochohmig, Einginge gesperri
Lesen L i H L husgang sktiv, Bingeng gesperrt
Schreiben L L H o Ausgeng hochohmig, Eingang aktiv

Anmerkung: Soll beim Schreibzyklus das 0E-Signel beliebig sein, gilt

g

jie T : ; 2 2
. dle Forderung  typey £ Popoy Wad typem £ Yopope

Der U 6516 D kann auch im sog. "Schlafzustand" (d.h. Reduzierung der Betriebesspannung bis zu 2 V) betrie
werden, wodurch, bedingt durch die demn vorhendeme &uBerst geringe Stromeufnehme ("Schlafstrom™),
eine Spelicherung elngeschriebener Daten Uber léngere Zeit glnstig mdglich ist.

Technische Daten

(Alle Spennungen sind auf Ugg = 0V hezogen)

Grenzwerte
‘ Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspanﬁung Uaq o =03 7 v
Speannung en allen U =03 Upgt0, 3 v
Eingéngen
Verlustleisgtung et - 1 W
Betriebstemperatur 4 -25 +85 1) °c .

0 70 @) %

. 0
Lagertemperatur stg =55 +155 G
Betriebsbedingungen
statische Bedingungen
Kurzzeilchen mine maxe Binhel?

Betriebsspannung Uac 4,75 9925 ¥
L=Eingangsspannung ] UIL =0, 3 0:8- v
H=-Eingsngsspannung UIH 2 UCC+O93 v
Schlafspannung Usces 2 v
AdreBverhalizeit vl 10 1 s
Umgebungstemperatur @é =25 +85 ;% 430

o} 70~ C

1) gi1% fir U 6516 DG 15, UL 6516 DG 15 und U 6516 DG 25

2) gilt fir UL 6516 DO 15



efev . - . [V VI VIV

Dynemigche Bedingungen

U 6516 DG 15, UL 6516 DG 15

UL 6516 DC 15 U 6516 DG 25
' Kurzzeichen min. mex. mine. mex. Birnheit

AdreBvorhelte- t 10 - 10 - ns -
zeld ’ AVCL ' N
AdreBhaltezeit tCLAX 50 - 50 B .ons
Datenhaltezelten Lo : o 7

tCHDX 0 - 0 - - ns

YwEDz

SoHpz ‘
WE=Lesevorhalte= Syme, 0 ’ - 0 - ns .
zeit : ' .
Lese=Schreib=Ab- - ' 0 : - 0 i - ns
stand - QWL : .
' G -Low-Impuls~- % 150 - 250 - ns

CLCH .
dauer . :

toopp 1) 280 - - 470 - ns
5EmHighmImpuls= h. 50 : Do 140 - ns
dsuer CHCL
ﬁWEmLOW;ImpulSm T 60 - 100 - ' ns
fener 3 1 130 - 220 - ne

WLWH2 ) .
WE~Impulevor= b 60 - 100 T ns
hsltezeitfen WLCH -

Sorwm ) %0 - - - 250 - ns

1 . e
_ by oo 130 - 220 - s
te= - 60 - 100 P k:

ggziggorhalbe Tover ‘ 10 ns

tDVWH 60 - 100 - ns
Zykluszeit tCLCL 200 ¢ . - 390 - ns

. 1)

tarcone 330 - 610 = ~ms

B Werte gelten nur flir Betriebsart "Lesen=Schreiben!

Kennwerte .
UL 6516 DG 15
U 6516 DG 15 UL 6516 DC 15 U 6516 DG 25

Statische Kennwerte

Fine
Kurzzeichen mine ) meXe mine meXe - mine mMeXe heit

stromauvinahme

£ =1 IHz .
= 7

UI 0 V bazw. UCC

Betriebse= Tag . 50 - 20 - 20 mh

IO = O mA

- QO
Ugg = 5 Vs ”i = 25 °g

=1
g
N
<
i
Ui
B

Ruhestrom=
aufnahme

Upg = 5,25 7
Up = O

CCSB 50 Jus

T=

I 0 mA

O:



Statische Kennwerte

Kurzgzelchen

U-6516 DG 15

mine

UL 6516 DG 15
UL¢6516 DC 15

meXe. mine meXe

U 6516 DG 25

min.’

Ein-

max e heit

Schlafstrom- I
auvfnahme

U =2V

ccs
ac
=07
Ig = 0 mA

. L-fusgangs~
spannung

;IO=392mA

Uor,

Hefusgengs=
spannung

IO =-1 mh

Uon

Il

Zingengslecke=
gtrom

UCC = 5,257V

<
0 é,UI & Une ’

Eingangskapau/ CI
21tEL -
Up = oV

£ = 11Hz

Dynamische Kennwerte

Kurzzeichen

:é,4

-1

U 6516 DG 15
UL 6516 DG 15

mine.

20 = 3

0,4 - 0,4

+1 ] IR B

UL 6516 DC 15

mexXe

2,4

=1

U 6516 DG 25

mine

naXe

20 /uA

O - v

g /uA

Einheit

Zugriffszelt
angegebene Aus-
gangsbeschaltung

Sorgv

Verzidgerungszelit dex
Datensusginge
U = 5V

& o= 25 °C

a

angegebene Ausgangs-
beschaltung

Verzdgerung CE=Ausgang t
aktiv

angegebene Ausgangs—
beschaltung .

Verzbgerung Ch-Ausgang
hochohmig :

0y = 50 pF

150 -

10

60 -

250

100

ns

ng

ne

ns

Die éynamisohen Kennwerte tCLQV* tOLQV und tCLQX beziehen sich guf nachstehende Lastsohaltung.'
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Bild 4: Lesezyklus (VE = HIGH)
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Bild 5: Schreibzyklus (OF = BIGH)
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Bild 6: Lese~/Schreibzyklus

Applikative Hinweise

Das U 6516 D - Typepektrum vereint geringe Zugriffszeiten (150 ns bzw. 250 ns) mit geringen Ruhe-
stromen (50 /uA bzw. 5 /QA) und Schlafestromen (20 /uA bzw. 3 /uA) und bietet auéerdem, besonders
fir die Rechentechmnik, glnstige Systembedingungen, wie Byte=Organisation, 2 Enable-Signale, Pin-
kompatipilitdt zu dem entsprechénden EPROMwTyp U 2716 C und die TTLmKompatibiliféte :

Durch die 3yte~0rganisation vereinfacht sich der Systementwurf von Speicherbldcken sowie von Iikro-
rechuer-Minimalkonfigurationen (z. B. Einplatinenrechner). ks wird ein - hinsichtlich Platzbedart
ﬁnd Trasslerung - glnstiges Lelterkarten~Layout erreicht sowie, da jewells nur 1 Speicher-Schalt-
kreis (bei 8 Bit-Rechmer-Systemen) aktiviert werden mulB, eine geringere Betrilebsstromeufnahme des
Systems. '

Durch das zuséizliche Znable-Signal OF wird eine vom (a-Signal unabhingige Aktivierung der Daten~
ausgénge DO bils DT erreicht. Bel CZ =L und 78 = OF = H werden dle gelesenen Deten des Speichers in
des Ausgengslatch dessellben gebracht; parallel dazu ktrnnen. - da die Datenpins des Speichers noch
hochohmig sind - bel einem entsprechend‘gewéhlten Tikrorechnerbus suf dessen Datenleitungen berelts
Datentransporte erfolgen. Das GEwSignal erlaubt ealso bel richiiger Handhabung eine Verbesserungyder
Systemdynanik. Die Pinkompatibilitdt zum EFPROM U 2716 C gestattet die Reslisierung von "Byte-wide! =
Xonzepten und ermdglicht demit die rmultivalente Verwenduug vorhendener-iiikrorechnerleiterkarten,

de e Bestlickung wahlweise mit U 6516 D oder U 2716 €.

ompabillitét aller Pins gestattet die Verwendung von Schaltkreisen der D, DL. und DS=Reihe

Die UL
o

Zur Ansieuerunsz.

Des tdreBlatch des U 6516 D bletet nur im Systemeinsatz mlt-elner CPU, dle gemeingame Daten- und
AdreBleitungen auvfwelst (z, B. U 8000),: dynamische Vorteile. .
Durch die relativ niedrige Betriebssiromaulfnshme sowle dle ZuBerst geringen Ruhe~ und Schlafstrtme
ist der U 6516 D pridestiniert fiir den Tinsatz in batteriebeiriebenen Cerdten der kommerziellen
Llektronik sowie in Geriten, bei denen die eingeschricbencn Bitmustcr gegen gewollte oder (un=

glinstiger!) zuf8llige Abschaliung der Hetzspammung. geschiitzt werden sollen (d. h. Betriebsspanmmngs-

vulfferung) .



2700 - o e -

Pir eine derartige Betriebsspanmungspulferung gelten einige, im folgenden zusammengestellte, grund-
s&tzlichen Bedingungen. Fur die Umschaltung der Systemspannungsversorgung suf die Batterieversor-
gung ist eine Umschaltlogik erforderlich, die die bel Netzausfall entstehende Absenkung’der Vere
sorgungsspannung suf weniger als 4,75 V erkennt und noch entsprechende "Vorarbeiten", d. h. Beendi-
gung des gerade laufenden Speicherzyklus {gef. "Pufferkondensator® erforderlich), die Umschaltung
vornimmt .

Es ist zu beachten, dal das E uwnd OF bei Batterievetrieb auf H-Totentiels liegen mub (d. h. An-
schluf tber 100 kOhm=Vidersténde an den UCC ~ Pin des Speichers). '

Alle anderen Eingéngeres Speichers (WE, Adressen und Daten) werden lber 100 kOhm-Widersténde eben-
falls an das chmPin degs Speichers bzw. an ilasse angeschlossen. - »
Speicherangriffe sind erst wieder erlaubt, wern dle Betriebsspannung wieder 4,75 V erreicht hat und
(positive CS-Impulsdauer) vef~angen ist. Yrinzip .einer derartigen Schaltung ist im

&

die Zelt tCHCL
folgenden dargestellt .

it
Fehlermeldung , Spannungsausfal

Kivald : %e«&riebs&gamuﬁg
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Bild. 7: Betriebsspannungspuiferung
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' Dis vorliegendsn Datenblitier disnen
ausschlielllich der information!
Es konnen daraus keine Lisfermag-
lichkeiten -oder Froduktiensverbind-
lichkeiten abgsleitet werden.
nderungen im Sinne des tachni-
schen Fortschritie sind vorbehalien.
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2/86
vorléufige technische Datern

Hersteller: VER Zentrum fir Forschung und Technologie
Mikroelektronik Dresden

Einchipmikrorechnerschaltkreis

- meskenprogremmierberer 4 bit-Einchipmikrorechnerschaltkreis in CHMOS-Technologia
- Binsatz vorrengig fir Steueiungsn und Zeitgeberaufgeben in batteriebetriebenen Gerdten

- mit minimalem Aufwand kodnnen Systeme mit LC-Anzeige und Tastatur (2 x 4 x 4 Tasten oder 2 x 4.
Schalter) reglisiert wexden

- typische Binsatzgeblete sind Fermmeldeendgerétetechnik, Automa’cisierungstechnik§ Unterhal tungs-
elektronik, Spielzeuge und Hausheltgerdte

-~ Programmspeicher 798 x 16 bit, Datenspeicher 64 x 4 bit

- Datenspeicher ist extern durch Schaltkreis U 8246 P erweiterbar

Abmessungen )

Bauform 51.1.1.2.64 .
TGL  26713/04 ’
Plest-Chip-Carrier GehBuse PCC 64
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1} Markierung - kennzeichnet Pin t

Bild 1: Geh&usé ..
2) Aufsetzflache

Funktionsbeschreibung

Der Binchipmikrorechner U 8047 P benttigt Tir die Funktion nur eine minimele Anzahl von externen
Bauelementen (Quang einige Widerstinde und Kondensetoren). Seine internen Funktionsgruppen werden
durch die drei Bus~Systeme

= RAM-BUS 4 bit

- ALU=BUS 4 bdit:

- ROM=BU3 16 bit

mitelnander verknipft.

Arithmetische und logische Einheit ALU

Die 4-bit-ALU flhrt die Funktionen UND, ODER, Addition, Subt;aktiong Inkrementierung, Dekremen-
tierung, Vergleich und Verschiebung aus.

Register A uund B

Die Register A und B dienen zur Speisung der ALU, wobei das A-Register die Punktion eines Akkumu-
lators ausfihrt und das B-Register als Hilfsregister fiir die Bereitstellung des zweiten Operenden
arbeitet. '

Datenspeicher 64 x 4 bit (RAM)

Die im Befehl eadressierten Quell- und Zielregister sind Bestendteil des RAM. Alle Register des RAM
sind gleichwertig verwendber. Der RAM kenn beim Systemstart oder nur durch den Befehl CLM mesken-
programmierbar genz oder teilweise gelbscht werden. Der Datenspeicher ist extern durch Anschaltung
von U 8246 P erweiterbar.

Befehlsspeicher 798 x 16 bit (ROM)

‘In dem maskeuprogremmierbaren ROM ist das Anwenderprogramm sbgespeichert.
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Befehlsz&hler (PC)

Der 10 bBit-PC stellt die Adresse fir den Befehlsspeicher bereit. Der PC wird beim Befehlssufruf in-
krementiert bzw. bel Sprungbefehlen mit der Sprungsadresse geladen. Diese kenn direkt Bestendtell
- des Befehls sein (direkte Springe JNP, bedingte Springe JMPO, JUPI, Sprung in ein Unterprogramm
JMS), sich aus einer Anfengsadresse einer Tsbelle und dem Inhalt eines Registers zusammensetzen (JIN)
oder die Riickkehradresse aus deﬁ*Unterprogramm'sein (RET, LMCR). Beim Systemstsrt oder durch ein
RST-Signel wird der PC suf Null zurlickgesetszt.

Stack
Der Stack dient zur Abspeicherung von zwel Rickkehradressen sus Unterprogremmen.

Jump-Flag

Das Jump-Flag hat in Abhéngigkeit von dem jeweils ausgefuhrteh Befehl verschiedene Funktionen.

Eg wird in Abhéngigkeit vom Ergebnis der durchgefihriten ALU-Operstion beschrieben. In AbhEngigkeit
vom Zustand des JF kdnren bedingte Springe- ausgefihrt werden. Beim Systemsteart wird das JF ruckgew
getzt. Der Befehl STBY setzt das JF. ’

Osziligtor,. Teilerkette Betriebsartenstederung

Der Oszillator ist fir den Anschluf eines Quarzes mit einer Frequenz von 2 MHz bis 4,5 MHz vorge-
sehen. Bntsprechend der jeweiligeq Kaskenoption kann Uber das Pin FIO 1/8 Togp Bus= baw. eingegeben
werden (Betrieb von mehreren U 8047 P mit einem Quarz). Die Teilerkette stellt die Ansteuerfrequen -
zen fir die interme Steverung, das LCD-Interface und flr die Zeitgeberperiode zur Verfiigung.

Allgemeine Datenein- und-ausgaebe

Hierzu gehdren die Funktionsgruppen
~1/0-Ports 4 ... 7 (maskenprogremmierbar)
=BD=Port

Die I/O;Ports 4 co. 7 suind bidirektionale ¢ bit-Ports, die in der Ausgeberichtung gepuffert sind. .
Nach einem OUT-Befehl steht das Datenwort an den Ausgingen so lange statisch zur Verfigung, bis

- @s durch einen ermeuten OUT-Befehl iliberschriecben wird oder
- durch einen IN—Befehl das Port suf Eingabe geschaliet wird oder
- durch ein RST-Signal slle Ports hochohmig geschaltet werden.

Durch die Maskenprogrammierung kann die Aufteilung ianC— und I/0-Ports festgelegt werden.
Dasg BD-Port ist ebenfalls bidirektional susgelegt und in der Ausgeberichtung gepuffert. Zum BD-Port

gehiren noch zwei Steuersignele, die die aktuelle Uberiregungsrichtung und die GUltigkedit der Daten
enzeigen. Das BD-Port kenn lber die Maskenprogrammierung in den Betriebsearten:

- RAM-~Mode (zum direkten AnschluB der Speichererweiterungsschaltkreise (U 8246 P)
-~ Hendsheke-Hode (zum Anschluf allgemeiner per;pherer Baugruppen)

arbeiten. Die Ubertragungsrichitung des BD-Ports wird durch die Befehle DI und DO festgelegt.

LCD-Interface

Hierzu gehlren die Funktionsgruppen

- LC-Register (LCR)

- Zeichen~-ROM (Z-ROM) filr 2 z 16 Zeichen mit je max. 9 Segmenten, maskenprogreammierbar
- LOD-Riickseitensignalerzeugung :

= LC-Ports O ... 7 (maskenprogrammierbax)

- LO-Spannungsstabilisierung

Das esuszugebende Zeichen (4 bit~Codierung) wird im LC-Register gespeichert und iUber den per Befehl
ausgewshlten Z-ROM in die Segmentdarstellung umgewandelt und: an das adressierte LC-Port ausgegeben.



Mit den DIB-Befehlen kenn ein Blinken der jeweiligenADisplay-stelle angewliesen werden. Die Blink-
frequenz und die filr jedes LC-Port mdgliche Vornullenunterdrickung sind maskenprogrammierbar.

Der LC-Spemnungsstabllisator wird zum Kontrastabgleich des LCD mit einem Widerstand extern beschsl-
tet.

Maskenprogrammierbar sind die LCD-Ansteuerverfehren

N ) Direktansteuerung
. 11y 2~Phasen~-Multiplex~Ansteuerung. .
. IIT) 3-Phasen~lultiplex-Ansteuerung

o iV) Direktensteuerung ohne Benutzung der 2-ROM's.

Tastatur~-Iinterface

An die beiden 4 bit-Eingsbetore TO und T1 kimmen mex. 2 x 4 Schalter angesehlossen werden. Bei Be-
‘avtzung des T aus 4 decodierten 2 biit-Tagteturzéhlers KC konuen 2 x 4 x 4 Tasten angesteuert werden.
Fur die-Unterstlitzung der Testatursbirege ist ein Encoder implementiert, der eine Prufung auf einen
\ g&ltigen‘l‘aus 4 Code vornimmt uvnd mit dem skituellen KC-Stend ein 4 bit-Wort bildet. Das Tastgturw
Pin 703 keann maskenprogrammierbar zur Ausgabe einer Alarmfrequenz verwendet werden. )

Die Alermfrequenz ist meskenprogrammierbar.
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" Bild 3: Blockschalthild
Pinbelegung
Pin Signal - Richtung Bedeutung
1 P39 A/B y LCD-Tor / I/0-Tor 6
2 P40 A/B LCD-Tor / -I/0-Tor 6
3 P41 A/B LCD-Tor / 1/0-Tor 6
4 P42 A/B LCD-Tor / I/0-Tor 6
5 P43 L/B LCD-Tor / I/0-Tor 7
6 P44 A/B LCD-Tor / 1/0-Tor 7
7 P45 A/B LCD-Tor / 1I/0-Toz 7
8 P46 A/B COM 4 (nur bel LCD-Version III + IV:
Riickelektrodensignal flr Versicon IV)
1/0-Tor 7
9 RO B )
— )
10 . R% B ) Pins fir den Betrieb
1 55 B % im.Tesﬁzustand
— )
12 i3 B
13 0D, READY A/A

Richtungsengabe f. BD-Tor/Ausgabebereitschaft



Fortsetzung Pinbelegung -

Pin Signal _Richiung Bedeutung
14 STB, QUIT A/E ' Giiltigkeitssignal f. BD-Toxr/Ubernehmequittung
15 BDO B‘ . BD-Tor !
16 T Upp ‘ ‘ Betriebsspannﬁng
17 BD1 - B )
18 BD2 B g BD=Toxr
19 BD3 B %
20 KCO A )
21 KC1 A g
: ) Tastaturabfragesignale
22 S EKC2 A ) : ~
23 . KC3 A %
24 T10 E )
25 711 1) §
) Tastatureingabetor T1
26 792 E )
27 . T13 B %
28 10O E % Tastatureingabetor TO
29 TO1 E J
30 i TOQ‘ B ;
31 703, ALOUT B/A Tagstatureingabetor TO/Alarmesusgang
32 Ugqg Messe
33 k FIO A/E Frequenzaus- Dzw. =eiﬁgang
’ (1/8 £455)
34 BEXSTA B Riickkehrsignel aus dem Stendby-Zustand
35 SYN B synchrones Anhalten des ENR
36 RST E Ricksetzen (Weustart)
37 FEST E Testmodussteverung
38 CLEX A Prozessorgrundtakt fir Betrieb im Testzustand
39 OSCIN E Quarzenschlub
40 0sCQUT B QuarzenschlufB
41 Uprg Displayspannung
42 R AnschluB f. Kontratsabgleichwiderstand des LCD
43 UM A COM-Mittenpotential UPM, Anschlul des Glattungs-
kondensators CG2 Blinksignal (AnschluB eines sténdig
blindenden Segmentes bei LCD-Version I) -

44 NeCo : ) -
45 com3 A ) -
46 COM2 A ‘3 LCD-Riickelektr.-signale
47 comt 2 ) '
48 P22 A
49 ’ P23 A % LCD=Tor

%

50 P24 A
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Fortsetzung Pinbelegung

Pin Signal Riéhtung - Bedeutung

51 P25 A .

52 P26 A % XLCDwTor

53 P27 A %

54 P28 5 )

55 P29 A 3 LCD-Tor

56 P30 A § |

57 P31 A£/B 4 LOD-Tor /° 1/0-Tor 4
58 P32 4/B LCD~Tor / I/0-Tor 4
59 P33 A/B LCD-Tor /  I/0-Tor 4
60 P34 a/s LCD-Tor / I/0-Tor 4
61 P35 A/B 1LoD-Tor / TI/0-Tor 5
62 P36 /B LCD-Tor / I/0-Tor 5
63 P37 A/B B LCD-Tor / I/0-Toxr 5
64 P38 &/5  1CD-Tor / 1/0-Tor 5

E: ZIDingang A Ausgang B: Dbidirektional

Die jeweiligen Funktiomen von doppelt belegten Anschlissen werden Uber Maskenoption festgelegt.

Die Belegung der LCD-Ausgabetore héngt von der Ansteuerversion I, IT, III oder IV eab.

Technische Daten

Alle Spennungen sind, wenn nicht anders/angegeben9 auf USS = O V bezogen. Die Behandlungsvor-

schriften fir MNOS-Bauelemente sind cinzuhalten. .

CGrenzwerte
Kurgzeichen min. nax. Einheit

Betriebsspannung Upp =0,3 7 v
FEingengsspannung Ug ) =0,3" UDD+O,3 v
externe Spennung an den - Ug =0,3 UDD+O,3 v
Ausgéngen .

Spannungsenstiegsgeschwin- 8 0,5 V/ns
digkeit f. Betriebsspannung

sowie Bin- u. Ausgengs-

signale
Betrag der Spannung zwi- U 7,6 hi
schen zwel beliebigen An-

schlissen (auBer UDD und
Usaq)

355
Verlustleistung PV 100 mw
Lagerungstemperatur 4§tg =55 125 ‘¢



Betriebsbedingungen °

Die Zeitangaben beziehen sich auf den Bebtrieb des U-BO4T P mit einer Osszilletorfrequenz von.
fOSZ =_4go MHZ .«

Kurzzeichen min. ‘ izl o Binheit

Betriebsspentung Upy 3 5,25 v

© Bingangs-LOW-Spannung UIL : o =0,3 0,4 v

Eingongs~-HIGH-Spennung U . U054 Unrn =033 v

(auBer TQ, Ti1-Pori) I - DD

 Umgebungstemperatur

. U 8047 7B 4 5 55 °c
. U 8047 PG £ Le25 85 e

Lastkapaszitit Y
LCD=-Segmentausg. CLLCD 200 pE
LCD-Riickelektro- o s 1500  pF
denausg. Loom
I1/0-Port'e " Cupp 200 P
‘ODb=Ausgang (READY) OLOD 200 pF

_ SIB-Ausgang CﬁSTE . 200 PP
ALMwAusgangk CLAL 100 pk .
KC-Ausginge CLKC SOOk QF
EIOwAusgang CLFIO 100 pF
TOO see T13 Cyp 100 pF
(bel Verwendung
von gepulsten pull-~
down-Transigtoren)

Lestwiderstand :
LOD-Segementausg. RﬁLCD . - 500 ‘ - MOhm
LCD-Rickelektro~ ; . } ) I
denausg. RLCOM 20 MOhm

Quarzoszillatorfre- fOSZ 2 ) 45 MHz

quenz ’ i

Daktfrequens em | frrg ’ 250 - " 562,5 - kiz

FIO-Eing.

© Flenkenenstiegs=— bawe A

abfallzelt an
OSCIN/0SCOUT $o50 5 50 ns
FIO : : tTFIO 20 500 ns
R3T tTRST 20 500 ns
1/0=Poris ) tpro 20 - - 500 ns
QUIT tTQU 20 100 ns
EXSTA tTEXS 20 100 ns
SYN | % 20 100 . ns

TSYN
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Kurzzeichen mine MEX Einheit

Datenhaltezeiten en den

Bingéngen
1/0-Ports ty1o von T4H ns
bis T6H
BD~Port .- tHBO von T3H ns
bis T6H
T0=, T1=Port - Bem - von TTH . ns
- bls T8H
Impulsbreifen an
RST tRST 1000 - ns
50 Ty TZYKL 1,5 TZYKL ns
QUiT . Yoyrr o o mgyEL 2 TZVED s
o BASTA tEXS 1000 ' ns

1 GroBere Lastkapszititen sind prinzipiell moglich, wobel zu beachien ist, daf die angegebenen
dynemischen Kennwerte denn nicht mehr eingehelten werden kounen.

Statische Kenngrifen

Alle Spennungen sind auf'qu = 0 V bezogen.

hurzzeichen min. max. Binheit Bemerkuugen

mittl. Stromauinehme ) . .
Arbeitszustand IDDT 0,8 mA UDD= 5:25 V, fOSZ:4 lHz
Stand by Ions 0,4 mh UDD=‘5’25 Vs fOSZ=4 ¥Hz
Shut down IDDB 0,02 mA UDD= 5,25V, fOSZ=4 MHz

Ausgangs-HIGH-Spannung an

I1/0-Port's Uonto . Upp =0, 3 ) v . )
3D-Port Uoimp ’ UDD4093 Ly v
OD-Ausgeng Ussop : UDD“O’B ’ v ) v 1?
§TB-Ausa. UonsTs Upp=0+3 v D
ATH-Ausg. Uoma U043 v 1)
KGwAusgo’ Uomxe , © Upp-=0,2 v 2)
PIO-tusg. Uogrto U053 » v 2
igz;?egmentw Ugrt.om Upq =051 Up 40,1 ¥ 3)
LeD-Riickelek-  Upgooy Upp=0+ 1 v 3.

trodensusg.



Kurzzedchen min. . max. Einheit Bemerkungen

Ausgangs~LOW-Spannung
an
: ‘ : 1)
1/0-Ports - Yoo . 0,3 v
BD-Port Uorzp S 0,3 v 2
O0D=Ausg. Uon0p 0,3 v n
STR-Ausg. Usrems “0,3 v 7
. BLM-Ausg. oAl 0,3 V. h
, ‘ 2}
KC=Ausge. UOLKC 0.2 v
FIO-Ausg.  Upppro 0,3 - v N
LeD-Segment-Ausg.  Ugrrop , Upy=0,1 Upp#0,1 ¥ 3)
. : 3)
LCD=Riickelektro- v - U =0,1 U +051 v ’
denausg. OLCOM DIS DIS
Mittenspannung der Usrman Upe=0 1 U tO 51 v
Riickelektrodenausg. moow - P M
Digplayspannung Ur.op 2 - Upp=0,6 v Upop= Upp~ Uprs
Strom durch den pull- “Ton 10 60 /uA Upp = 4 V. -
up~Transistor P o
Uy, = 0,3V
Strom durch den pull- I 10 60 uh Unpy = 4 V
down~Trensistor pd / DD ’
. UIH = 2,7V
1) R = 12 xonm gegen 0,5 Upp,

2) R = 24 kOhm gegen 0,5 Upy

3) R = 1 WOhm

Dynamische Kenngrifen

Die Angeben sind giiltig fiir Ugy = 3.6 Vs & = 25 °C und £, = 4,0 MHz.

8
Kurzzeichen min., mex. Einheit
Oszilletoranschwing- tOSZ Q 250 oms
zelt
Botriebsbereitschaft L— 62,5 62,5 + togy ms
nach ! : :
RST-LH-Flenke
Portektivierungs-
zelten
1/0-Portts tEto / 0 4 /us
BD-Port tENBD 0 ‘ 4 /o8
KC-Ausg. o tENKC 0 2 ) /us_
ALM-AusSg. t

ENTO3 © 5 JuE
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‘Kuréze;chen min. maX,. -_Binheit
Portentaktivierungs-
Zelten
I/0-Port's ; pm1o 0 1 /?s '
BD-Port tDEBD 0 4 Jus
KCmAusge tDEKC O 4 /us
ALI-Ausg. ' 58703 0 5 Jus '
Datenumschaltzelt
i/O»Porﬁ's togTo - ' 0 . 4 ‘ /U
BD=FPort tCHBD 0 ’ 4 Jus

Fio

SRR FI ¥ PSR S

Befehl DO, vorhtier DI

{evap
BD e o e s e e e Ausgabe < BD- Register>
T4N
READY
TeH
Berari i vorter D0 ¢ pesp

8D Ausgabe < BD-Register>

FEADY : READY =HF

Beiehl_OUT 8D, SKC, vorher 50 fonap

I Auvsgabe BD-Register (alte Dater) 1% Ausgobe BD-Register (< SRC=)

75t T7H

READY

Eream

* . Beten. N BD swhe BD-Forl (RAM-Mock )

as
ourT
! gequ fawr
Rk {Reary

8D - Port { Handshake - Modk )

Bild 4: Impulsdisgramme

e
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Mnemonic Bedeutung Operation AR 'JF : =

THM DES,SRC kopiere SRC nach DES QES ¢ = RO &R IR

IMC DES,CST lade Speicher mit CST PED ¢ = CST CST JF

IMCR DES,CST lade Speicher mit C3T <DES) HEES CS’J}' CST JE

. "und Rilckkehr aus dem Lo s o= TACK
) Unterprogramm , ,. ‘
AND DES,SRC logisches UND QED i = AR VERD &Ry 1 wemn $ES = 0
- - . 0 wenn <}WES> #0
OR DES,SRC logisches ODER- QES ¢ = LD AERY Sy 7 wenn (ES = FH
‘ : . 0" wemn <PES £ FH
© ADD ‘DES, SRC bindre Addition mwit QES = QR + (RO + JRER 1 -weun {DESS > FH
' carry , N 0 wenn (DES> £ FH

SUB DES,SRC bindre Subtrektion wmit = DB : = B ¢ GRO + JFER 1 wenn OB > FH
carry ' 0 wenn <PEP & FH

INC DES inkrementiere Speicher= QESY = = @ES> + 1 QED. 1 wenn OEP = 0
inhalt ' 0 wenn QES # 0

DECEQ DES,CST dekrementiere Speicher- <DES> = <DES> - 7 <DE§> 0 wenn @‘ES> # O‘
inhalt, lade Speilcher o
mit CST, wenn Ergebnis . DB : = CST Hes 1 wenn QEP = 0
“gleich O e ‘

DECTT DES,CST dekrementiere Speicher- <’DFS> = <D.’i;5> = 1 <sz}5>‘ 0 wenn (DEY # TH
inhalt, lade Speicher : )
mit CST, wenn Frgebnis  PES> : = OST - QES 1 wenn DB = ¥H
gleich FH . / '

CHMCEQ SRC,CST vergleiche Speicher- <7RC> = G357 7 ) <S‘RC> 0 wenn @RC> # Co7T
inhglt mit CST, seize <SR(‘> 1 wenn @RC> = 0ST

‘ J¥ bei CGleichheit S ;

CMCLT SRC,CST vergleiche Speicher= RO < 0ST 7 ERO O wern SRC 2 CST
inhalt mit Speicher- ERO 1 wenn SRC < CST
inhalt, setze JP beil
kleiner nls o ,

CUM DES, SRC vergleiche Speicher— GRY = GBS 7 RO 0 wenn QRO # Quy
inhalt mit Speichers ; RO 1 wenn GRY = OB
“inhalt, setze JF beil .

" Gleichheit :

SHL DES,SRC Tinksverschiebung G ¢+ = RO + RO ErRO JiSB

von
nEsS

JUP ADR direkter Sprung nach @C> o= ADR <AR> JE
ATR .

" JHPO ADR bedingter Sprung nach PO : = ADR &R JF wenn JF =
ADR bei JF.= 0., O o= O+ 1 &R JP wenn JT =

JEP1 ADR bedingter Sprung nach <PC> : = ADR / QP} JF wenn JF =
ATR bei JF = 1 ED o= O 41 QB> J¥ werm JF =

JMS ADE Unterprogrammsprung ‘<STAC>> HE <P(> @@ JF

&P ;o= ADR
JIK TABLE,SRC indirekter Sprung &P : = TABLE ¢ 10H + RO RO J7
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" Mnemonic Bedeutung : ‘ Operatioh . AR ¢ = JF =
RET Rii.okke‘hr avs dem . <DC> IR @TAC@ - @@ Jp

Unterprogramm

SUT FRT, SRC Datenansgebe an I/0=Port PRD : = RO &R JPOPRT 4 . T
(Option)

OUTRD SRO Datenausgabe an BD=Port <G : = GRY : &R JPOHF : = 1
DTOG FRT,SRC Datenausgsbe an - - - B : = RO ErRY JP PRT O oo 7
v IC=Register, ZROM GrD> : = Growd ’ (Option)
9701 PRT,SRO Natenausegabe an e s o= GRS GRO JF O PRT O ... 7
L0=-Regigter, %ROWT G ¢ = GROMD (Option)

Ff

DTBC PRT, SRC Datenavegabe an 4w v = RO &R JF PRT O wee T
IG=Register, ZROMO, grD : = &roud (Option)
blinkende Stelle '

DR PRT, 5RO Detenansgabe an CdrDo: = RO -~ GRO  JF PRT O e 7

: ERD> : = GROE) ©© (Option) -

TN DES,TRT $r> = gED R JF PRT A2, 3, 8

DES Dateneingabe von Bb- &> o= &Y : Feh) HP .
Port in Speicher )

ENCTH DRg, PRT uncodierts Dateneine & ¢ = RTend R 1 bei richtigem
gabe V 1~aus=4=~Code
0 bei falschem
T=gus=4=Code
REC RG.: = 0 ; - & JF
3¢ ' Inkrementicren des KO 7= KC + 1 <§§>V JF ,
N rofhlers
SKCO ‘ ' atrobe Port TC und T ¢ = Tastatur <@§> J®
Inkrenent XC oo s KO o4 1
S girobe Port T1 und 1+ = Tastatur <§§> J¥
Inkrement KC KO+ = KOG + 1
SECOT ) gtrohe Porits 70 uand 70,1 ¢ = Tastatur Qﬁ§ IR
L 8% > Poris ] 0,1 ¢ agtatu ; ¥ ]
71, Inkrement XC ' O o o= EC o4+ 1
370 strobe Port TO ™+ = Tastatur . <§@> Jr
ST , strobe FPords T1 71 : = Tastatur Ey JP

7Ot S gtrobe Yorts TO,TT T0,1 : = Tagtatur &> Jr

nI : Richtungsumschaltnng & IR
RD=Port (Tingabe) .
Do Richiungsumschaltung : <@§> JF

B Port (Aus@abe}

ATTC mschalten des ALM=FF <@$ JF nach Systemstart
: ; ist das ALM-FF
aus

O50FR Oszillator ausschalten . <§§> JF  Systemsfal nmur
{shut down) : ‘ mit KST=Signal
IHTIV internen Timer ause ' LB Iy

wihlen und riicksetzen



Mnemonic Bedeutung Operation AR ¢ = JFP 3 =
EXTRG externen Trigger— . - : & JF
eingang auswdhlen '
STBY stand by : ' \ o dp 1
CLJF Loschen des JF ‘ ' & 0
CLM Speicher ldschen <Speicher> HEE @.@ JRE Bereich je nach
) : ' Option
NOP - keine Operation EB JF

Die vorliegenden Datenblitter disnen

augschiieBlich der informetion!

- Es kdnnen daraus keine Liefermég:
F lichkeiten  oder Produkticnsverbind-

lichkeiten abgéleitet werden.
nderungen im Sinne das techni-

schen Fortschritts sind varbehashten.

Herausgeber

veb applikationszentrum eleldronik berdin
irm veb kombinest mikroelelkeroniic
Mainzer StraBe 2&

Berlin 1035
Telefon: 58005 21, Telex: 011 2881 011 3055
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Hersteller: VEB Mékm@%@ktmmk Karl Marx” Erfurt

V 4050 D 6 nichtinvertierende Treiber-/Pegel=-

unsetzerstufen

V 4093 D 4 WAND=Gatter mit je 2 Eingdngen mit
Schmitt-Trigger-Verhalten

V 40098 D 6 invertierende Treiber mit Trisstate-
Ausglngen

V 40511 D BCD /7Segment-Dekoder

CMOS—Schaltkreise sind eine eigenst#ndige SSI/MSI-Scheltkrelisgruppe, die im Vergleich zu
TTL ~Schalthreisen u.a., folgende Vorteile aufweist:

- niledrige Verlustleistung bis .ca, 10 MHz (ermdglicht Einsetz in batterie-
gespeisten Schaltungen) :
= grofer Betriébsspannungsbereich (UDD = 3 coe 15 V), geringe Stebilisierung
. der Betriebsspannung erforderlich
~ hohe statische Storsicherhelt ) N
= Low-power-Schottky~TTl=kompatibel

Diese Eigenscheften erschlieBen CNOS~-Scheltkreisen  eine Reihe neuer Anwendungsmoglich-
keiten in Erginzung zu den TIL-Scheltkreisfamilien.

Die im VEB Mikroslekironik "Karl Marxz" Erfurt - Stammbetrieb produ21ertﬂn CHOS~S5chalt~
kreise sind in gepufferter Schaltungstechnik susgefithrt und entsprechén in ihren
Paremetern der internetionalen B=Serie.



SV .4050 D o 6 nichtinvertierende ireiber=/?§gelums§tz@rstufen

7] NC 3o— > b2
Eﬂ 06 5 o—f [>> L
16 7 ool > |6 ‘ - -
73] NC -
05 9 o—ro > ——010

03 [§ 15 R — > 012

3.0 0ok ot o

Ugg (el - 9] 14

Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen V 4050 D
Bauform 2

Der OMOS=Schaltkreis v 4050 D \ent’hélt/6 nichtinvertisrende Treiber=/Pegelumsetzerstufan.
Er ist in gepuffer%er:Schaltungstechnik (international: B-Serie) susgefihrt. Er entspricht
in den statischen elektrischen Kennwerten dem JEDECmStandardb(BmSerienmSpeZifikatipn)@

Die Eingénge sind mit integrierten Dioden~Widerstandskombinationen‘bezﬁglich dém~BezugSw
potential USS als Gateschutz versehen.

Fur den Einsatz als Pegelumsetzer darf das Eingsngssignal "H" die Betriebsspannung UDD

iberschreiten Uy -o& viz U, £ (e *78Y))

- Wahrheitstabelle
kEingang ln Ausgeang On
L L
H H .
n=1:..006
V 4093 D 4 NAND-Gatter mit je 2 Mingingen mit Schmitt-Trigger-Verhalten
1 o—— ST -
t11 3 14 Upp % .3
112 [2 3] 147 20—ST
vz .
02z [& mos & —
| 22 [} 003 5 o5t
121 8] JEIRE:VA 8 o——ST N ,
Ugg 7] BEIREL 9 ST 10
13 o——1ST , ’
& —o11
120——ST

Bild 2: AnschluBbelegung und Schaltungskuﬁzzeichen V 4093 .D

Bauform 1
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Der CMOS-Schaltkreis V é093 D igt in gepufferter Schaltungstechnik (inteérnationals
B-Serie) ausgefihrt und entspricht in den statischen elekirischen Kennwerten der JEDEC-
Stenderd-B-Serien=-Spezifikation. , ‘ e
Der V 4093 D enth#lt vier NAND-Catter mit Je 2 Eingéngen bedl positiver Logiks‘Alle Ein=
ginge weisen Schmitt-Trigger-Verhalten asuf. Sie sind mit integrierten Dicden<Widerstands-
kombinetionen als Gateschutz versehen. :

Wehrheitetebelle
a1 Ino N
r’/ L L H
H L H
L H H ‘
H H 1,
no= 1 ee 4 :
V_40098 D 6 invertierende Treiber mit Ari-stete-Ausgingen
CEL 4 ‘ 16 Upp )
t1 2 ) TE2
01 3 DR
12 [&] B 0% )
07 [E 716 . ‘ .,.,.m__D_,
| 3 I 1] 06 —deee | |
03 ﬂ_{_ﬁ 16 o D o013
Uss L& IR ._..m_m_,.,ﬂ
: S 17 o—rt [:> 1"

Bo—gCE2 | |
Bild 3: AnschluBbelegung unﬁ'Schaltungskurézeichen V 40088 D
Bauform 2 ’

Der CMOS-Schaltkreis V 40098 D enthélt 6 invertierende Treiberstufen mit fri-state-Ause
géngen. Er ist in gepufferter. Schaltungstechnik (international: B=Serie) ausgefiihrt. Er
entspricht in den statischen elektrischen Parametern der JEDEC-Stendard=B-Serien=3pezi=
fiketion. Alle Einginge sind mit integrierten Dicden=Widerstandskombinationen als Gate-
schutz verseheén. o o :

Die Ausglnge konnen Uber Freigabeelingénge in den hochohmigen Zustand gesteuert werden,
wobei der Freigabeeingeng CE 4 die Ausgénge BT .e. 04 und der PFreigabeeingang: CE 2
die Ausglinge O 5 und T 6 steuert. : :

Wehrheitstabelle
) ‘ I TE o
n m n
L L H nE e 6
L H hochohmig m= 4 firn = 1, 2,
H L L : 3, 4
H H hochohmig ) m=2flirns=5, 6




V 40511 D . BCD /7Segment=Dekoder

pe

7o—1 0
, 16/ Upp 1o—r11 1 0a |——o13
122 ' 15 of g"“"}% 85 ——0 12
T 3 W ° 06 —o10
BT [& 13] Oa 3 0—0LT Oe Og
Le (3] @ov o fy] 10—tk | .
'3 [8 7 0c ' , ; .
Lo 7] [0-0d st |
USSE ‘ | 9] Qe .

Bild 4: Anschlussbelegung und Schaltungskurzzeichen‘v 40511 D
Bauform 2

Der Scheltkreis dient zur direkten Ansteuerung von IED=Anzelgen und enderen Displays.

Er enth#lt einen BCD /7Segmeéni=Dekoder mit Eingengszwischenspeicher wnd bipolaren Ausgangs-
freibern. Zus#tzliche Einglnge ermbglichen die Uberpriifung der Anzeige (IF), die Dunkel-
tastung (BT) und die Aktivierung des Fingengezwischenspeichers (LE). Die Dekodierung erfolgt
im Hexmdezimmlbereich, das bedeutet, daB der V 40511 D im Gegensatz zum internationslen

Typ 4511 auBer den Ziffern O ... 9 auch die Buchstsben 4, b, C, 4, E und F anzeigt.

Der CMOS~Schaltkreis V 40511 D ist in gepufferter Schaltungstechnik ausgelihrt (internetio-
nal: BeSerie), Er entspricht in den statischen elektrischen Kennwerten der JEDEC-Stenderd-
B-Serien-Spezifikation. Die Eingénge sind mit integrierten Dioden-WiderstandskKombingiionen
als Gateschutz versehen.

Wahrheitstabelle
1E BT |IT 13 |12 11 101 0s Ob Oc 0d | Oe of Cg. | Display
x x L x| ox x = | & | H H | H |H H H | B
x L H x x x x | L L SN I PR ¢ L aus
T H i L L L 'L H H i H H H L 0
L H H L I I i L H. H L L L L I
L H H L b H L H H L H H L H 2
L H. |H L L H H i 54 B H L L H 3
T H H L H L L L H H L L H H H
L H H I H 7 H H L H H L H H 5
1L H H L H H L H L H H H H H [ i
L H H L H H H H i H 7 L L L al
L H H H L L L H B H i H H H =
L H H B L L H H H i H | L H H g
L H H H L H b g leH i L | H B H A
L H H H L H H L. ;7 H i H H | H b
L H H 2 | H L L | H L L i | H H L C
L H H H H T BE |1 H H B H L H d
L B H B H H L | & L |5 B H . He o H E
L H H H H H H H L L L H H H =~ F
H H H X X X x + + + + + + + e

% = L oder H :
+ = abh#ingig von der bel L/H-Flenke sn LE anliegenden Eing&ngsbelegung en
10 .ee 13 ‘
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1) ergibt sich aus positiverer und negativerer Triggerschwellspannung UIP; U

) CHIUD =D CLldl bR L e LSEe
Grenzwerte

Kennwert Rurzzelchen mine meX. Einhelt
Betriebsspannung Upp Ugg ~0s5 7 Ugg +18 v
Eingengsspannung UI USS =Q,5 Upp + 0:5 v
Ausgengespannung Uy . Ugg =05 Upp + 055 v
Gesamtverlustleistung 1) Peog 300 mW
Gesemtverlustleistung 2) Piot 150 mW
Verlugstieistung Je PV 100 mW
Ausgengstrensistor ‘

Leatkapezitit CL 5 nk
Eetriebstemperaturberéich Jé =40 &85 °¢
Iagerungstemperatur Jstg =55 125 °¢

1) =40 °C - 0; - 70 %
2) U, =85 °¢

gtetische Kemnwerte

(Ugg = 0 Vi - W,

o
= <40 ... 85 “C, falls nicht anders angegeben U1 = USS bawe UDD)

B
Kennwert - Kurzzeichen MeBbedingungen mine MaxX. Einheit
Betriebsspannung UDD 3 15 v
Eingengsspann UI ¢ UDD v
(auBer V 4050 D
Eingengsspannung UI Q 15 v
(V 4050 D% ’
Eingengsspannung. H Uy “Upp =5V 3,5 R
(auBler V 4093 D b T <1 A :
Fo| <1

UOL = 095 v . B

(V 40098 D, V 40511 D)

UOH = 4,5V

(V 4050 D)

Uog = 3:5 V

(Vv 40511 D)
Eingangsspannung H UIH UDD =5V 1) 5 . v
(V 4093 Dg

|IO; <~1 /u_a

Upp = 0.5V

Uog = 45 7
Eingangsspannung H UIH UDD = 10V 7 v
(auBer V 4093 D II 1 A

o <1y

Ugp = 1 V. ’

(VY 40098 D, V 40571 D)

Uog = 2V

(Vv 4050 D)

UOH = 8,5V

(V 40511 D)

IN




) g. - . 5 . ‘
)] Sichn aus pOSltl . g Ntli’elel ]Iiggel Sch Jell E) X1
er Verer ulld nega Y spa ﬂung U

1P’

U

Ke C : :
nnwelt - Kurzzeichen | MeBbedingungen
— ‘ min% mex. Einhelt
ggpann H 10 %
(V095 Dy e U Ypp = 1O Y Y
v [IO[ < i /uA 10‘ !
UOL = 1V
" 7 Ugy =9V
ngengsspennung H ;
(guBer V 4093 D Vrn Uop * 12V !
llot < 1 /uﬁ !
U
OLi-= 1,5 ¥
(Vv 40098 D, V 40511 DJ
UOH = 13,5 V
| Bingengsspennung H U e b T )
(V 4093 D) T Ypp = 2V "
Lol <« 1 oA ; ” '
. Uor, = 155V
. . { Uog = 135V
Eingengsspannung L '
(auBer V 4093 D Y1 o =27 T
[IO{ <1 /uA " !
UOL = 0,5V
UOH = 4;5 v
(V 40098 D) P
| Ugg = 35V
{(V 40511 D)
EBingengsspann L _ »
[GRTEIE R T N I °
; [To] <1 pub o !
Uog, = 05 ¥
. , UOH = 495 v
ingangsspannung L
(auBer V 4093 D Ur Upp = 10V 3
[Tol < 1 pub k
Ug =+ V.
UOH = 9 V )
(V. 40098 D)
| Ugy = 8,5 V
_ v
Eingengsspannung L U '( ey
(V4093 D) I o =0T °
[Tof < 1 o4 ’ '
UOL =1V
, UOH = 9V
Eingengsspennung 1L H
(avBer V 2093 D s Upp = 1Y &
[IO[ < 1 uk !
UOL = 1,5V
Ugy = 13,5V
Bingengsspennung L Upo e 40511‘D)
ingangss IL Upp = 197 °
[fo] < 1 Juk Y '
UOL = 1,5V |
UOH = 13‘;5 v

IN.



g Ou { . WD 0 LG, bRLL R LB

Kennwert Kurzzeichen | MeBbedingungen - cdmine oo max. . Einheit
Eingengsresistrom H Ity . 1 /uA
Eingangsreststrom L %”IIL! ' 1 S
Ausgengsspannung H Yoy Upp = 5 v o : 4595 \E
{auBer V 40511 D) i Uy = 107 9,95 v
. UDD = 15 Vv 14,95 B D ¥
huggengsspannung H RPN Upp = 5 ¥y =Ia, = T U4 4;2 v
(V 40517 D) o ”DD = 5 gz ,TOH mgo/m/;. 1 9 v
“op < i~tog T'YOM 27
Upp = 5 Vi -Igy =25 mA 2,9 v
Upp = 10 Vi =Igy = 1 ,ub 9,2 v
U= 10 Vg =1 =10 mh o - v
DD ¥ OH 9? 2)
UDD'a 10 Vg BIOH =25 mA|  B,0 v
Upp = 15 Vi =Igg = 1 mA| 14,2 v
UDD = 15 V3 ;’IOH =10.mA | 14,0 » Voo
UDD =15 V; ,”IOH =25 mh 13,2 ) v
husgangsspannung L UOL UDD = 5V ) 0,05 v ;
) N Upp = 10V ‘ 0,05 v
UDD = 15 V 0,05 v
Ausgengsstrom H E “IOHE Upp = 5 V; by =4é Vv 0,72 mA
) (V4050 D) Upp = 10 Vs Ugp = 45V 1,5 ms
Upp = 15 Vi lpy=938Y | 5 mA
Ausg&ngss’irem H § ~Toy E Upp = 5 V; Upry = 56 ¥ 0,4 mA
(V 4093 D) Upp = 10 V ; Upy = gsv 0,9 A
: Upp = 15 V; Uppy = 43,85 ¥ 2.4 mA
Ausgengsstrom H E “IOHg Upp = 5V, Your = Gev a.& wh
V 40098 D) X ; £ -
( Upp = 10 V5 Upey = 36 ¥ 2.5 A
UDD:: 15 V;U@# 2”{5}55{ 8»0 mA
‘1 Ausgengsstirom L I Uoy = 5 V31U = 0%V C, 4 mh
(V 4093 D, V 40511 D)  OF o viw. sosv | o .
DD Vi 2% ;
. UDD = 15 V‘;Uﬁ?!& gﬂ’fl'gy 254 mh
_Ausga.ngss‘grom L To, Upp = 5V Y, =08V 2,9 ° mA
(V 4050 D o I
Upp = 10 ViU 2 05 ¥ | 6,6 mh
; Upp = 15 V; Uy 248 Y 20- mA
Auvsgengsstrom L | Iog, Upp = 5 Vi Y = a4 ¥ 2,3 mA
(V 40058 D) - Upp = 10 V; Uy, =68V g i
, |Upp = 15 V; tp, =48V | 16 mA
statische Strom- IDD UDD = 5V 30 /U.A
aufnahme U =10V 60 A
(sufer V 40511:D) DD /
Upp = 15 V 120 oA
gtatische Strome IDD UDD = 5V 150 /uﬂ,
sufnahme _ - '
(V 40511 D) Upp = 10V 300 Juh
. UDD = 15V 600 /uA
Hysteresespaonung UIE s UDD = 5V 0,5 2 v
(V4093 D) - Upp = 10V 1 4 v
positivere Trigger- Urp Upp = 5V 2,2 3,6° v
schwellspannung = .
(V 2093 D) ‘ Upp = 10V 4,6 7,1 v
. Upp = 15V 6,8 10,8 ¥
negativere Trigger- Upy Upp = 5V 0,9 2,8 . v
schwellspannung - .
(V 4093 D) Upp = 107 2,5 5,2 v
UDD = 15 V 4,0 Ts4d v




Kennwert Kurzzeichen| Mebfbedingungen ) cmin. MeX. Eirnheit

Reststrom der - Ioy . ’ 12 Jub
tri-state-Ausgénge I“’IZL{ 12 S

im hochohmigen

Zustand

(V 40098 D) . -

Fingangskapazitét Cr : 7.5 pF

Dynamische Kénnwerte. - : .
- O I3 F=3 3 ° F=3 'S =3 ¥ e g o ) = —h
(J, =25 °C; Ugg = 0 Vs Cp = 50 pFy Up = Ugg baw. Upps Exolq JoAt tpy = typ = 20 ns)

L S5
Kennwért Kurzzeichen | MeBbedingungen min. . maX. Einheit
vV 4050 D
Anstilegszeit topy Upp = 5V 160 ne
Upp = 10V ' 80 ns
Upp = 15V 60 ns
| Abfellzeit ' topy, | Ypp = 9V : 60 ns
‘ | upp =10V ) 40 ns
Upp = 15V 30 ns
Verzdgerungszeit tor U = 5V 140 ns
I a0 'PLH | “pD )
Upp = 10V 80 ns
Upp = 15V 60 ns
VerzOgerungszeit t U = 5 V. 110 ns
T e O PHL DD
UDD = 10V 5% ns
Upp = 15V 30 ns
Y4092 D .
Anstiegszelitl; tmrars U = 5V 200 ng
Abfallzeit JTEET L DD
Ypgr | Ypp = 70 100 ris
UDD + 15V 80 nsg
Verzdgerungazeit ' tprgs | Upp = 9V 380 . ns
I «» O ’ i
tpur, | Upp = 10V 180 ns
Upp = 15 V / 130 " ns
Vv 40098 D
Anstiegszeit tTLH UDD = HV 70 ng
UDD = 10 V 40 ns
Upp = 13V 30 . ns
Abfellzelt Ty, Upp = 2V 60 ns
UDD = 10V 30 ° nsg
Upp = 15V 20 © "ns
Verzdgerungszelt tPLH UDD = 5V 130 ns
= 0o v. Upp = 10V 60 ns
Upp = 19V 50 ns
Verzdgerungszelt S pHL, Upp = 2V 160 ns
I == O . . _ .
UDD = 10 V 70‘ na
v Upp = 15V 50 4 ns
Deselektionszeit H tPHZ UDD = 57V 85 ns
Upp = 10V 65 ) ns
UDD = 15 V 60 ns




PR =13 » ira e o % i e

Kennwert Kurzzeichen | Melbedingungen mine nex. Einhelt
Selektionszelt H - Fpgy Upp = 5V 140 na
UDD = 10 V 75 . ns
Upp = 15V 65 . ns
Deselektionszelit L ‘_bPLZ i _UDD = 5V i 135 ns
N Upp = 10 ' i 80 ns
. Upp = 15 v 70 ne
Selektionszeit L tPZL UDD = 5V 185 ns
UDD = 10V 85 nes
dDD = 15V T0 nsg
V 40511 D .
Anstiegszelt oy Upp = 5V o 100 ns
N - N . ' .
UDD = 10V 75 . ns
) UDD = 15 V 65 ng
Abfallzelt tTHL UDD = 5V ‘ 310 ns,
UDD = 10 V ‘ : . 185 ng
- UDD = 15 V 160 ns
\i’erzziergngszeit tPHL; UDD = -5V ‘ 1040 ns
- 1 . N
"IE == O tppgur | Upp = 10V 420 - ons
UDD = 15 V-~ ; 300 ns
\iferziierungszeit tPLH; UDD = 5 V ‘ . 1320 ne
IE ~» O tprpa | Ypp = 1OV - 520 ns
Upp = 15V ) ’ 360 s
dec i B Upr = v g
Verzggerg.ngszelt PETHL DD 5 700 ns
) . Upp = 10V 350 : ns
UDD = 15 V 250 - ns
Verzdgerungszeit - o U s 5V 800 . ng
Eerne pEILH | DD ~
UDD = 10 V 350 ns
Upp = 15V 300 ns
Verzdgerungszeit toermge | Upp = 2V 00 &
ogering pTTHL| DD ’ o
. Upp = 10V 250 - ng
‘ Upp = 15V 170 ns
Verzgerungszeit T e U = 5V 300 ns
pTLH] DD
IT —= © oy, =10V , 150 us
UDD = 15 V 100 ns
%etzﬁ;ltLE tSILE UDD = 5V 150 ns
n UDD = 10V 70 ns
UDD = 15 V 40 ‘ né
¥a1ti;ei£E Sgppg | Upp =5 Vs 10 V5 15V 0 ‘ ns
n ;
L-Tmpulsbreite 1LE S1gL, Upp = 2 Y - 400 ‘ns
’UDD = 10 V 160 ' ns
UDD = 15 V ‘ 100 ' ns
Ly : <L
o ____@_ QU PR
00 5597
In 50%e—
10%6—
Uss
o TH
i
Yoo
On )
Usg
tpH

Bild 5: Impulsdiegraemm V 4093 D, V 40088 D



; ?LH - e T
o e
In 50%
10 %~
Ugg — 257
£1)) T
On
U,
5% | %Ttﬁ_ o -

Bild 6: Impulsdiegramm V 4050 D -

. Yoo
?En, [gloo/o
" Usg .
Ei&l PLZ
Ausgeng L == hochohmig z P .
Uss Al6 Upp
U
husgang H =% hochohmig ~,,~
U
2 e PHZ
Ausgeng hochohmig —=» L g%&
Uss
Uop
huggeng hochohmig —» H
oo
2
Bild 7« Impulsdiagramm V 40098 D
U
e }]
In ’ 2
Uss -
Uk JSILE,. | THILE
. ng
LE TS
Uss ;
— 5 _.L'iL—_ -
Uiy
E‘t‘ -
Use I _
U
i : sl PLH
Ueg N
PpLELR, | TRLEHL

Bild 8¢ Impulsdiegramm V 40511 D
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Bild 10: Geh#useabmessungen Baufprm 2

Dieses Detenblatt enthélt keine Aussage liber Liefermbglichkeiten und beinheltet keine
Verbindlichkeiten zur Produkiion. Die gilltigen Vertragsunteriagen beim Bezug der Bau-
elemente sind die Typenstandards. Rechtsverbindlich ist Jewells die Auftragsbest8tigung.

Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

‘Die Behandlungsvorschriften fir MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhalten, da andern=—
fallas-eine ‘Reklamation nicht enerkannt werden kenn.

0% | d6



Anderungen
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Die vorliegenden Datenblatier dienan
ausschlieBlich der Informaticnl

Es konnen daraus keine lLisfermég.
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.

im  Sinne des techni-
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Optoelektronischer Koppler

Der optoelektronische Koppler besteht sus
ceiner Galliumarsenid-Lumineszenzdiode und
einem Silizium-npn-Phototransistor.

Er dient zur gelvanischen Tfennung von

Stromkreisen mit hohen Potentialdifferen-
zen und ist vorwiegend fiir den Einsatz in
der Steuer- und Regelungstechnik worgesehen.

g3

Aaschigsse
verzipnt

Eingangssedie

Masse

Lolfplstor

Emitter

‘ i 82 g
Btenderd: TGL 42258



© Kennwerte bei & = 2
Kollektorstronm
bel IF =
und UCE 25 v
10 mA
0,8V

Li}

bei IF =
und Ugp =

Sperrgleichstrom
bei UR- = 3V

DurchlaBsbannung
bei IF = 50 mé

'Isglaiionswideraa
stand ~ . .
‘bel Uio'a 0,5 kV
Schaltzeiten
bel Topey
und RL = 100 Ohm
Anstiegggeit ™
Abfallzeit
Verztgerungszeit
- Speicherzeit

Grenzwerte

periodische
Spitzenisolationg-
gpannung
’Eiggaggsdiode ;
burchlafgleichsirom

DurchleBspitzenstrom

Sperrgleicﬁsp&nnung
Spitzensperrspannung

Varibles | | 978
= Jdmplungsy®

glied

Impuls-
generator

Synchronisation

y = 2,0 mA,

{3

590
Rirz -

2yiiken

miny typ. mex

i

Y
i
o Lar

Spannung,

Iero

Top(m)

F

107

Ua = 20 V.

t
t
i
t

[/ J = T S

10

100
200

10

pA
- mA

10 pa

1,5 'V

ps

10 ps

kv

ma2}

mA1)2}.

Oszillo-
graph:

;\J;~

Ohm 5} & =
Ohn 2) 9 =

Prinzipscheltung gur Ermitilung der
dynamischen Perameter des optoelek-
tronischen Kopplers MB 102 .

LT

B S Cins
Zesdie. B .

iusgéhgstransistor
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Definition der Schaltzeiten
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Abh8ngigkelt des max. zulHssigen
DurchleBgleichstromes und des mexs
zulésgigen SpltzendurchlsfBstiromes
von der Umgebungstemperatur

Knderungen vorbehalten!
Redaktionsschlufl Februer 1985
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Abhéngigkelt der msx. zuléséigen
Verlustleistung von der Umgebungs-
temperatur - ’



Die vorliegenden Datenblétter dienen
ausschlieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermég-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-

- schen Fortschritts sind vorbehealten.

Herausgeber

vezb appliketionszentrum elekzronik berlin
i veb karmbinst mikeoslektromiic

Mainzer StraBe 25
Berlin 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 0112981, 011 30565
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Hersteller: VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin

Fotodicde

Die SP 106 ist eine planare pin=Fotodiode in einem transparenten Kunststoffgehiuse.

Sie ist sowohl Tir den Fotodioden= als auch flr dén Dlementbetriebd geeignet und zeichnet sich durch
eine hohe Fotoempfindlichkeit im nahen Infrarotbereich,'ein geringes Dunkelstromniveau und kleine
Schaltzeiten aus. \ '

Dag Beuelement ist zur allgemeinen Anwendung und insbesondere fir die Infrarotsignalibertragung ge-
eignete. '
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Bild 2: Geh#use = Drsufsicht

KenngriBen bei 4 =25 %

Leerlaufspannung
EV = 1 kix

7

R, & 10" Ohm

Kurzschluﬁstromj)

Ev = 1 klx

iy,

Dunkelstrom

By = 0

-UR =

10 Ohm -

HIN

107V

Gesamtkapazitét
B =0

107

1 HHg

R =
f =

(P

Spektrale Empfindlichkéit

UR = 10V

R«.:
A

850 nm
950 nm

i

Wellenlinge der maximalen

Empfindlichkeit
Inpulsanstiegszedit

Impulsabfallzeit
Up =107V
900 nm

A
R 50 Ohm

I

L

Grenzwerte

Sperrgleichspannung

= w25 ... 485 %

a

Periodische Spitzensperre

spsnnung

=

a

Kennzedchnung :
Typéﬁkehnzéichnung : Hefsfellungsjahf
- {enocdenseitig) ‘ {katodengeitis)
1986 grin
1987 gelb
1988 rot
1989 grau
0,2 g @, .
Standerd: TGL 42943 1590 braun
‘ 1991 rose
' 1992 weil
1993 “orange
1994 schwars
1995 blaﬁ :
Koz - L : A
‘cdy.’fw min. . typ.. max. Enhot
U, 330 400 - my
Ix 50 75 - /uA
IRO - 1 30 ' na
Cot  ” 20 35 PF
i
Sy 0,5 + 0,6 - Vi
. 0,5 : AW
A - 900 - nm
t,. - 15 80 ns
tf - 20 SO ns
?
UR e - 25 v
Ugpm - 25 v

- 25 «o0 + 85 O
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Foritsetzung Grenzwerte
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'Bild 5: Sperrschichtkapazitét in Ab-
héngigkeit der Spannung
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Bild 6: Mittlerer normierter Sperrstrom in
Abhingigkeit von dexn Umgebungs-
temperatur @Q
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Die vor!iegendsh Deatenblatter dienen
gusschlisllich der Information!

o Lo h N . Es konnen. daraus keins. Lisfermég-
snderungen vorbehalfen! ) lichkeiten oder Produktionsverbing-

i ST, eI 0 e lichkeiten abgeleitet werden.
Redaktionsschlul Dezember 1985 Andemngengim Sinne ’ des techni-
. schen Forischritts sing vorbehalten. -

Herausgeber

veb spplikationezentrum alelkkronik berlin
i veb komibinat milcoclekironik

Wainzer Strafie 25
Berlin 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981, 011 3065
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Hersteller: VEB \

Die Lichtemitteranzeigen VQB 16, VOB 17,
VOB 18 sind rotetrahlende einstellige Lieht-

gohachthavelenmente mit Di@&@m@hi@s auf

Gallbs-Hasis.

Die VOB 17 het eine gem@in@am@ K&t@d@ mnﬁ

die VOB 18 eine g@meingam@ Anode.

Die VOB 16 bat hereusgelihrte Ketoden und

fnoden.

2/86

Jerk fur Fernsehelektronik Berlin

Die VGB 16 dient zur Darstellumg der Zeichen
+, = vnd der Ziffer 1 sowie eines Degimal-
punktes. -

Die V@B 17 und VQB 18 dienen suyr Darstellung
dexr Ziffern von O bis 9 und eines. Degimal-
punktes.

Diese B&uel@m@nt@ wsrﬁen ZUF Anz@ig@ in ~
Gertten und Anlegen eingesetsi.

Lichtstirke'??)3)4)
bei Iy = 10 mA

Lichtstérke-

verhdltnis' 56)
bei Ip = 10 mA ,

Dar@hlaﬁgl@ichep&n&&ﬁg7)
bei Iy = 10 mA '

Sperrgleichstycm7}

bed ﬁR = 6V
Wellenlinge der mex.
gpekiralen Emission

) Spektrale Strahlungs-
bvandbreite

réfen bel 9 = 25 °c

it natge. g, Giaheit

I, 230 - 460 ped
I, 350 - 700 ped.
I, 520 - 1040 ped
I, 760 - 1560 | ped
I, 1170 = - peed
I

v_Wex . - 2,0

v min
Up - 2,0 246 : v
I - - 100 pa
ey 630 665 690 nw



Grenzwerte

kel

Koo o B
’mhu AN o f

Dur@hla&glaicha%r@mT)
bel & = -25...25 °C  Ip . - 20 mh

Spiﬁz&n&urchl&ﬁstr@m,7}8)

pericdischer

bei B, = <25...25 g

'Sperrgl@iehgpannﬂng?> N -
bei & = =25...85 °C U - 4V

Betriebgtemperatur-

bereich . RS -25 85 % -

’Lagergngst@mpera%urm
hereich fir Iegerung bis
zu 30 Tegen - stg

© Renngedichnung

Stelle der Bauelementekemnzeichnung und
AnschluBbelegung siehe MafBbild, weltere
Kennzeichnungen euf der Verpackung.

1) Lichtstirkemessuung erfolgt mit einem Uff-
nungswinkel von 4 © 4 2. : :

2) I,-Wert gemittelt Uber 7 Segmente einer
Ziffer. o : M

3) ger typische I -Wert des Degimalpunktes
betrégt 35 % sowie der Teilsegmente D und
B des Pluszeichens 60 % des vaWert@s'entw
sprechend Anmerkung 2).

4} die Bewertung der Liehést&rke des Dezimal-
punktes und der Tellsegmente D und E des
Plusgeichens erfolgt visuell in Anpassung
an-dag differnfeld. :

5} von Segmen€ zu Segment eines Bauelementes.

=

6) Segmentpesrungen £ 4 : 1 zwischen Ziffern
benmchbarter Bauelemente sind unzuliesslg.
7) je Segment und je Dezimelpunkt.

'8) . % 1 ms, T = 1 : 10; abweichende Tast-
verhilinisse nach Vereinbarung mit denm
Hersteller.

Tppy - 150 mA

18,75 20277

9
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. ®
e .

o % o 3

+ B I
Qq:?: - = 7 %‘E\;} [ErT——— -

SN 2

N

3

SN o

g7

7 Stelle der: -
Kennzpichnung:

VOB 16
Magse: 5'g

x1) AnzeigeflBche

%2} EBinsatz der Anzeigen auf Lgit@rplatteﬁ
"mit metrischen R&stermaﬁ‘iaﬁ zuléssig.

“«

An- Belegung Anye Belegung .
gehlufie gohlul- .
Hre. ) Hr.
T ohne SHLL% 10 FA
2 : AK 11 FK
3 EA 12 . BK
4 Dy 13 By
5 GK ‘ 14 . GA
6 B 15 by
‘ 7 E, © 46 .chne S%if%
R Py 17
g chne St1ft 18 chne Stiit



L’:j(:j@ . -l ¥ lded S [ A L Vet

18,7502 %" ngohluBbel
oy V - , Ap= RBelegung An~ Bel
2 - gehluB- gehiyfe :
. Tf_@% Wr. VOR 17 VOB 18 Ee. VQE 17 VQB 18
- ”“% : =1 1 chne S¢if% 40 ) B
- 2 & 19 D
&g -
S 3 P 12 &' @b
S & 1) 1)
Sl S 4 e ga'l 13 Y
o el 5 B 14 8
RARY & 1) 12
N . 9 6 g gh 15 B
¥ % 7 st 16 ohne Stift
s g \Looan 8 ohne Stitt 17 k') - gal?
—  Stetle der . , ,
! Kennzeichrung g ohne SELift 18 ohne Stift
1) nb = nicht belegh; gh = pemeinsame Anode;
2k = gemeinsame Katode. -
<
ES
~+
b
b
%
4
VOB 17 und VGQB 1&
Massae: 5 g . o ) N

z1) Anseigeflliche
22} Binsatz der Anzeigen euf L@itemlmmﬁ
mit metrischem Restermab ist guléseig.

Lnderungen vorbehalten!
Redaktionzschlull Januar 1984



Dia vorliegenden Datenblitter disnen
zusschlisBlich der Informationt

Es kénnen daraus keine Liefermdg-
lichkeiten oder Produktionsvarbing:
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungsn im Sinne des techni-
schen Fortschritis sing vorbehahten

Herausgeber

vaeb appliationszentrum elekironik baciin
i veehy kormbinaet mikeoelekoronik

WMainzer SiraBe 25

Berlin 1035

Telefon: 580 05 21, Telex: 0112881 011 3055




vefléﬁuﬁige technische Daten
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Hersteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Tichtemitteranzeigen

Die Lichtemitteranszeigen VQB 200 und VQB 201
sind grinstraehlende einstellige Lichitschachi-
bauelemente mit Diodenchips eauf GaF-Besis.
Die V@B 200 hat eine gemeinseme Katode wund
die VQB 201 eine gemeinseme Anode.

Die Angeigen dienen zur Dersiellung der Buch~
staben A biz Z, der Ziffexrn O bis ¢, eines

 D@zimalpunktes und von 28 Sonderzelchen.

Diege Bauelemente werden zur Anzelge in Gerd-
ten und Anlagen eingesetzto

Unter der Annshme einer kohstanten Ausfellra-
te beirdgt die Lebensdeuvererwartung bel miti-
leren Betriebsbedingungen hypothetisch min-
destens 10° Stunden. ‘




! o o Anschlufl=| AnschluBbelegung
Stelleder 37205 95402 nummex VQB. 200 VQB 201
Kepnzelehnung E : q B
a7
2 &
3 M
/&{ S : 4 K
5 "
& 6 G
Q‘ N
L ‘s§ > 7 t T
- w ¥ o % & 8 F
It &) ™8
9, N i 9 E
: L
10 Vo
5 i1 8.
et 12 R
11x 45¢ 13 D
f 14 U
127 - - +17 ; B4 ‘ 15 P
, L oA B+ 16 - c
[ ¢ 045 + K Mf"i +
| ; 17 N ‘
' . + H IH Bl %) )
+ HTEE T 18 K 9 S
) * + 6 R +

" L /ﬁ{ﬁ 2 M x) gK = gemeinsame Keatode

i i = fg“; " gh = geméinsame Auode

: +8 i+ Magse: 4 g

I Standerd: TGL 42 170

s NS
Kenngroden bei &, = 25 °¢ - Grenzwerte s 4
Lichfstérke1>2)3)4) Eiﬁ;;n min. typ. max. ;% DurchlaBgleichstrom7) B min. m8X. 5
“Dei Iy = 10 mA ; bei B, = -25 bis 25°C I -- 17,5 mA
;ruppe A I 150 © = 300 pcd - ! ;
- v - 9pitzendurchlal- 7)8)
Gruppes B I 2307 vs2 04600 ped strom; periodischer -
Cruppe C I, + 3500 = 2700 ped bei ® =025 bis 25°C Tpp - 120 mh
Gruppe: D I, .. 5200 = “ 7040 peod , o)
N Srerrgleichspannung
Gruppe BE. I 780 = 1560 ucd o . o,
. 1)5)6) v . : bei @é = =25 bis 85°C Uy = 6V
Lichtstérke- - . : , .
verh#ltnis v omax - Reduktionskoeffizient .
bei I, = 10 mi TV min - @0 des Durchlafgleich-
F stromes .

. ) o] i
TurehlaBgleich- ' bei ¥ = 25 bis 85°C —TKIF - 0,21 mA/K
spannung & 3

bei I, = 10 ma - ' Reduktionskoeffizient
F UF,‘ 2,0 2,67 des rel. Spitzen-
$perrgleichstrom7) durchlafistromes .
bei Up = 6V I, - - 100 pA vel 9 = 25 bis 85°C ~TKyppy - 1,27 %/K
Relaetiver Temperatur- 5°tr§QPStemperatur° o
koeffizient der Bereich ¥ ~25 EE ¢
Lichtstérke
. . ° Lugerungstemperatur-
bei & = 25 bis 85 C -TK; 1,0 %K btereich filr Lagerung o
bis zu 30 Tagen $ope =50 50 c
=)

Wellenlédnge der
maximalen Emission

?‘/
P

Spektirale Strahlungs-

bandbreite

'ﬁﬂ095

555 565 575 mm

40 nm

Kennzedchnung .

Stelle der Bauelementekennzeichnung und An-
schluBbelegung siehe MaBbild, weitere Kenn-~
zeichnungen auf der Verpackung. -



sy gole 3 Vld VMg ¥\l LW g

1) evener MeSwinkel bei der I -Messung 4° I2°

2} IV-Wgrt‘gemittelt dber die Segmente B, D,
F, B, X, R, 8, U

3) der typische I -Wert der Segmente €, D. G,
und ¥ kann meximel das 2,7fache des I~
Fertes der Ubrigen Segmente betragesn.

4Y.die Bewertung der Lichtstdrke der Segmente T
4,°C, B, G, W, W, P, T und des Dezimalpunk=
tes V erfolgt visuell in Anpessung en das

Symbolbild. - .
5) von Segment zu Segment eines Bauelementes
6) Segmentpearungen 2 ;1 .zwischen Ziffern

benachbarter Bauelemente sind unzuléssig.
7} je Segment und je Dezimalpunkt
- t ] R .
8y t. &1 ms, w—%w = 1 3 10, sbweichende
Testverhilitnisse nech Véfeinbarung ZWie

schen Hersteller und Anwender<

2 I T
IF‘: F(U[:}
mA M/ /i"  Ippug= U
/ By = 250
T » ’
: -
Ip 5 ‘; [i
trai 5 i :
2 f £
! /
i
{ .
z !
arn )
150
/A - L= (%)
77 ol : - = £ >100Hz
\ : : mA Gy =25°C
7 -~ i Z’*"%"’
6 700 1
g Iram f
4 S
3 | ,
50 !
’ { \
=.~_—+~_‘——‘ ___________ T
: !
0 7 3 4 5 [ 0 ar az 0.3 04 a5
Up —mim S
DurchleBstrom.in Abhingigkeit . Zul&ssiger Spitzendurchlafstrom

von der DurchlaBspennung - in AbhEngigkeit vom Tastverh&ltnis
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Normierte Darstellung der Lichtstérke
in Abhéngigkeit vom Durchlafstrom
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DurchlafBspennung in Abhéngigkeit
vop der Umgebungstemperatur

/ﬁnderﬁngen vorbehalten!
RedaktionsschluB Januer 1986

Dis vorliegenden Dsienblitter dianen

ausschliellich der Informetiont

Es konnen daraus keine Lisfermog-

lichkeiten oder Produktionsverbind-

lichkeiten abgeleitet werdan.
nderungaen -im  Sinne des - techni-

schen Fortschritts sind vorbehalten.
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veb sppliikationszentrum slekbronik berlin
i veb kormbinat mikroelekoronik
Mainzer StraBe 25

Berlin 1035
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881, 011 3065




Redaktioneller Hinweis zur Ausgabe 1/86 der Datenblattsammlung

“"Elektronische Bauelemente", Typ K 565 RU 5

Zum Typ K 565 RU 5 wurde der Redaktion durch einige Bauelemente-
anwender mitgeteilt, daR in sowjetischen Unterlagen (z. B.
i

bl > 4 ~ . 5
Integral'‘nye Mikroschema, cast'l gchaltkreiskatalog, Te 1 1)

zu diesem Typ eine andere AnschluBbelegung angegeben wird.

Die Uberprifung zum Sachverhalt ergab, dab die in der -DBS,
Ausgabe 1/86 angegebene AnschluBbelegung richtig ist und den
Angaben der glltigen technischen Lieferbedingung fur den Im-
port dieser Bauelemente entspricinte.

Es wird darauf hingewiesen, daB die Grundlage fir den RGW-
Import von Bauelementen die jeweils abgestimmte technische
Lieferbedingung ist und dabei aAbweichungen zu den entsprechen-
den Angaben in Katalogen bestehen kinnen, die vom BE=Her=
steller fur andere Anwenderbereiche herausgegeben wurden .

Redaktion der DB8S



. veb sppliketionszentrum slaldronilk berdin
i vzl kormmbinet milcrosiskironik

DOR- W38 Berlin, Mainzer Strade 28 ©
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881, 011 3055

2/865%@&@ und weiterentwickelte Bauelemente sowie ausgewéhlte
- .~ Importbauelemente

 (RedaktionsschluB Juni 1986) .
Bisher erschienen:

1/84: Neue und welterentwickelie Bauelemente
(Redektioneschlub Februar 1984}

2/84: Neue und weiterentwickelte Bauelemente - Nachtrag
(Redaktionsschlub Juni 1984)

3/84: Ausgewdhlte Importbauslemente
(RedaktioneschluB Dezember 1984)

1/85: Neue und weltergntwickelte Bauelsasente
{RedaktionesschluB Juni 1985}

1/86: Ausgewéhlte Importbauslemente
{Redaktionsschlub Dezember 1985)
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